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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

VOCABULAIRE ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONAL

PARTIE 521 : DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
ET CIRCUITS INTEGRES

AVANT-PROPOS

1) La [CElI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de\normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). Lp CEl a
poull objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de nopmalisation dans les
domjaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activitéS,, publie des [Normes
intefnationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels’tout Comité jhational
intélessé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, (gouvernementales|et non
gouyernementales, en liaison avec la CEl, participent également aux travaux. Ka\€CEl collabore étrgitement
ave¢ I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions)fixées par accord eptre les
deux organisations.

2) Les[décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions technigues représentent, dans lajmesure
du gossible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné“que les Comités nationaux inféressés
sonfl représentés dans chaque comité d’études.

3) Les|documents produits se présentent sous la forme de recommiandations internationales. lls sont|publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports technigues) ou guides et agréés comme tels |par les
Conlités nationaux.

4) Dang le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEIl s'engagent a appl{quer de
fagon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEl dans leurs{normes
natipnales et régionales. Toute divergence entre la'dorme de la CEIl et la norme nationale ou rg¢gionale
corrgspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniere.

5) La QEI n’a fixé aucune procédure concernant lesmarquage comme indication d’approbation et sa respofsabilité
n’es'[ pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

6) L’atfention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvg¢nt faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenyie pour
responsable de ne pas avoir identifié-de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existencg.

La Nofme internationale CEI'60050-521 a été établie par le Groupe de Travail 1 du Comité
d'études 47 : Dispositifs atsemiconducteurs, sous la responsabilité du comité d'études | de la
CEl : Terminologie.

Le texfe de cette_narme est issu des documents suivants :

FDIS Rapport de vote
1/1830/FDIS 1/1835/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette deuxiéme édition de la CEl 60050-521 est issue de I'édition originale de 1984 et des
termes nouveaux ou modifiés approuvés dans le FDIS en référence.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Dans la présente partie du VEI les termes et définitions sont donnés en francgais et en
anglais : de plus, les termes sont indiqués en chinois (cn), allemand (de), espagnol (es),
japonais (ja), polonais (pl), portugais (pt) et suédois (sv).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL VOCABULARY

PART 521: SEMICONDUCTOR DEVICES
AND INTEGRATED CIRCUITS

1) The
all

intefnational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and-electronic fi

this
entr
part
with
Org
two

2) The

integnational consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has repres

from

3) The
of ¢
Con

4) In o
Star
dive]
indi

5) The
equi

6) Atte
of p

Interng
commi
Termin

The teit of this standard is based on the following documents:

FOREWORD

IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardizatioh co
ational electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the |EC lis to

end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards’~Their prepa
isted to technical committees; any IEC National Committee interested in the~subject dealt w
cipate in this preparatory work. International, governmental and non-governméntal organizations
the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates clésely with the Inter
nization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement betw
prganizations.

formal decisions or agreements of the IEC on technical matters{express, as nearly as poss

all interested National Committees.

documents produced have the form of recommendations for intérnational use and are published in
tandards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the
mittees in that sense.

Fder to promote international unification, IEC Natignal~Committees undertake to apply IEC Inter
dards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standar
Fgence between the |IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall bs
ated in the latter.

IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible
pment declared to be in conformity with gné-of its standards.

htion is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the
htent rights. The IEC shall not be held-responsible for identifying any or all such patent rights.

tional Standard IEC 60050~521 has been prepared by Working Group 1 of IEC te
ftee 47: Semiconductor "devices, under the responsibility of IEC technical commi

ology.

FDIS Report on voting
1/1830/FDIS 1/1835/RVD

nprising
promote
elds. To
ation is
ith may
liaising
hational
een the

ble, an
entation

he form
National

national
is. Any
clearly

for any

subject

chnical
itee 1:

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting

indicated in the above table.

This second edition of IEC 60050-521 is based on 1984 edition and new or modified approved

terms

in FDIS in reference.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

In this part of IEV, the terms and definitions are written in French and English; in addition the
terms are given in Chinese (cn), German (de), Spanish (es), Japanese (ja), Polish (pl),
Portuguese (pt) and Swedish (sv).
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2013.
A cette date, la publication sera

* reconduite ;

s supprimée ;

* remplacée par une édition révisée, ou

*+ amendée.
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2013.
At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

+ replaced by a revised edition, or
+ amended.
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INTRODUCTION
Principes d'établissement et régles suivies

Généralités

Le VEI (série CEI 60050) est un vocabulaire multilingue a usage général couvrant le champ

de [I'électrotechnique, de I'électronique et des télécommunications.

I comprend environ

18 500 articles terminologiques correspondant chacun a une notion. Ces articles sont répartis
dans environ 80 parties, chacune correspondant a un domaine donné.

Exemples :

Partie 161 (CEI 60050-161) : Compatibilité électromagnétique
Partie 411 (CEI 60050-411) : Machines tournantes

Les a
notion

Les te
de la (

Dans
du VE
suédo

De ply
et ce (

NOTE

Const
Chacu

— un

ticles suivent un schéma de classification hiérarchique Partie/Section/Notig
5 étant, au sein des sections, classées par ordre systématique.

rmes, définitions et notes des articles sont donnés dans les-trois langues off
LEI, c'est-a-dire francgais, anglais et russe (langues principale§-du VEI).

haque article, les termes seuls sont également donnés dans les langues additiof
| (arabe, chinois, allemand, grec, espagnol, italien~japonais, polonais, portug
S).

s, chaque partie comprend un index alphabétique des termes inclus dans cette
our chacune des langues du VEI.

- Certaines langues peuvent manquer.

tution d'un article terminologique
n des articles correspond a.une notion, et comprend :

numéro d'article,

— éventuellement un symbofe littéral de grandeur ou d'unité,

puis, {
- le

our chaque langue principale du VEI :

symonymes et d'abréviations,

- la

Héfinitien-de la notion,

n, les

cielles

inelles
ais et

partie,

erme désignant’la notion, appelé « terme privilégié », éventuellement accompagné de

- évIntueIIement la source,

- év

ntuellement des notes

et enfin, pour les langues additionnelles du VEI, les termes seuls.

Numéro d'article

Le numéro d'article comprend trois éléments, séparés par des traits d'union :

— Nu
— Nu
— Nu

méro de partie : 3 chiffres,
meéro de section : 2 chiffres,
méro de la notion : 2 chiffres (01 a 99).

Exemple : 151-13-82
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INTRODUCTION
Principles and rules followed

General

The IEV (IEC 60050 series) is a general-purpose multilingual vocabulary covering the field of
electrotechnology, electronics and telecommunication. It comprises about 18 500 termino-
logical entries, each corresponding to a concept. These entries are distributed among about
80 parts, each part corresponding to a given field.

Examples:

The e
being,

The te
that is

In eac

Pa

Pa[t 161 (IEC 60050-161): Electromagnetic compatibility

t 411 (IEC 60050-411): Rotating machines

htries follow a hierarchical classification scheme Part/Section/Concept, the co
within the sections, organized in a systematic order.

rms, definitions and notes in the entries are given in the three\lEC official lang
French, English and Russian (principal IEV languages).

Germgn, Greek, Spanish, Italian, Japanese, Polish, Portuguese ,and Swedish).

In addjtion, each part comprises an alphabetical index\of the terms included in that p

each g

NOTE

f the IEV languages.

- Some languages may be missing.

Organlization of a terminological entry

Each ¢

an
po

f the entries corresponds to a concept, and comprises:

entry number,
5sibly a letter symbol for-quantity or unit,

then, for each of the pringipal IEV languages:

and fir

thg

term designating the concept, called "preferred term", possibly accompan

symonyms and_abbreviations,

thg
po
po

definitionof the concept,
5sibly<the source,
5sibly-notes,

ncepts

lages,

h entry the terms alone are also given in the additional 1EV languages (Arabic, Chinese,

art, for

ed by

ratty, for theadditiomattEV-tanguages; the termrsatone:

Entry number

The entry number is comprised of three elements, separated by hyphens:

Part number: 3 digits,

Section number: 2 digits,

Co

ncept number: 2 digits (01 to 99).

Example: 151-13-82
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Symboles littéraux de grandeurs et unités

Ces symboles, indépendants de la langue, sont donnés sur une ligne séparée suivant le

numeér

o d'article.

Exemple :
131-11-22
symb. : R

résistance, f

Termj;p.zuu.ggw ilégié
Le terge privilégié est le terme qui figure en téte d'un article ; il peut étre suivi de synorn

Il esti

Synon

Les s
égalen

et suiVlis par l'attribut « (déconseillé) ».

Partie

Certai
un cor

Ex
Absen

Lorsqu
par cirn

Attrib

mprimé en gras.

ymes :

nonymes sont imprimés sur des lignes séparées sous le ternmie privilégié : il
hent imprimés en gras, sauf les synonymes déconseillés, quj-sont imprimés en n

5 pouvant étre omises :

texte approprié. Ces parties sont alors impriméesven gras, entre parenthéses :
emple: émission (électromagnétique)
ce de terme approprié :

'il n'existe pas de terme appropri€;dans une langue, le terme privilégié est rern
q points, comme ceci :

(et il n'y a alors bien entendu pas de synonymes).

its

ymes.

5 sont
naigre,

nes parties d'un terme peuvent étre omises, soit-dans le domaine considéré, soit dans

nplacé

Chaque terme (ou synonyme) peut étre suivi d'attributs donnant des informations gupplé-

menta
ligne.

Exemp

- sp

res ; ces attributs sont imprimés en maigre, a la suite de ce terme, et sur la

les d'attributs :
beificite d'utilisation du terme :

méme

rang\(d'un harmonique)

— variante nationale :

un

ité de traitement CA

— catégorie grammaticale :

électronique, ad;j

électronique, f

— abréviation : CEM (abréviation)

— déconseillé : déplacement (terme déconseillé)
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Letter

symbols for quantities and units

These symbols, which are language independent, are given on a separate line following the
entry number.

Example:
131-11-22
symb. : R

resistance

Preferred term and synonyms

The p
synon

Synon

The sy
boldfa
the atf

Parts

Some
approj

E

X

Absen

When
dots, |

Attrib

Each
printeq

Examg

transmission line (in electric power systems)

referred term is the term that heads a terminological entry; it may be folow
ms. It is printed in boldface.

yms:

nonyms are printed on separate lines under the preferred term: they are also pri

Ce, excepted for deprecated synonyms, which are printed in lightface, and folloy
ribute "(deprecated)".

hat may be omitted:

parts of a term may be omitted, either in the{field under consideration or
riate context. Such parts are printed in boldfacetype, and placed in parentheses

ample: (electromagnetic) emission
ce of an appropriate term:

no adequate term exists in a givenilanguage, the preferred term is replaced
ke this:

(and there are of course ne gsyhonyms).

ites

ferm (or synonym)may be followed by attributes giving additional informatio
on the same ling-as the corresponding term, following this term.

les of attributes:
beific use_of the term:

— hna

ed by

nted in
ved by

in an

by five

n, and

ional variant: lift GB

— grammatical information:

thermoplastic, noun

AC, qualifier

— abbreviation: EMC (abbreviation)

— deprecated: choke (deprecated)
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Source

Dans certains cas il a été nécessaire d'inclure dans une partie du VEI une notion prise dans
une autre partie du VEI, ou dans un autre document de terminologie faisant autorité
(VIM, ISO/CEI 2382, etc.), dans les deux cas avec ou sans modification de la définition
(ou éventuellement du terme).

Ceci est indiqué par la mention de cette source, imprimée en maigre, et placée entre crochets
a la fin de la définition :

Exemple : [131-03-13 MOD]

(MOD |indique que la définition a été modifiée)

Term¢gs dans les langues additionnelles du VEI

Ces tgrmes sont placés a la fin de l'article, sur des lignes séparées (unefligne par langue),
précédés par le code alpha-2 de la langue, défini dans I'lSO 639, et dans lordre alphahétique
de ce fode. Les synonymes sont séparés par des points-virgules.
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Source

In some cases, it has been necessary to include in an IEV part a concept taken from another
IEV part, or from another authoritative terminology document (VIM, ISO/IEC 2382, etc.), in
both cases with or without modification to the definition (and possibly to the term).

This is indicated by the mention of this source, printed in lightface, and placed between
square brackets at the end of the definition.

Example: [131-03-13 MOD]

(MOD

indicates that the definition has been modified)

Termsg in additional IEV languages

These
langusg
alphah

terms are placed at the end of the entry, on separate lines (one single.line fo
ge), preceded by the alpha-2 code for the language defined in 1SO4639, and
etic order of this code. Synonyms are separated by semicolons.

I each
in the
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VOCABULAIRE ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONAL

PARTIE 521 : DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
ET CIRCUITS INTEGRES

1 Domaine d'application

Cette partie de la norme CEl 60050 donne la terminologie générale utilisée dans les
domaines de la technologie des semiconducteurs, du développement des semiconducteurs et
pour lgs types de semiconducteurs.

Cette ferminologie est naturellement en accord avec la terminologie figurant dans’les [autres
partieg spécialisée du VEI.

2 Regférences normatives

Les références normatives se limitent essentiellement a la CE{,60050 Partie 151 : Dispositifs
électrijues et magnétiques, en cours de révision.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL VOCABULARY

PART 521: SEMICONDUCTOR DEVICES
AND INTEGRATED CIRCUITS

1 Scope

This part of IEC 60050 gives the general terminology used in the fields of semiconductor
technology and semiconductor design and for types of semiconductors.

This jerminology is of course consistent with the terminology developed in~the| other
specialized parts of the IEV.
2 Nprmative references

Norm4gtive references are limited to IEC 60050 Part 151: Electriccand’magnetic devices under
revisign.
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3 Termes et définitions

3 Terms and definitions

PARTIE 521 : DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
ET CIRCUITS INTEGRES

PART 521: SEMICONDUCTOR DEVICES
ANDINTFEGRATED CIRCUHS

521-01

syste
manie
des p3

non-q

system of particles whose energies are assumed“\to be capable of varying in a cont

systé’:re non quantifié (de particules), m

Section 521-01 — Notions de physique atomique

Section 521-01 - Introduction to atomic physics

-01

e de particules dont on suppose que les énergies sont” susceptibles de val

1:2002

ier de

e continue. Le nombre des états microscopiques, défifi par les positions et les vitesses

rticules a un instant donné, est alors non limité

uantized system (of particles)

r and in which the number of microscopic,states defined by the positions and vel
particles at a given instant is therefore unlimited

BTHRSE kT /1)

manne
of the
cn 3
de ni
es Sl
ja (

pl uktad niekwantowany (czastek)
pt siptema ndo quantificado (de.particulas)
sv  olvantiserat system

521-01

syste

quant

systé’:re quantifié(de particules), m

Chtquantisiertes System (von Teilchen),'n
tema no cualificado (de particulas)

F0) FEFIFR

-02

e de particules dont les énergies ne peuvent prendre que des valeurs discrétes

zed system (of particles)

nuous
ocities

system of particles the energies of which can have discrete values only

cn B

FHREHZC KT D

de quantisiertes System (von Teilchen), n
es sistema cuantificado (de particulas)
ja (RFo) BEFLR

pl uktad kwantowany (czgstek)

pt sistema quantificado (de particulas)
sv kvantiserat system


https://iecnorm.com/api/?name=21de8e0f1e7a28d99bbac0548bded54c

60050-521 O IEC:2002 —4 -

521-01-03
statistique de Maxwell-Boltzmann, f

ensemble de probabilités des états macroscopiques d'un systéme non quantifié de particules
déterminé par les valeurs moyennes des coordonnées de positions, des vitesses ou de
I'énergie, dans un volume trés petit, mais non nul du systéme

Maxwell-Boltzmann statistics

probability distribution of the macroscopic states of a non-quantized system of particles,
defined by the average values of the position, velocity or energy co-ordinates, in a very small,
but finite, volume of the system

cn EREMF-BIRELSGRIT

de Maxwell-Boltzmann-Statistik, f

es edtadistica de Maxwell-Boltzmann
ja =y ZRu=x)-F Y= oBEH
pl rozktad Maxwella-Boltzmanna

pt edtatistica de Maxwell-Boltzmann
sv  Maxwell-Boltzmann-fordelning

521-01-04
relatign de Boltzmann, f

relation exprimant que, a une constante additive pres, Lentropie d'un systéme de particules
est égple au produit du logarithme népérien de la probabilité de son état macroscopique par
la congtante de Boltzmann

Boltzmann relation

equatipn stating that, apart from an additivex€onstant, the entropy of a system of particles is
equal fo the product of the Napierian (natutal) logarithm of the probability of its macroscopic
state gnd the Boltzmann constant

cn BREERE

de Beoltzmann-Beziehung, f
es relacion de Boltzmann
ja Ay = %

pl zdleznosé Boltzmanna
pt rejlacdo de Boltzmann
sv Beoltzmanns ekvation
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521-01-05
loi de distribution des vitesses de Maxwell-Boltzmann, f

relation algébrique donnant le nombre dN de particules d'un systtme non quantifié dont les

composantes de vitesse sont comprises respectivement dans les intervalles (u, u+ du), (v, v+ dv),

(w, w+dw):

D—m u2 +v2 + w2 0

dN =A4Lléxp 3 ( )Ddumlvmiw
8 2kT 8

O m Dz/z

A=N O e P

désigne le nombre total de particules

N

m la masse d'une particule

T la {empérature thermodynamique
k

la gonstante de Boltzmann

NOTE { dN/N représente la probabilité pour qu'une particule ait ses composantes de [vitesse
compriges dans les intervalles considérés.

Maxwell-Boltzmann velocity-distribution law

algebrpic equation giving the number dN..0f particles of a non-quantized system, the

compohents of velocity of which are comprisediin‘the intervals (u, u + du), (v, v + dv), (w, w|+ dw)
respectively:

B-m u2 +v2 +w2 0
dN =ALexpH3 ( )Ddumlvﬁilw
8 2 kT 8
where
/2
0 m u|
2m kTHH
N is the totaknumber of particles
m is the.mass of a particle
T is the thermodynamic temperature
k is the Boltzmann constant

NOTE — dN/N represents the probability that a particle has its components of velocity within the inter-
vals considered.

cn ERMF-PIRE SEE A

de Maxwell-Boltzmann-Geschwindigkeitsverteilung, f

es ley de distribucion de las velocidades de Maxwell-Boltzmann
ja wYZATzN-BAYUEESA

pl prawo rozktadu predkosci Maxwella-Boltzmanna

pt lei de distribuicdo das velocidades de Maxwell-Boltzmann

sv  Maxwell-Boltzmanns hastighetsfordelning
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521-01-06

atome de Bohr, m

modeéle de I'atome fondé sur les conceptions de Bohr et de Sommerfeld, d'aprés lesquelles
les électrons d'un atome décriraient autour du noyau des orbites circulaires ou elliptiques

discretes

NOTE — A chacun des degrés de liberté de I'atome correspond une série d'états énergétiques qui

déterminent les séries spectrales susceptibles d'étre émises par I'atome.

Bohr atom

model of the atom based on the conception of Bohr and Sommerfeld, according to whi
Ol an atomm move around the nu el n d rete rcular or ellip dl OI'D

which determine the spectral series that may be emitted by the atom.
cn BYRET

de phr-Atommodell, n

es pmo de Bohr

ja — 7 JRF

pt pmo de Bohr
5\ ohrs atommodell
521-01-07

nombre quantique (d'un électron dans un atome donné), m

chacun des nombres caractérisant les degrés dediberté d'un électron dans un atome do
— le pombre quantique principal n

— le pombre quantique secondaire /

— le pombre quantique de spin s

— le pombre quantique interne j

quantym number (of an electron in a given atom)
each df the numbers characterizing the degree of freedom of an electron in a given aton
— thg principal quantum number n
— thd orbital quantum number /

— thg spin.guantum number s

— thg tatalrangular momentum quantum number j

ch the

states

nne :

cn BFR(AERETIHHRTHD)

de Quantenzahl (eines Elektrons in einem gegebenen Atom), f
es numero cuantico (de un electrén de un atomo dado)

ja (BxbhRFHNOETFD) BFH

pl liczba kwantowa (elektronu w danym atomie)

pt numero quantico (de um electrao num atomo dado)

sv  kvanttal
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521-01-08

symb. : n
nombre quantique principal, m

nombre quantique entier positif qui caractérise les variations importantes du niveau d'énergie
des électrons dans un atome

NOTE - Selon le modéle de I'atome de Bohr, le nombre quantique principal peut étre considéré comme
caractérisant le grandeur de I'orbite d'un électron.

principal quantum number
first quantum number

positiie integer number characterizing the important changes of energy level of the glgctrons
in an gtom

NOTE t+ According to the Bohr atom model, the main quantum number may be /considefed as
characterizing the size of an electron orbit.

cn FHEFE

de Hauptquantenzahl, f

es nuymero cuantico principal

ja HEFH; F1ETFH

pl ligzba kwantowa gtéowna; liczba kwantowa pierwsza

pt nljmero quantico principal

sv  hyvudkvanttal

521-01-09

symb.|: /

nombre quantique secondaire, m

nombre quantique orbital, m

nombre quantique qui peut prendre toutes les valeurs entiéres de zéro a n—1, n désignant le
nombre quantique principal

NOTE { Selon le modéle de I'atome deBohr, le nhombre quantique secondaire peut étre copsidéré
commg caractérisant le moment cinétique de I'électron dans son mouvement orbital.

orbital] quantum number

second quantum number

quantym number which-can have all whole values from zero to n—1, n designating th¢ main
quantym number

NOTE { According{to the Bohr atom model, the orbital quantum number may be considegred as
characferizing<the/angular momentum of the electron in its orbital motion round the nucleus.

cn  H[ERFH

de Bahndrehimpulsquantenzahl, f

es numero cuantico secundario

ja BMEERTFH; F22ETH

pl liczba kwantowa orbitalna; liczba kwantowa druga

pt numero quantico orbital; nimero quantico secundario

SV

bi

kvanttal
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521-01-10

symb. : s
(nombre quantique de) spin, m

nombre quantique qui caractérise le moment cinétique de I'électron considéré comme une
petite sphére chargée en rotation autour de son axe

NOTE - Le spin peut prendre deux valeurs : +1/2 et —1/2.

spin (quantum number)

quantum number which gives the angular momentum of the electron considered as a small
charged sphere revolving rotating around its axis

NOTE t+ The spin may have two values: +1/2 or —1/2.

cn H[iE (& F%)

de S!inquantenzahl, f; Spin, m
es egpin

ja RAEr (BF%)

pl ligzba spinowa; spin

pt (nimero quantico de) spin
sv spinnkvanttal

521-01-11

symb.|: j
nombre quantique interne, m

nombrg quantique qui caractérise la résultante des champs magnétiques engendrg¢s par
I'électrpn, d'une part dans son mouvement orbital et\d'autre part dans son mouvement de rqtation

NOTE { Les valeurs de ce nombre j forment une Suite de nombres semi-entiers et entiers.

total gngular momentum quantum number

quantym number which gives the resultant of the magnetic field engendered by the electron
due to|its orbital movement and dule to its revolving on its own axis

NOTE }+ The values of this numbler)j form a set of integral and semi-integral values.

cn H|AIERETFH

de Gesamtdrehimpulsquantenzahl, f

es ndgmero cuantico'interno

ja WHAEHEER T

pl ligzba kwantowa catkowitego momentu katowego
pt (nfimero quantico de) momento angular total

sv kvanttalfér totalt rorelsemiangdsmoment

521-01-12
niveau d'énergie, m

énergie correspondant a un état quantifié d'un systeme physique

energy level (of a particle)

energy associated with a quantum state of a physical system

cn BB C KL F1 D

de Energieniveau (eines Teilchens), n

es nivel de energia (de una particula); nivel energético (de una particula)
ja  (hLFo) =XV XF—HENL

pl poziom energetyczny (czastki)

pt nivel de energia

sV energiniva
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521-01-13
diagramme énergétique, m

diagramme représentant les niveaux d'énergie des particules d'un systéme quantifié par des
droites horizontales, ayant pour ordonnées I'énergie de ces particules

energy-level diagram

diagram representing the energy levels of the particles of a quantized system by horizontal
lines, having for ordinates the energy of these particles

cn BRI

de Energieniveau-Diagramm. n

es dipgrama energético

ja TR F UMK

pl wykres poziomoéw energetycznych (czastek)

pt dipgrama de niveis de energia; diagrama energético
sv ernerginivadiagram

521-01-14
principe d'exclusion de Pauli-Fermi, m

princige suivant lequel chaque niveau d'énergie d'un systéme<dquantifié ne peut contenir que
zéro, yne ou deux particules

NOTE { Dans le cas de deux électrons, les spins sont de signes’ contraires.
Pauli-Fermi exclusion principle
Pauli principle

princigle stating that each energy level of a guantized system can include only none, pne or
two pdrticles

NOTE { In the case of two electrons, the spinS;are of opposite sign.

cn FI-BKAHEFE: WA FHE

de Pauli-Prinzip, n

es pifincipio de exclusiéon de Pauli-Fermi

ja Ny -7 I0HMmEC YY) oRE
pl zasada Pauliego-Fermiego; zakaz Pauliego
pt prfincipio de exclusao.de Pauli-Fermi

sv  Pauli-Fermis princip

521-01-15

statistique de.Fermi-Dirac, f
statistique_de Fermi, f

ensenmble_de probabilités des états macroscopiques dun-systéme guantifié de particules,
satisfaisant au principe d'exclusion de Pauli-Fermi

Fermi-Dirac statistics
Fermi statistics

set of probabilities of the macroscopic states of a quantized system of particles, with only
discrete energy levels, obeying the Pauli-Fermi exclusion principle

cn  BAR-KNREGIT: BAKRGEIT

de Fermi-Dirac-Statistik, f; Fermi-Statistik, f

es estadistica de Fermi-Dirac; estadistica de Fermi
ja 7=z -Ta4T7vIHE; 7V IKE

pl rozkiad Fermiego-Diraca

pt estatistica de Fermi-Dirac; estatistica de Fermi
sv fermistatistik
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521-01-16

fonction de Fermi-Dirac, f

fonction qui exprime la probabilité P(E) pour qu'une particule satisfaisant a la statistique de

Fermi

ou

occupe un niveau d'énergie autorisé E

1
1 +exp L_EFH
O kT 0O

P(E)=

k  es
T es
Er eq

et ou ¢

Fermi

functig
occup

where

cn %

t la constante de Boltzmann
t la température thermodynamique
t le niveau de Fermi

e niveau est quantifié et peut contenir 0, 1 ou 2 électrons.

Dirac function

n expressing the probability P(E), for a particle obeying-Fermi statistics, that
a permitted energy level (E)

P(E)=

1
1+expE¥z:£ﬁiE
kT O

the Boltzmann constant
the thermodynamic temperature
the Fermi-level

nere this level is quantized and may contain 0, 1 or 2 electrons.

Z 3 TAZNE R ¢

de Fe

rmi-Dirac-Funktion, f

es funcion de Fermi-Dirac
ja Zl=n -FLAIY7EK
pl funkcja Fermiego-Diraca
pt funcao de'Eermi-Dirac

sv  Fermi-Dirac-funktion

it will
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521-01-17

niveau de Fermi, m

dans un solide, niveau d'énergie qui sépare les états occupés des états inoccupés a la
température de zéro kelvin

NOTE - Quand une bande interdite sépare les états occupés des états inoccupés, le niveau de Fermi
est assigné au milieu de la bande interdite.

Fermi level

in a solid, energy level separating the occupied states from the unoccupied states at a
temperature of zero kelvin

NOTE { When a forbidden band separates the occupied and unoccupied states, the Fermi-
assigngd to the centre of the forbidden band.

cn  FPKAEELR

de Fdrmi-Niveau, n
es niyvel de Fermi

ja  T|=v I BN

pl p9ziom Fermiego
pt nivel de Fermi

sv fefminiva
521-01-18

électrpn célibataire, m

électrgn qui se trouve seul sur un niveau d'énergie

lone €llectron

electrgn which is alone on an energy level

cn
de
es
ja
pl
pt
sv

W F

Einzelelektron, n

elpctron suelto
SLEF

elgktron samotny

electrao solitario

enpsam elektron

evel is
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521-01-19
loi de distribution des vitesses de Fermi-Dirac-Sommerfeld, f

relation algébrique donnant le nombre de particules dN d'un systéme quantifié en équilibre,
dont les composantes de vitesse sont comprises dans des intervalles (u, u + du), (v, v + dv),
(w, w+ dw) :

3
dN=2Ndn—D duldvidw

n’ 1+expMH
O kT 0O

dgsigne le nombre total de particules

lajmasse d'une particule

lal]constante de Boltzmann

N
m
T la|température thermodynamique
k
h lalconstante de Planck

E

I'dnergie cinétique d'une particule,
m
EZ? (I/lz +V2 +W2)

EM la fonction de travail interne

dN/N | représente la probabilité pour qu'uneéparticule ait ses composantes de Yitesse
comprises dans les intervalles considérés.
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521-01-19

Fermi-Dirac-Sommerfeld velocity distribution law

algebraic equation giving the number dN of particles of a quantized system in equilibrium, the

velocity components of which are included in the intervals (u, u + du), (v, v + dv), (w, w + dw):
respectively:

where

by & & 89 3 =

Enm
dN/N
cn %
de Fe
es

ja 7
pl  pn
pt le

SV

521-01
effet

phéno

photo

3
dN=2NGE5-0 d”m?g
h 1+expBE7MH
0 kT O

the total number of particles
the mass of the particle

the thermodynamic temperature
the Boltzmann constant

the Planck constant

the kinetic energy of a particle,
m
E=3 (u2 +1? +w2)

is the inner work function

represents the probability that a particle has its components within the in
considered.

K Ik hL e - R IEE B 5 A 4

rmi-Dirac-Sommerfeld-Geschwindigkeitsverteilung, f

ley de distribucion de las velocidades de Fermi-Dirac-Sommerfeld

IV -F 4T s -V eIz NVEESHA
awo rozktadu predkosci Fermiego-Diraca-Sommerfelda
de distribuicdo das velocidades de Fermi-Dirac-Sommerfeld

fermifordelning

-20
hotoélectrique, m

meéne<électrique produit par I'absorption de photons

plectric effect

electrical phenomena produced by absorption of photons

cn
de
es
ja
pl
pt
sv

5]6

HL R

photoelektrischer Effekt, m; Photoeffekt, m
efecto fotoeléctrico

*x

CAIES

zjawisko fotoelektryczne
efeito fotoeléctrico
fotoelektrisk effekt

ervals
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521-01-21

effet photovoltaique, m

effet photoélectrique dans lequel I'absorption de photons produit une force électromotrice

photovoltaic effect

photoelectric effect in which an e.m.f. is produced by the absorption of photons

HEARIT RO s SEARBI L

Sperrschicht-Photoeffekt, m; photovoltaischer Effekt, m
efecto fotovoltaico

EEHHR

efpito fotovoltaico

ZjEWISkO fotowoltaiczne

oelektromotorisk effekt

-22
hotoconductif, m

hotoélectrique caractérisé par une variation de conductivité électrique

conductive effect

lectric effect characterized by the variation of electriccgonductivity

efpcto fotoconductivo

zjawisko fotokonduktywne
efpito fotocondutivo

plectromagnetic effect

5

otoleiteffekt, m
EESR

okonduktiv effekt

-23

hotoélectromagnétique, m

tique, apparition_d'un champ électrique perpendiculaire au champ magnétique

nducteur

bmiconductor subjected to a magnetic field and electromagnetic radiation, the d
ofran/electric field perpendicular to the magnetic field and to the flow of charge ¢

in semiconducteur _soumis a un champ magnétique et a un rayonnement électro-

et au

s porteurs delcharge engendrés par effet photoélectrique et diffusant dans le

evelo-
arriers

ted’by the photoelectric effect and diffusing in the semiconductor

i PR R

photoelektromagnetischer Effekt, m
efecto fotoelectromagnético

B R

zjawisko fotomagnetoelektryczne

cn Xt
de
es
ja %
pl
pt
sv fo
521-01
effet
effet p
photo
photog
cn X
de P
es
ja
pl
pt
sv fo
521-01
effet
dans
magné
flux d
semic
photo
inas
pment
generas
cn Xt
de
es
ja %
pl
pt ef
sv fo

eito fotoelectromagnético
toelektromagnetisk effekt
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Section 521-02 — Propriétés des matériaux semiconducteurs

Section 521-02 — Properties of semiconductor materials

521-02-01
semiconducteur, m

substance dont la conductivité totale due aux porteurs de charge des deux signes est
normalement comprise entre celle des conducteurs et celle des isolants, et dont la densité
des porteurs de charge peut étre modifiée par des excitations extérieures

semicpnductor

substgnce whose total conductivity due to charge carriers of both signs is normally|in the
range |between that of conductors and insulants, and in which the charge carrier density can
be chgnged by external means

cn Gk

de Halbleiter, m
es sgmiconductor
ja ik

pl  patprzewodnik
pt sgmicondutor
Ivledare

521-02-02
semicpnducteur élémentaire, m

semicpnducteur constitué a I'état pur d'un seul-&lément

single-element semiconductor

semicpnductor which in the pure state consists of a single element

cn BT EFFH&

de Einzelelement-Halbleiter, m
es sgmiconductor elemental

ja HpTR¥EE

pl  patprzewodnik pierwiastkowy
pt sgmicondutor elementar

sv ettelementshalvliedare

leur composition stoechiométrique

compound semiconductor

semiconductor which in the pure state consists of several elements in proportions close to the
stochiometric composition

cn LEWEFH&

de Verbindungshalbleiter, m
es semiconductor compuesto
ja tEw¥EK

pl potprzewodnik ztozony

pt semicondutor composto
sv sammansatt halviedare
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521-02-04

impureté, f

atomes étrangers dans un semiconducteur élémentaire
atomes étrangers ou atomes en excédent ou déficit par rapport a la composition stoechio-
métrique d'un semiconducteur composé

impurity

foreign atoms in a single-element semiconductor
foreign atoms or either an excess or a deficiency of atoms with respect to the stochiometric
composition of a compound semiconductor

cn  ZmE

de Storstelle, f

es impurezas

ja  F|eisy

pl dg@mieszka; zanieczyszczenie

pt impureza

sv stpramne

521-02-05

énergle d'activation des impuretés, f

eécart pntre un niveau d'énergie intermédiaire di a unge, impureté et la bande énerd
voising

impurjty activation energy

gap between an intermediate energy level due te an impurity and the adjacent energy b
cn  F¥B TS e

es e
ja &
pl en
pt en
sv ak

/

521-02

semic

ergia de activacion de impurezas
MimTEHE L= RV ¥ —

ergia aktywacji domieszek

ergia de activagao das impdtrezas
tiveringsenergi for storatom

de STirstelIen-Aktivierungsenergie, f

-06

pnducteur ionique, m

semicpnducteurdans lequel la conductivité électrigue due au mouvement des io

prédor

hinante.par rapport a celle due au mouvement des électrons et des trous

etique

and

s est

ionic femiconductor

semiconductor in which the conductivity due to the flow of ions predominates over that due to
the motion of electrons and holes

ch &

de lo

Tk Gk

nenhalbleiter, m

es semiconductor idénico

ja A

Aot E K

pl potprzewodnik jonowy
pt semicondutor iénico

sv jo

nhalviedare
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521-02-07

semic

onducteur intrinséque, m

semiconducteur presque pur et idéal dans lequel les concentrations d'électrons de conduction

etdet

rous sont a peu prés égales dans des conditions d'équilibre thermique

intrinsic semiconductor

nearly pure and ideal semiconductor in which the conduction electron and hole densities are

nearly
cn &
de Ei

es sq

ja H
pl  pd

equal under conditions of thermal equilibrium

fiE 2 T4k

genhalbleiter. m

miconductor intrinseco
P e 3

tprzewodnik samoistny

pt sgmicondutor intrinseco

sV ed

521-02

semic

semicpnducteur dans lequel la concentration de porteurs de charge dépend des impureg

des ay

en(halv)ledare; I-ledare

-08

pnducteur extrinséque, m

tres imperfections

extrinfic semiconductor

tés ou

semiconductor in which charge carrier concentration depends upon impurities or| other
imperfections

cn  FE[AFTEF T &

de Stflorstellen-Halbleiter, m

es sgmiconductor extrinseco

ja R e K

pl pdtprzewodnik niesamoistny

pt sgmicondutor extrinseco

sv stpr(halv)ledare

521-02-09

semicpnducteur type N; m

semicpnducteur extrinséque dans lequel la concentration des électrons de conductipn est
supéripure a la-concentration des trous

N-type semiconductor

extringicssémiconductor in which the conduction electron density exceeds the hole densjty

cn NEEEK

de N-Halbleiter, m

es semiconductor tipo N
ja  NE¥EE

pl  potprzewodnik typu N
pt semicondutor de tipo N
sv  N-ledare
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521-02-10

semiconducteur type P, m

semiconducteur extrinséque dans lequel la concentration des trous est supérieure a la con-
centration des électrons de conduction

P-type semiconductor

extrinsic semiconductor in which the hole density exceeds the conduction electron density

cn PEIES(K

de P-Halbleiter, m

es semiconductor tipo P
ja PEEERE

pl  pdtprzewodnik typu P
pt sgmicondutor de tipo P
sv Pdledare

521-02-11

semicpnducteur compensé, m

semic
volum

impurgtés de type opposé

comp

semic

density partially or completely cancel those of the other type

cn  FNEE ik

de K

es sgmiconductor compensado

ja

pl pdtprzewodnik skompensowany

pt s

sv kgmpenserad halvledare

521-02-12

semicpnducteur non dégénéré, m

semic

limites, a une distance au moins égale a deux fois le produit de la constante de Bolt
par la température thermodynamique

NOTE { Les_porteurs de charge d'un semiconducteur non dégénéré sont régis par la statisti
Maxwell*Boltzmann.

¢nducteur dans lequel les effets des impuretés d'un ¢ype donné sur le n
que des porteurs de charge sont partiellement ou totalement annulés par les effq

Insated semiconductor

nductor in which the effects of the impurities®of a given type on the charge

mpensations-Halbleiter, m
BT E

micondutor compensado

nducteur dans lequel le niveau de Fermi est situé dans la bande interdite, loin

ombre
ts des

carrier

He ses
rmann

que de

non-degenerate semiconductor

semiconductor in which the Fermi level is situated in the energy gap away from the
boundaries at a distance at least twice as great as the product of Boltzmann's constant and
the thermodynamic temperature

NOTE — The charge carriers in a non-degenerate semiconductor are governed by Maxwell-Boltzmann

statisti

Cs.

cn IEEHFESH&

de nichtentarteter Halbleiter, m

es semiconductor no degenerado

ja  FEMEEF-HEE

pl potprzewodnik niezdegenerowany
pt semicondutor ndo degenerado

sv icke-degenererad halviedare
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521-02-13
semiconducteur dégénéré, m

semiconducteur dans lequel le niveau de Fermi est situé dans la bande de conduction ou
dans la bande de valence, ou a une distance de ces deux bandes inférieure a deux fois le
produit de la constante de Boltzmann par la température absolue

NOTE - Les porteurs de charge d'un semiconducteur dégénéré sont régis par les lois statistiques de
Fermi-Dirac.

degenerate semiconductor

semiconductor in which the Fermi level is situated in the conduction band, or in the valence

band an tw DrodU of BO 5 0 ant and tf rmodynamic

ja  MEPETE Y- E ik
pl tprzewodnik zdegenerowany

pt sgmicondutor degenerado
sv degenererad halvledare

521-02-14
électron de conduction, m

électrgn dans la bande de conduction d'un semiconducteur, qui peut se déplacer sous lfaction
d'un champ électrique

conduction electron

electrgn in the conduction band of a semiconductor, which is free to flow under the action of
an elettric field

cn fHRHET

de Legitungselektron, n

es elpctrones de conduccion
ja 1EEETF

pl elpktron przewodzenia

pt elpctroes de condugao

sv leflningselektron

521-02-15

couraht'de conduction, m

transport de porteurs de charge libres dans un corps, provoqué par un champ électrique

conduction current

directed movement of free charge carriers in a medium under the influence of an electric field

cn (EFHR

de Leitungsstrom, m

es corriente de conduccion
ja BEER

pl prad przewodzenia

pt corrente de conducéao
sv  ledningsstréom


https://iecnorm.com/api/?name=21de8e0f1e7a28d99bbac0548bded54c

60050-521 O IEC:2002 - 20 -

521-02-16

conducteur, m

substance dans laquelle des porteurs de charge libres peuvent se déplacer sous l'action d'un
champ électrique

conductor

substance having free charge carriers which can be moved by an electric field

cn &

*

de Leiter (in der Halbleitertechnik), m
es conductor

;o
pl pnzewodnik

pt cd
sv le

521-01
trou, 1
lacung
par un
hole

vacan
as an

cn %
de Lg

ndutor
Hare

-17
N

qui apparait dans une bande d'énergie normalement pleine et qui peut étre dé
champ électrique en tant que charge électrique élémentaire

Ly appearing in a normally filled energy band, which can be moved by an electr
blementary positive charge

V2¢
ch, n; Defektelektron, n

es h
ja

eco

L

pl dgiura

pt b
sv  hé

521-01
condu

condu

raco
|

-18
ction par trous f

Ction dans up semiconducteur due au déplacement de trous du réseau cristalli

I'actiop d'un champ-électrique

hole ¢

condu

onduction

ction-in a semiconductor, in which holes in a crystal lattice are propagated throu

placée

c field

N Sous

gh the

lattice

under the influence of an electric field

cn %

RIFH

de Lécherleitung, f
es conduccion por huecos

ja &

—Nin#E

pl przewodzenie dziurowe
pt condugédo por buracos
sv halledning
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521-02-19

condu

ction par électrons, f

conduction dans un semiconducteur due au déplacement d'électrons du réseau cristallin sous
I'action d'un champ électrique

electron conduction

conduction in a semiconductor in which conduction electrons in a crystal lattice are propa-
gated through the lattice under the influence of an electric field

cn H

FRa

de Elektronenleitung, f

es cqgnduccion por electrones

ja

pl pnzewodzenie elektronowe
pt cqgndugao por electroes

sv el

521-01
condu

condu
tion, c

intringic conduction

condu
formeq

cn A&

de Eigenleitung, f

es Cdg

ja H

pl prnzewodzenie samoistne

pt cd
sV edg

521-01
condu

condu
apport

ionic

FinE

ktronledning

-20
ction intrinséque, f

ction dans un semiconducteur, due au déplacement de.frous et d'électrons de ¢
BuX-ci provenant de la production de paires de porteurs de charge

ction in a semiconductor caused by the movement of holes and conduction elg
due to the thermal generation of pairs of ¢charge carriers

fiE 5 F

nduccion intrinseca

thin 8

nducgao intrinseca
enledning; I-ledning

-21
ction ionique/f

ction dans.wun*semiconducteur, due au déplacement continu d'ions provoqué
permanen{ d'énergie extérieure

conduction

bnduc-

ctrons

par un

condu

ction caused by the directed movement of charges due to the displacement of io

s, the

movement being maintained by a continuous contribution of external energy

cn HEFSH

de lonenleitung, f

es conduccion idnica
ja A FviRE

pl przewodzenie jonowe
pt condugao idénica

sv jo

nledning
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521-02-22

bande de conduction, f

bande permise partiellement occupée par des électrons libres de se mouvoir sous l'influence
d'un champ électrique

conduction band

permitted energy band partially occupied by electrons that are free to move under the
influence of an external electric field

cn
de
es
ja
pl
pt
SV

521-0%
bande
bande
NOTE
NOTE
bande
valeng
permit

NOTE
kelvin.

NOTE
and co

cn
de

[=A
~5

i

Leitungsband. n

b4
T

4]
pa
b3
le

il

nda de conduccién

smo przewodzenia
nda de condugao
Hningsband

-23

de valence, f

permise occupée par les électrons de valence

I — Dans un cristal, la bande de valence est une bande pleine au zéro kelvin.

P — Un manque d'électrons dans la bande de valence“donne naissance a des trous (
He valence et a des électrons de conduction dans la’bande de conduction.

te band
fed band occupied by the valence electrons

I — The valence band in an ideal crystal is completely occupied at the temperature

P — Electrons missing from the valence band give rise to conduction holes in the valeng
hduction electrons in the conduction band.

i

Vv
b

P
b

v

lenzband, n

nda de valencia
T

smo walencyjne
nda de valéngia
lensband

ans la

bf zero

e band

écart entre le niveau d'énergie le plus bas de la bande de conduction et le niveau d'énergie le
plus haut de la bande de valence

energy gap

gap between the lower energy boundary of the conduction band and the upper energy
boundary of the valence band

cn
de
es
ja
pl
pt
sv

fig

¥

Energieliicke, f
separacion energética

xI

ENF—FX¥r v/

odstep energetyczny
separagao energética
energigap
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521-02-25

bande d'énergie (1), f
bande de Bloch, f

ensemble pratiquement continu de niveaux d'énergie dans une substance

energ

y band

Bloch band

virtually continuous set of energy levels in a substance

cn  BEW; MIGHEH

de B

es bd
ja TREAR—H; TuvFH

pl p3dasmo energetyczne; pasmo Blocha
pt banda de energia; banda de Bloch
sv energiband

521-02-26

bande d'énergie (dans un semiconducteur) (2), f

loch-Energieband. n
nda de energia; banda de Bloch

ensemnlble des niveaux d'énergie des électrons dans un semiconducteur, limité par les Jaleurs

minim
energ

range

valueg of the energies

de E
es b

ja (ChE#EHD) = XVF—H

pl p3asmo energetyczne (w potprzewodniku)
pt banda de energia (num semicondutor)
sv energiband (i halvledare)

521-02-27

bande partiellement’occupée, f

bande
oppos

partia

energ

cn ﬁﬁj‘ﬁ%‘( R )

ale et maximale des énergies

y band (in a semiconductor)

of energy levels of electrons in a semiconductor, limited by the minimum and makimum

ergieband (in einem Halbleiter), n
nda de energia (en un semiconductor)

d'énergie_ dent tous les niveaux ne sont pas occupés par deux électrons de| spins
E'S

ly occupied band

band not all the levels of which correspond to the energy of each of two electrons with

opposite spins

cn  F4r G A

de teilweise besetztes Band, n
es banda parcialmente ocupada
ja O LEEH

pl pasmo zapetnione czesciowo
pt banda parcialmente ocupada
sv delvis besatt band
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521-02-28
bande d'excitation, f

bande d'énergie ayant un ensemble de niveaux d'énergie voisins qui correspondent a des
états possibles d'excitation des électrons d'une substance

excitation band

energy band having a range of neighbouring energy levels which correspond to possible
excited states of the electrons of a substance

cn WERW

de Anregungsband. n
es bdnda de excitacion
ja  BHEE

pl p3dasmo pobudzenia
pt banda de excitagao
sv eXcitationsband

521-02-29
bande permise, f

bande|d'énergie dont chaque niveau peut étre occupé par des.@lectrons

permitted band

energy band each level of which may be occupied by electrons

cn Rl

de erjaubtes Band, n
es banda permitida
ja  FHEH

pl p3dsmo dozwolone
pt banda permitida
sv tillatet band

521-02-30
band¢d interdite, f

bande|d'énergie qui ne\peut étre occupée par aucun électron

forbidden band

energy band that'cannot be occupied by electrons

cn ZJH

de vdrbotenes Band, n
es bjmra'rese'rvm

ja  EEHIH

pl pasmo zabronione
pt banda proibida
sv forbjudet band
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521-02-31
isolant, m

substance dans lequelle la bande de valence est une bande pleine séparée de la premiére
bande d'excitation par une bande interdite d'une largeur telle que, pour faire passer dans
la bande de conduction des électrons de la bande de valence, il faut une énergie assez
grande pour entrainer une décharge disruptive

insulant

substance in which the valence band is a filled band separated from the first excitation band
by a forbidden band of such width that the energy needed to excite electrons from the valence
band tp j i i A

pl izplator
pt isplante
sv isplator

521-02-32
bande pleine, f

bande|permise dans laquelle, a la température de zéroskelvin, tous les niveaux d'énergle sont
occupés par des électrons

filled band

permitted band in which, at a temperature of.Zero kelvin, all the energy levels are occupied by
electrgns

cn [

de géefiilltes Band, n
es bgnda llena

ja ki3

pl p3asmo zapetnione
pt banda cheia

sv fy]lt band

521-02-33
bande vide, f

bande|permise dans laquelle, a la température de zéro kelvin, aucun niveau d'énergi¢ n'est
occup¢.par des électrons

empty band

permitted band in which, at a temperature of zero kelvin, no energy level is occupied by
electrons

cn T

de leeres Band, n
es banda vacia
ja =¥

pl pasmo puste
pt banda vazia
sv tomt band
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521-02-34
bande de surface, f

bande d'énergie permise constituée par les niveaux de surface d'un cristal

surface band

permitted band formed by the surface levels of a crystal

cn  EREW
de Oberflachenband, n
es banda de superficie

ja RmEE

pl pdsmo powierzchniowe
pt banda de superficie
sv ytpand

521-02-35

niveaui local, m

niveay situé dans une bande interdite et di a une imperfection dyg-réseau cristallin, d

cas d'line faible concentration de défauts

local level

energy level in a forbidden band caused by a latticeldmperfection in the case of

concentration of defects

cn R RELK

de ontliches Niveau, n; lokales Niveau, n
es niyel local

ja  R{E#ENL

pl pg9ziom lokalny

pt niyvel local

sv lokal niva

521-02-36
niveay d'impureté, m

niveay local dG a une.impureté

impurjty level

local I¢vel dug tothe impurity

cn  F{mAER

de Stlorstellenniveau, n
es nill7e1'd'5'rrrrp'u75135
ja  AfliyrEAL

pl poziom domieszkowy
pt nivel de impureza
sv stordamnesniva

ans le

a low
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521-02-37

bande d'impureté, f

bande d'énergie constituée par I'ensemble des niveaux d'impureté d'un type donné et située
en totalité, ou en partie, dans une bande interdite

impur

ity band

energy band formed by the combination of impurity levels of one type and entirely or partially
located in the forbidden band

cn %

i

de Storstellenband. n

es b

ja  x

nda de impurezas

L

pl padasmo domieszkowe
pt banda de impureza

sv stpramnesband

521-02-38

donngur, m

imperfection d'un réseau cristallin qui, lorsqu'elle est dominante, a pour conséque
condugtion par électrons, par suite de la libération d'électrons

donor

imperfection in a crystal lattice which, when it is predominant, permits electron conduc

the do

hation of electrons

cn ﬁﬁfk
de Donator, m

nador
-)-_
nor
dor
nator

-39

es dg
ja F
pl  dd
pt d3
sv  dd
521-07%
accep

eur, m

imperfection d'unsréseau cristallin qui, lorsqu'elle est dominante, a pour conséque
condugtion par-trous par suite de la capture d'électrons

accepgor

imperfection in a crystal lattice which, when it is predominant, permits hole conduction

hce la

ion by

hce la

by the

acceptance of electrons

ch %

¥

de Akzeptor, m
es aceptador

ja 7T

7T E—

pl akceptor
pt aceitador
sv acceptor
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521-02-40
niveau donneur, m

niveau d'impureté intermédiaire voisin de la bande de conduction dans un semiconducteur
extrinseque

NOTE - Le niveau donneur est plein & la température du zéro kelvin ; a toute autre température, il peut
fournir des électrons a la bande de conduction. Les niveaux donneurs peuvent former des bandes
d'impureté étroites.

donor level

intermediate impurity level close to the conduction band in an extrinsic semiconductor

NOTE { The donor level is filled at the temperature of zero kelvin; at any other temperaturg it can
supply [electrons to the conduction band. The donor levels can form narrow impurity bands.

cn F aE &
de ED&tnatorniveau, n
es niyvel donador

ja K7 —#Ar

pl pg9ziom donorowy

pt nivel dador
sv dgnatorniva

521-02-41
niveay accepteur, m

niveay d'impureté intermédiaire voisin de la bande“de valence, dans un semiconducteur
extringeque

NOTE { Le niveau accepteur est vide a la température de zéro kelvin; a toute autre tempgrature,
il peut [recevoir des électrons provenant de la bande de valence. Les niveaux accepteurs geuvent
former|des bandes d'impureté étroites.

acceptfor level
intermediate impurity level close to-the valence band in extrinsic semiconductor

NOTE { The acceptor level is empty at the temperature of zero kelvin; at any other temperature it can
receivd electrons from the valence band. The acceptor levels can form narrow impurity bands.

cn  FEEHREK

de Akzeptorniveau, n
es niyvel aceptador

ja T|Z S E AN

pl pgziom akceptorowy
pt niyvel aceitador

sv adceptorniva

521-02-42
niveau de surface, m

niveau local di a la présence d'une impureté ou d'une autre imperfection a la surface du cristal

surface level

local level caused by the presence of an impurity or other imperfection at the surface of the crystal

cn RERER

de Oberflachenniveau, n
es nivel de superficie

ja REEM

pl poziom powierzchniowy
pt nivel de superficie

sv ytniva
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521-02-43

énergie d'ionisation d'un donneur, f

énergie minimale a fournir a un électron situé au niveau donneur pour le transférer a la bande
de conduction

ionizing energy of donor

minimum energy to be applied to an electron located at the donor level in order to transfer it

to the

cn T

conduction band

FHEE

de Donator-lonisierungsenergie, f

es e
ja R
pl en
pt en

sV jo

521-01
énerg

énergi
accep

ionizing energy of acceptor

minim
level

cn %
de A

es ernergia de ionizacion de un aceptador

ja 7

pl erergia jonizacji akceptora
pt erergia de ionizagdao de um aceitador

sV jo

521-02-45

crista

cristal
imperf

ideal ¢rystal

ergia de ionizacion de un donador
T AT R F—

ergia jonizacji donora

ergia de ionizagao de um dador
hiseringsenergi for donator

-44
e d'ionisation d'un accepteur, f

e minimale a fournir a un électron de la bande de valen¢é, pour le transférer au
eur

Im energy to be applied to a valence band electron in order to transfer it to the ag

FH B

kzeptor-lonisierungsenergie, f

IR TE—DAF ARV F—

hiseringsenergi for acceptor

idéal, m

a structure-\parfaitement périodique, qui ne contient donc ni impuretés ni
pctions

hiveau

ceptor

autres

r other

crystal which is perfectly periodic in structure, and accordingly contains no impurities o
imperfections

cn  HME S

de Idealkristall, m

es cristal ideal

ja SEEER

pl  krysztat idealny
pt cristal ideal

sv id

eal kristall
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521-02-46
composition steechiométrique, f

composition chimique d’'un corps dans lequel les éléments chimiques existent dans les
proportions précises représentées par sa formule chimique

stochiometric composition

chemical composition of a compound in which the elements exist in the precise proportions
represented by its chemical formula

cn FRARAC KRR

de stochiometrische Zusammensetzung. f
es cgmposicion estequiométrica

ja  {HFEiRER

pl sKtad stechiometryczny

pt cgmposicado estequiométrica

sv stpkiometrisk sammansattning

521-02-47
imperfection (d’un réseau cristallin), f

écart de structure par rapport a celle d’un cristal idéal

imperfection (of a crystal lattice)

deviatfon in structure from that of an ideal crystal

cn e C &A% )

de Gitterstorstelle, f

es imperfeccion (de un sélido cristalino)
ja (f@fFo) FEeH

pl  defekt (sieci krystalicznej)

pt imperfeigdo (de uma rede cristalina)
sv stprning (i kristallgitter)

521-02-48
conductivité intrinséquei.f

condugtivité d’'un semiconducteur intrinséque

intringic conductivity

condugtivity of an intrinsic semicondutor

cn i pSsR

de Eilgenleitfahigkeit, f

es ccﬁmu-mvmum
ja EBHmEE

pl przewodnictwo samoistne
pt condutividade intrinseca

sv egenkonduktivitet
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521-02-49
conductivité de type N, f
conductivité dans un semiconducteur due au mouvement des électrons d’un donneur

N-type conductivity

conductivity caused by flow of electrons from a donor

cn NEH SR

de N-Leitfahigkeit, f

es conductividad tipo N
ja NEEEE

pl p{ewodnlctwo typu N

pt cqgndutividade de tipo N
sv elpktronkonduktivitet

521-02-50
conductivité de type P, f
condugtivité dans un semiconducteur due au mouvement des trous @un accepteur

P-type conductivity

condugtivity caused by a flow of holes from an acceptor

cn PHEBS®H
de P{Leitfahigkeit, f

es cqgnductividad tipo P

ja PERHEE

pl pnzewodnictwo typu P
pt cqgndutividade de tipo P
sv  h3glkonduktivitet
521-02-51

porteur (de charge) (dans un.semiconducteur), m

dans yn semiconducteur, électron de conduction, trou ou ion

(charge) carrier (in a.semiconductor)

in a sgmiconductariiconduction electron or hole or ion

cn  FWFC KBSk )

de L4gdungstrdger (in einem Halbleiter), m; Trager (in einem Halbleiter), m
es pgrtadon(de carga) (en un semiconductor); portador

ja (hEEHho) EFRXFY V7 ;¥ V7T

pl nosSaitadunku{wpélprzeweoeibtn-——"——————--—'—
pt portador de carga; portador

sv laddningsbaérare
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521-02-52

porteur majoritaire (dans une région semiconductrice), m

type de porteur de charge constituant plus de la moitié de la concentration totale des porteurs
de charge

majority carrier (in a semiconductor region)

type of charge carrier constituting more than half of the total charge carrier density

ch %

CBER D) FCEIHRF D

de Majoritatstrager (in einer Halbleiterzone), m
es portador mayoritario (en una regiéon semiconductora)

ja

BAERTO) 2HXX VT

pl ng@s$nik wiekszosciowy (w obszarze poétprzewodnika)
pt p9rtador maioritario

Ssv. m

521-07
portey

type @
porteu

minor
type o

cn /M
de M

es pq
ja (4
pl  nd
pt  pdg

SsVv. m

521-07
portey

électrq

joritets(laddnings)barare

-53

r minoritaire (dans une région semiconductrice), m

e porteur de charge constituant moins de la moitié de(la concentration tota
rs de charge

ty carrier (in a semiconductor region)

charge carrier constituting less than half of the~tefal charge carrier density

CBBNW D) TFCERSHS D

noritatstrager (in einer Halbleiterzone), m

rtador minoritario (en una region semiconductora)
R T D) D BEFY VT

$nik mniejszosciowy (w obszarze poiprzewodnika)
rtador minoritario

noritets(laddnings)barare

-54

r en excés, m

d’équi

exces

n de conductioh_obu trou en excédent sur le nombre déterminé par les con
ibre thermodynamique

carrier

e des

ditions

condugtion-electron or hole in excess of the number determined by means of the thermo-

de Uberschussladungstriager, m; Uberschusstriger, m
es portador en exceso

ja i

Fxx V7

pl nos$nik nadmiarowy
pt portador em excesso
sv  overskotts(laddnings)barare
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521-02-55

modulation de la conductivité (d’'un semiconducteur), f

1:2002

variation de la conductivité due a I'injection de porteurs en excés ou a I'extraction de porteurs
de charge

conductivity modulation (of a semiconductor)

variation of the conductivity as a result of the injection of excess carriers or the removal of
charge carriers

cn ELSRIFH C LIEN )

de Leitfidhigkeitsmodulation (eines Halbleiters), f

es mpdulaciéon de la conductividad (de un semiconductor)

ja (Ch#Eko) REEER

pl mpdulacja przewodnictwa (potprzewodnika)

pt mpdulagao da condutividade (de um semicondutor)

sv kgnduktivitetsmodulering

521-02-56

vitess([a de recombinaison en surface, f

vitessg¢ a laquelle les électrons et les trous devraient diffuset, vers la surface d’un| semi-
condugteur pour obtenir le taux de recombinaison conduisantaleur disparition en surfage
NOTE { La vitesse de recombinaison en surface est égale au_quotient :

a) duphombre de recombinaisons qui ont lieu a la surfaceqarunités de temps et de surface ;

b) palla concentration en porteurs minoritaires en exceslimmédiatement sous la surface.
surfage recombination velocity

velocity with which minority carriers would-have to drift to the surface of the semiconductor in
order {o account for the rate at which theytend to combine there and are thus lost

NOTE {+ The surface recombination velocity is equal to the quotient of:

a) the|number of recombinations taking place at the surface per unit time and area;

b) by the excess minority carrier_concentration directly below the surface.

cn HEHEEE

de Oberflaichen-Rekombinationsgeschwindigkeit, f

es vdlocidad de recombinaciéon en superficie

ja [ i A

pl prnedkosé rekombinacji powierzchniowej

pt vdlocidade-de recombinacdao em superficie

sv ytrekombineringshastighet
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521-02-57

durée

de vie dans le matériau (des porteurs minoritaires), f

intervalle de temps pendant lequel une densité donnée de porteurs minoritaires en excés
dans la masse d’'un semiconducteur homogéne décroit par recombinaison jusqu'a atteindre

1/e de

sa valeur d’origine

bulk lifetime (of minority carriers)

time interval in which a given density of excess minority carriers in the bulk of a homogeneous
semiconductor decays by recombination to the fraction 1/e of its original value

cn 1k (/DR 2R )

de V
es i
ja (4
pl cz
pt dd

te
SV V(Q

521-02

mobil

lumenlebensdauer (von Minoritatstragern), f

Ha media en el material (de portadores minoritarios)
Exx VT D) NVTEm

as zycia objetosciowy (nosnika mniejszosciowego)
ragao de vida no material (de portadores minoritarios);
mpo de vida no material (de portadores minoritarios)
lymlivslangd

-58

té (d’un porteur de charge), f

grande¢ur égale au quotient du module de la vitesse moyenne d'un porteur de charg¢ dans

la dire

(drift)

quanti
directi

cn (
de Dri

ction d’'un champ électrique par le module de ce ghamp

mobility (of a charge carrier)

y equal to the quotient of the modulus of the mean velocity of a charge carrier
bn of an electric field by the modulus of‘{he field strength

BB OTBEC AT )

iftbeweglichkeit (eines Ladungstragers), f

es m
ja (

pvilidad (de un portador de carga)

o) (KU ZR) BEE

pl  ruchliwosé (nosnika tadunku)
pt mpbilidade (de um portadofde carga)

sv d

521-0?
diffus

mouvg

diffus

iftrorlighet

-59
on (dansanssemiconducteur), f

ment de-particules d0 seulement a un gradient de concentration

of(in a semiconductor)

movement of particles caused only by a concentration gradient

cn ¥
de Di

B SR D

ffusion, f

es difusion (en un semiconductor)
ja (FEEDhD) HEE

pl dyfuzja (w potprzewodniku)

pt difusao (num semicondutor)

sv diffusion

in the
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521-02-60

largeu

r de diffusion (des porteurs minoritaires), f

distance pour laquelle la densité des porteurs minoritaires décroit, pendant leur diffusion dans
un semiconducteur homogéne jusqu’a atteindre 1/e de la densité d’origine

diffusion length (of minority carriers)

distance in which the density of minority carriers decays to the fraction 1/e of the original
density, during their diffusion in a homogeneous semiconductor

cn ¥

BUREEC DR T )

de Diffusionsldnge (von Minoritatstrdgern). f

es longitud de difusion (de portadores minoritarios)

ja (BE*xx V7 0) HEE

pl diugosé dyfuzji (nosnikow mniejszosciowych)

pt cgmprimento de difusdo (dos portadores minoritarios)

sv di

521-02

fusionsvidglangd

-61

constante de diffusion (des porteurs de charge), f

quotie
de chg

diffus

quotie

rge

on constant (of charge carriers)

nt of diffusion current density by the charge carrier concentration gradient

cn

BOH B BT )

de Diffusionskoeffizient (von Ladungstragern),m
es cqnstante de difusiéon (de portadores de carga)
ja (HW D) HBIELK

pl stpta dyfuzji (nosnikow tadunku)

pt cgnstante de difusdo (dos portadores de carga)

sv di

521-02

fusionskonstant

-62

accunmulation de porteurs de charge (dans un semiconducteur), f

augme
existe
charg

local i
under

ntation locale‘de la concentration des porteurs de charge par rapport a ce
ait a I’état d*equilibre pour une polarisation nulle

b carrier-storage (in a semiconductor)

hcrease in the concentration of charge carriers with respect to that which woul

eqlilibrium in zero-bias state

Nt de la densité du courant de diffusion par le gradient.d€ la concentration de porteurs

le qui

1 exist

cn &

WFIEFEC RS )

de Ladungstridgerspeicherung (in einem Halbleiter), f

es acumulacion de portadores de carga (en un semiconductor)
ja (¥H"EEho) EFER

pl akumulacja nos$nikéw tadunku (w poétprzewodniku)

pt acumulagao de portadores de carga (num semicondutor)

sv laddningsbararlagring
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521-02-63

piége, m

imperfection ou impureté dans un réseau cristallin dont le niveau d’énergie est situé dans
la bande interdite du semiconducteur et qui agit comme centre pour la capture des électrons
ou des trous

trap

crystal lattice imperfection or impurity whose energy level is situated in the forbidden band of
the semiconductor and which acts as a centre for the capture of electrons or holes

e con-

and of

cn FaRik

de Sflorstellen-Haftstelle, f; Haftstelle, f

es trampa

ja HMZvF

pl  putapka

pt armadilha

sv (sforamnes)filla

521-02-64

centrg de recombinaison, m

imperfection ou impureté dans un réseau cristallin dont lekniveau d’énergie est situg¢ dans
la banfle interdite du semiconducteur et qui permet la recombinaison des électrons d
ductiop et des trous

recombination centre

crystal| lattice imperfection or impurity whose energy level is situated in the forbidden b
the semiconductor and which enables conduction electrons and holes to recombine

cn  EFHL

de Reékombinationszentrum, n

es cgntro de recombinacién

ja & Al

pl cgntrum rekombinacji

pt
sV

cgntro de recombinacao

re

521-0%

limite

interfa
les co

PN b

ombinationscenter

-65

PN, f
Le dansia région de transition entre les matériaux de type P et de type N, pour I

ncentrations en donneurs et en accepteurs sont égales

quelle

.......

interface in the transition region between P-type and N-type material at which the donor and
acceptor concentrations are equal

cn
de
es
ja
pl
pt
SV

PN &
PN-Grenzflache, f
limite PN

PN R

granica PN

limite PN
PN-grans
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521-02-66
région de transition, f

région comprise entre deux régions semiconductrices homogénes dans laquelle les propriétés
électriques changent

NOTE - Les deux régions homogénes n’appartiennent pas nécessairement au méme matériau
semiconducteur.
transition region

region between two homogeneous semiconducting regions, in which the electric properties
change

NOTE { The two homogeneous regions are not necessarily of the same semiconductor material.

cn  FERX

de Ubergangszone, f
es region de transicion
ja pe 2k

pl olyszar przejscia

pt regidao de transigao

sv O6vyergangsomrade

521-02-67
zone de transition de la concentration des impuretés /f

zone dans laquelle la concentration d'impuretés passe)dune valeur a une autre

impurjty concentration transition zone

zone ih which the impurity concentration changes from one value to another

cn  ZX{E vk BE 5T K X

de Ubergangszone der Storstellendichte.f

es zdna de transicion de la concentracion de impurezas
ja N IR B B RS BRI

pl olbszar zmiany koncentracji domieszek

pt zdna de transicdo da concentragcdao das impurezas
sv o6vJergangszon for storamneskoncentration

521-02-68
région neutre, f

région| dans Jaquelle il y a pratiquement neutralité électrique, les charges négativgs des
électrgns et des atomes accepteurs ionisés équilibrant les charges positives des trous |et des
atomep dohneurs ionisés

neutral region

region which is virtually electrically neutral, the negative charges of the electrons and of the
ionized acceptor atoms balancing the positive charges of the holes and of the ionized donor
atoms

cn FHRX

de neutrale Zone, f
es region neutra

ja  HHEEES

pl obszar neutralny
pt regido neutra

sv  neutralt omrade
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521-02-69

barrié

re de potentiel (1), f

différence de potentiel entre deux substances en contact ou entre deux régions homogénes
de propriétés électriques différentes, due a la diffusion des porteurs de charge provenant de
chacune des parties et a la création d’'une charge d’espace

potential barrier

potential difference between two substances in contact or between two homogeneous regions
having different electrical properties, due to the diffusion of charge carriers from each part
and the creation of a space charge region

cn e

de Potentialschwelle, f
es barrera de potencial
ja WHF v v VEEE

pl bariera potencjatu

pt b
sV pd

521-07%
barrié
barriéf
du typ
poten

potent
N-type

rreira de potencial
tentialbarriar

-70

re de potentiel (d'une jonction PN) (2), f

e de potentiel existant entre deux points situés respectivement dans la région
e P et dans la région neutre du type N

ial barrier (of a PN junction)

al barrier between two points respectively, located in the P-type neutral region a
neutral region

cn
de P
es b

& ( PNZE ) )
tentialschwelle eines PN-Ubergangs, f
rrera de potencial (de una union(BN)

neutre

nd the

mée a

junction between a metal and a semiconductor in which a transition region, formed at the
surface of the semiconductor, acts as a rectifying barrier

cn H

REY2

de Schottky-Barriere, f
es barrera de Schottky

ja v

a v % —[EEE

pl bariera Schottky’ego
pt barreira de Schottky
sv  Schottky-barriar
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521-02-72
jonction, f

zone de transition entre des régions semiconductrices de propriétés électriques différentes ou
entre un semiconducteur et une couche de type différent, caractérisée par I'existence d’une
barriere de potentiel qui s’oppose au passage des porteurs de charge entre les deux régions

junction

transition layer between semiconductor regions of different electrical properties, or between a
semiconductor and a layer of different type, being characterized by a potential barrier
impeding the movement of charge carriers from one region to the other

, m

sv ©Oyergang

521-02-73
jonctipn abrupte, f

jonctign dont la largeur, dans la direction du gradient de cehcentration d’'impuretés, est tres
petite par rapport a celle de la région de charge d’espace

abrupt junction

junctign the width of which in the direction of the impurity-concentration gradient is mugh less
than the width of the space charge region

cn AL

de abrupter Ubergang, m
es unién abrupta

ja BREEA

pl ziacze skokowe

pt jungao abrupta

sv alrupt 6vergang

521-02-74
jonctipn progressive, f

jonctign dont\a“argeur, dans la direction du gradient de concentration d’'impuretés, est com-
parable a celle de la région de charge d’espace

progressivejunetion

junction the width of which in the direction of the impurity-concentration gradient is
comparable with the width of the space charge region

cn RAL

de allmiahlicher Ubergang, m

es unién gradual

ja {EREA

pl ztacze przejSciowe stopniowane
pt jungdo progressiva

sv gradvis 6vergang
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521-02-75
jonction par alliage, f

jonction formée en alliant un ou plusieurs matériaux a un cristal semiconducteur

alloyed junction

junction formed by alloying one or more materials to a semiconductor crystal

cn HE&4Y

de legierter Ubergang, m
es unidén por aleacion

ja B&ES

pl zlacze stopowe
pt jungao por liga
sv leperad 6vergang

521-02-76
jonctipn par diffusion, f

jonctign formée par la diffusion d'une impureté a I'intérieur d'un cristal-semiconducteur
diffuspd junction

junctign formed by the diffusion of an impurity within a semicenductor crystal

&5

de diffundierter Ubergang, m

es unién por difusion
ja BEE
pl  ziacze dyfuzyjne

pt jupcao por difusao
sv diffunderad 6vergang

521-02-77
jonctipn par tirage, f

jonctign produite durant la_croissance d'un cristal semiconducteur a partir d'un bain de f|
grown junction

junctign produced_during the growth of a semiconductor crystal from a melt

cn Ak &

de gdzogenerUbergang, m

usion

es unidn(por extraccion
ja RES
pl zt i ne

pt juncao por estiramento
sv odlad 6vergang
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521-02-78
jonction PN, f

jonction entre des matériaux semiconducteurs de type P et N

PN junction

junction between P and N type semiconductor materials

cn  PN%
de PN-Ubergang, m
es unién PN

ja PN#4&

pl zilacze PN

pt jung¢ado PN
sv  PN-6vergang
521-02-79

région de charge d’espace, f
région|dans laquelle la charge électrique volumique résultante est différente de zéro

NOTE t+ La charge électrique résultante est due aux électrons, aux\.trous, aux accepteurs et aux
donneyrs.

spacelcharge region
region|in which the net charge density is not zero

NOTE t+ The net charge is caused by electrons, holes, iotized acceptors and donors.

cn ] B, £ X
de Raumladungszone, f
es region de carga de espacio

ja i & oy 45k

pl olbszar tadunku przestrzennego
pt regidao de carga espacial

sv rymdladdningsomrade

521-02-80
région de charge spatiale (d’'une jonction PN), f

région|de charge spatiale comprise entre les deux régions neutres respectivement de type P
et de type N

spaceftcharge region (of a PN junction)

spaceicharge region contained between two neutral regions of types P and N respectivgly

cn ZEHBHFX( PNLH D

de Raumladungszone eines PN-Ubergangs, f

es region de carga de espacio (de una unién PN)
ja (PNEEG ) ZERERHEE

pl obszar tadunku przestrzennego (ztagcza PN)
pt regidao de carga espacial (de uma jungdo PN)
sv rymdladdningsomrade (i PN-6vergang)
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521-02-81

champ électrique interne, m

champ électrique da a la présence de charges d’espace a l'intérieur d’'un semiconducteur

internal electric field

electric field due to the presence of space charges inside a semiconductor

cn NEHG
de inneres elektrisches Feld, n
es campo eléctrico interno

ja HNEER

pt ¢
sv in

mpo eléctrico interno
e elektriskt falt

pl p%le elektryczne wewnetrzne

521-02-82

couc
couc

:]e d’appauvrissement (d'un semiconducteur), f
e de déplétion, f

région|dans laquelle la concentration des charges dues aux porteurs mobiles est insuf

pour n

utraliser la densité des charges fixes résultant des donngurs et des accepteurs

deplefion layer (of a semiconductor)

region| in which the mobile charge carrier concentration is insufficient to neutralize t

fixed

harge density of ionized donors and acceptors

cn HRECESFHhm O
de Veérarmungsschicht (eines Halbleiters), f
es cdpa de agotamiento (de un semiconductor)

BED) E2Z)E

pl warstwa zubozona (w poétprzewodnikuy)
pt cdmada de deplegdo (de um semicendutor)

rmningsomrade

521-02-83

effet

tunnel (dans une onction PN), m

procegsus par lequeltuhe conduction s’établit a travers la barriére de potentiel d’une jqg
PN et [dans lequeliles électrons circulent dans chaque direction entre la bande de cong

dans

la région Nt la bande de valence dans la région P

NOTE ¢ L’effet-tunnel, a la différence de la diffusion des porteurs de charge, entraine seulem
électrops,/Le temps de transit est pratiquement négligeable.

fisante

he net

nction
uction

ent des

tunnel effect (in a PN junction)

process whereby conduction occurs through the potential barrier of a PN junction and in
which electrons pass in either direction between the conduction band in the N-region and the
valence band in the P-region

NOTE — Tunnel action, unlike the diffusion of charge carriers, involves electrons only. The transit time
is practically negligible.

cn  BEGERRL ( PN )

de Tunneleffekt (in einem PN-Ubergang), m
es efecto tunel (en una union PN)

ja (PN#&®H®D) FrRrAZHR

pl zjawisko tunelowe (w ztagczu PN)

pt efeito tunel (numa juncdo PN)

sv tunneleffekt (i PN-6vergang)
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521-02-84

effet magnétorésistant, m

1:2002

variation de la résistance électrique d’'un semiconducteur sous Il'action d’'un champ
magnétique

magnetoresistive effect

change of the electrical resistance of a semiconductor or conductor due to a magnetic field

cn  EEC B O BEE

de Magnetowiderstandseffekt, m
es efecto magnetorresistente

ja REBERDFE

pl zjawisko magnetorezystywne
pt efpito magneto-resistivo

sv mpagnetoresistiv effekt
521-02-85

effet piézorésistant, m
effet tensorésistant, m

variati
mécanique

piezoiesistive effect
tensoresistive effect

changg of the electrical resistance of a semiconductor or conductor due to mechanical g

cn
de

efpito piezo-resistivo; efeito tenso-resistivo
pipzoresistiv effekt

bn de la résistance électrique d’'un semiconducteur .§ous I'action d’une contrainte

tress
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Section 521-03 — Traitement des matériaux semiconducteurs

Section 521-03 — Processing semiconductor materials

521-03-01

croiss
croiss

ance par tirage (d’un monocristal), f
ance par la méthode de Czochralski, f

production d’un monocristal en tirant progressivement du bain de fusion le cristal en cours de

formati

on

growihg by pulling (of a single crystal)
growing by Czochralski’s method

produg

cn HAKC BRI D YIRFHREEEK

de Ei
es ¢
pl m
pt c
sv  kn

521-07
croisyg

produg
fondug
polycr

growihg by zone melting (of a single crystal)

produg

first tlrough a portion of the monocrystalline seed and then through the polycrys

semic

cn K
de Ei

es crecimiento de un monocristal por fusiéon de zona
ja (HEESD) HRERRE

pl mptoda monokrystalizacji strefowej

pt crescimento,de-um monocristal por fusao de zona
sv kristallodling.med zonsmaltning

tion of a single crystal by gradually withdrawing the developing crystal from|the n

kristallziehen nach Czochralski, n

elt

cimiento por extraccion (de un monocristal); crecimiento por el método de Czochralski

toda monokrystalizacji Czochralskiego
scimento por extrac¢ao (de um monocristal); crescimento pelo‘método de Czochralg
stalldragning

-02
ance d’un monocristal par fusion de zone, f

ki

tion d’un monocristal a I'aide d’'un germe monocristallin, en faisant traverser un¢ zone

d’abord par une partie du germe monocristallin, puis par le semicond
stallin accolé au germe

ucteur

tion of a single crystal with the.aid of a monocrystalline seed by passing a moltoph zone

nductor material closely abttted to the seed

EAERK C AT )

kristallziehen durch-Zonenschmelzen, n

talline
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521-03-03

purification par zone, f

passage d’'une ou de plusieurs zones fondues le long d’un cristal semiconducteur, afin de
diminuer la concentration en impuretés dans le cristal

zone refining

passing of one or more molton zones along a semiconductor crystal for the purpose of
reducing the impurity concentration in the crystal

cn XA

de Zonenreinigen. n

es pyrificaciéon por zona
ja 5k

pl ogzyszczanie strefowe
pt puyrificagdo por zona
sV zdnrening

521-03-04

nivell¢gment par zone, m

passa
formis

zone |

br la concentration en impuretés dans le cristal

levelling

passing of one or more molten zones through a.semiconductor crystal for the purp

uniforr

nly distributing impurities in the crystal

je d’'une ou de plusieurs zones fondues a travers un cristal semiconducteur, afin

d’uni-

pse of

P-type

cn RXMEERF

de Zgnennivellieren, n

es niyvelacion por zona

ja iR 5 E b

pl wyréwnywanie strefowe

pt nivelamento por zona

sv zdnutjamning

521-03-05

dopagde (d’'un semicofiducteur), m
additign d’'impuretés*a un semiconducteur pour obtenir la conductivité désirée de typge N ou
de typg P

doping (of a'semiconductor)
additign~of impurities to a semiconductor to achieve a desired N-type conductivity or
conductivity

cn B

de dotieren (eines Halbleiters) (Verb)
es dopado (de un semiconductor)

ja (R#EED) F—vrs

pl domieszkowanie (potprzewodnika)
pt dopagem (de um semicondutor)

sv dopning
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521-03-06

compensation au moyen d’impuretés, f

addition d’'impuretés de type donneur a un semiconducteur de type P, ou d'impuretés de type
accepteur a un semiconducteur de type N, conduisant a une compensation partielle équilibrée
ou excédentaire

impur

ity compensation

addition of donor impurities to a P-type semiconductor or of acceptor impurities to an N-type
semiconductor, leading to partial, balanced or over-compensation

de S
es ¢
ja &
pl kg
pt cd
sv st

521-03

procé

formatfion d’une jonction PN par fusion d’une substance donhneuse ou accepteuse a la s

d'unc

NOTE
donner

NOTE
du cris

alloy {

formatfion of a PN junction by fusing a donor or acceptor substance into the surface of 3

condu
NOTE

or P-tyj
NOTE

cn A&
de Le
es té
ja A
pl te
pt té
sv le

orstellenkompensation, f
mpensaciéon por impurezas
ol 420 A 1K

mpensacja domieszkowa
mpensagao por impurezas
pramneskompensering

-07

Hé par alliage, m

istal semiconducteur

| — La région recristallisée formée lors du refroidissement contient des atomes d'impure
t naissance a une conductivité de type N (ou de typ€& P) qui differe de celle du cristal prim

P — On obtient généralement les jonctions PNP%uU NPN par alliage sur les deux faces op
al primitif.

echnique

ctor crystal

— The re-crystallized region fermed on cooling contains impurity atoms which give rise to
e conductivity, which differs ftem that of the host crystal.

P — PNP or NPN junctionis are usually formed by alloying from opposite sides of the host ¢

&1TZ
gierungstechnik,f
cnica de aleacion
& B

chnika stopowa
cnica de:liga
geringsteknik

urface
tés qui
itif.

posées

semi-

N-type,

rystal.
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521-03-08

procédé par diffusion, m

formation d’'une région a conductivité de type P ou de type N dans un cristal semiconducteur,
obtenue par diffusion d’atomes d'impuretés dans le cristal

diffusion technique

formation of the region of P-type or N-type conductivity in a semiconductor crystal by diffusing
impurity atoms into the crystal

cn
de

TH#IZ

Diffusionstechnik, f

es térnica de difusion
ja BB i

pl technika dyfuzyjna
pt técnica de difusao
sv diffusionsteknik
521-03-09

procédé planaire, m

formann de régions de type P ou de type N ou desfdeux types dans un

semic

pratiguées dans une couche de protection du cristal

planar technique

formafion of P-type or N-type regions or both\in a semiconductor crystal by di

technigque through apertures in a protective surface layer on the crystal

cn HELZE

de Planartechnik, f
es técnica planar

ja L —F &

pl technika planarna
pt técnica planar

sv  planarteknik
521-03-10

procégdé par microalliage, m

formafion de petit€s jonctions PN par alliage, aprés dépot électrolytique des donneurs
accepfleurs dans de petites alvéoles

microtalloy technique

cristal

nducteur, par diffusion d’atomes d’impuretés dans lé«cristal a travers des ouveértures

[fusion

bu des

formation of small PN junction by alloying after depositing the acceptor or donor materials in
small pits by a process of electroplatting

cn
de
es
ja
pl
pt
SV

WEEILZ
Mikrolegierungstechnik, f
técnica de microaleacion
U X X )

technika mikrostopu
técnica de microliga
mikrolegeringsteknik
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521-03-11

procédé mesa, m

formation d’'une jonction ayant la forme d’un plateau surélevé obtenu par attaque de la
surface d’'un semiconducteur dans les régions entourant le plateau qu’on désire former,
réalisée par des diffusions ou des alliages successifs d’'impuretés

mesa technique

formation of a junction in the shape of a raised plateau by successive impurity diffusions or

alloyin

cn #

de Mesatechnik, f
es técnica mesa

ja A EHF

pl technika "mesa"
pt técnica mesa

SsVv. m

521-03

épitaxie, f

dépot

orientation cristalline que le substrat
epitajy
dispogjition of a layer of semiconductor material onto a substrate, this layer having theg

crystal orientation as the substrate

cn  ANiE

de Epitaxie, f

es epitaxis

ja & xT—

pl epitaksja

pt epitaxia

sv epitaxi

521-03-13

passivation de sufrface, f

application ou-croissance de couches protectrices a la surface d’'un semiconducteur,
formafion de régions de type P ou de type N, ou des deux types

surfad

g and then etching away material in the regions surrounding the plateau

T2

sateknik

-12

d’'une couche de matériau semiconducteur sur un substrat, cette couche ayant la

e‘passivation

méme

same

apres

application or growth of a protective layer on the surface of a semiconductor after the

format

cn %

ion of regions of P-type, N-type or both
[Tk 0

de Oberflachenpassivierung, f
es pasivacion de superficie

ja ®

R

pl pasywacja powierzchniowa
pt passivagado de superficie
sv ytpassivering
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521-03-14

implantation ionique, f

formation d’une région de conductivité de type N, de type P ou intrinséque dans un cristal
semiconducteur par implantation d’ions accélérés

ion im

plantation

formation of a region of P-type, N-type or intrinsic conductivity in semiconductor crystal by

implan
cn B
de lo

es in
ja A
pl im
pt im
sV jo

ting accelerated ions

FHEA

nenimplantation, f

plantacién iénica
AU EAN
plantacja jonéw
plantagao iénica
himplantering

mique

rom a

521-03-15

dépot(en phase vapeur, m

dépbt |de couches métalliques, isolantes ou semiconductrices’,sur des substrats soljdes a
partirI]i'une source de matériau en phase vapeur par dépét physique ou par réaction chi
vapour-phase deposition technique

deposition of conducting, insulating or semiconducting films on to solid substrates 1
sourcqg material in the vapour phase by physical deposition or chemical reaction

cn REEMILZ

de Abscheidung aus der Gasphase, f

es de
ja X
pl oS
pt de
sv an

521-03

sérigrpphie, f

dépot
pressi

screen-printing technique

posicion en fase vapor
R A R B 9T

adzanie z fazy lotnej
posito em fase vapor
gfasdeponering

-16

bn de pates a travers des écrans

depos

de couchesumetalliques, isolantes ou semiconductrices sur des substrats solides par

tian“of conducting, insulating or semiconducting films on to solid substrates by pr

essing

pastes through screens

cn #
de Si

M ENR T2
ebdrucktechnik, f

es serigrafia

ja A

7 Y — HIRIE

pl technika sitodruku
pt serigrafia
sv screentryckning
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521-03-17

pulvérisation sous vide, f

procédé de formation de couches minces par lequel un bombardement d'ions ou une autre
énergie est utilisé pour libérer des particules d'une source solide qui se déposent ensuite sur
une surface proche

sputtering

process for forming films in which ion bombardment or other application of energy is used to
free particles from a solid source that become deposited on a nearby surface

cn
de
es
ja
pl
pt
SV

521-04
disp
dispo
I'intéri
NOTE

partie
comme

semic

device
condu

NOTE
of char
of sped

cn
de
es
ja
pl
pt
sV

W

Zgrstaubung, f
pulverizacion en vacio
ARy ZY T
n3gpylanie

p
P4

OJitif a semiconducteurs, m

Iverizagao sob vacuo
rtikeldeponering

Section 521-04 — Types de dispositifs a semiconducteurs

Section 521-04 — Types of semiconductor devices

}-01

itif dont les caractéristiques essentielles sont dues au flux de porteurs de cha
bur d'un semiconducteur

- Cette définition comprend les dispositifs dont les caractéristiques essentielles sont d
seulement au flux de porteurs de charges dans un semiconducteur mais qui sont con
des dispositifs a semiconducteurs paur la spécification.

ponductor device
whose essential characteristics are due to the flow of charge carriers within a
Ctor

- The definition includes devices whose essential characteristics are only in part due to t
ge carriers in a semiconductor but that are considered as semiconductor devices for the ¢
ification.

Fa
H

dispositivo semiconductor

przyrzad pétprzewodnikowy

Tk 28

Ibleiterbauelement, n

HIE 73

rges a

ues en

sidérés

semi-

he flow
urpose

dispositivo semicondutor
halvledarkomponent
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521-04-02

dispositif discret (4 semiconducteurs), m

dispositif a semiconducteurs qui est spécifié pour accomplir une fonction élémentaire et qui
n'est pas divisible en composants séparés fonctionnels par eux-mémes

NOTE - Il n'existe pas de délimitation claire entre dispositifs discrets et circuits intégrés. En principe,
un dispositif discret comporte un seul élément de circuit. Cependant, un dispositif vendu et spécifié en
tant que dispositif discret peut comporter plusieurs éléments internes de circuit.

discrete (semiconductor) device

semiconductor device that is specified to perform an elementary function and that is not

divisib,

NOTE
In prin
specifi
cn (
de Ei
es di
ja {8
pl p
pt di
sv di

521-04
diode

dispo
asymé

NOTE
caracté

(semig
two-te

NOTE
charac

cn (

There is no clear delimitation possible between discrete devices and integrated “d
iple, a discrete device consists of a single circuit element only. However, a deyice s(

}-03
(4 semiconducteurs), f

itif a semiconducteurs a deux bornes pessédant une caractéristique tension-c
trique

- Sauf spécification contraire, ce terme s'applique normalement a un dispositif ¢
ristique tension-courant est celle d'ung-seule jonction PN.

tonductor) diode
'minal semiconductor device having an asymmetrical voltage-current characteristi

- Unless otherwise qualified, this term usually means a device with the voltage
eristic typical of a single PN junction.

k) —RE

de H

h

Ibleiterdiode’\f; Diode, f

Iviedardiod

ircuits.
Id and

ourant

ont la

c

current
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521-04-04
diode de signal, f

diode a semiconducteurs utilisée pour extraire ou acheminer des informations contenues dans
un signal électrique qui varie avec le temps et peut étre de nature numérique ou analogique

signal diode

semiconductor diode used for the purpose of extracting or processing information contained in
an electronic signal which varies with time and may be either analogue or digital in nature

cn
de

521-04
diode

diode
créant
courar

tunne

semicpnductor diode having a PN junction in¢which tunnel action occurs giving
negati
voltag

cn
de

521-04
diode
diode

unitun
backw

&
Si
di

AT F A g4 F—F

di

ignaldiod

SRE

naldiode, f

do de senal

da sygnalowa
do de sinal

}-05
tunnel, f

a semiconducteurs ayant une jonction PN dans laquelle/une action tunnel se p
une conductance différentielle négative dans une cefrtaine partie de la caractér
t-tension dans le sens direct

diode

e differential conductance in a certain range of the forward direction of the c
b characteristic

74
T
di
k
di
di
tu

B RE
nneldiode, f

do tanel
VRNLVEAL A —F
da tunelowa

do tunel
neldiod

}-06
unitunnel)f

unnel dont les courants de pic et de vallée sont approximativement égaux

roduit,
stique

ise to
urrent-

5
£
=
o
o
o

tunnel diode whose peak and valley point currents are approximately equal

cn
de
es
ja
pl
pt
SV

3

] =R E

Unitunneldiode, f
diodo unitunel

=
di

SRRV EALFT =R Ry JU—FELF—F
oda wsteczna; dioda odwrotna

diodo unittnel
backdiod
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521-04-07

diode a capacité variable, f

diode a semiconducteurs dont la capacité aux bornes varie de maniéere définie en fonction de
la tension appliquée, lorsque la diode est polarisée en inverse, et qui est destinée a des

applications spécifiques de la variation de la capacité en fonction de la tension

variable-capacitance diode

semiconductor diode, the terminal capacitance of which varies in a defined manner as a
function of applied voltage when biased in the reverse direction, and that is intended for

specific applications of this capacitance-voltage relationship

pt dipdo de capacidade variavel
pacitansdiod

521-04-08

diode|mélangeuse, f

diode @ semiconducteurs congue pour la conversion en fréquence de signaux a l'aide

oscillation locale

mixer|diode

semicpnductor diode designed for frequency conversion of signals by means of §

oscillaftor

cn B _-HRE

de Mischerdiode, f

es dipdo mezclador
ja I —FALA—F
pl dipda mieszajaca
pt dipdo misturador
sv  blandardiod

521-04-09
diode |pour multiplication de fréquence, f

diode h semiconducteurs congue pour la multiplication de la fréquence d’un signal

frequetncy-multiplication diode

semiconductor diode designed for multiplying the frequency of a signal

cn fEM_RE

de Frequenzvervielfacherdiode, f

es diodo para multiplicacion de frecuencia
ja BABREERISAF—F

pl dioda mnoznika czestotliwosci

pt diodo para multiplicagao de frequéncia
sv frekvensmultipliceringsdiod

d’'une

local
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521-04-10

diode
diode

modulatrice, f

a semiconducteurs destinée a la modulation

modulator diode

semiconductor diode designed for modulation

cn i@

il AR

de Halbleiter-Modulationsdiode, f; Modulationsdiode, f

odo modulador

ja EWMIAA—F

es di
pl di
pt di

SsVv. m

da modulacyjna
do modulador
pduleringsdiod

521-04-11

diode
diode

détectrice, f

A semiconducteurs destinée a la démodulation

detecfor diode

semic

sv de

521-04
diode

diode
direct
sation

shap-
stepr

nductor diode designed for demodulation

tektordiod

|-12
a retour rapide, f

A semiconducteurs qui emmagasine une charge électrique lorsqu'elle est polari
et qui la restitue brusquement lors de la conduction qui suit I'établissement de la
inverse, provoguant ainsi une variation brusque de l'impédance qu'elle présente

pff diode
pcovery-diode

subse

uent-reverse-bias conduction in an abrupt fashion, thereby causing an abrupt tra

semicEnductor diode that stores electric charge under forward bias and recovers

of its terminal impedance

5ée en
polari-

from
nsition

cn B

BRI R AR E

de Speicherschaltdiode, f
es diodo de retorno rapido

ja A

FyFATHAF— R AF v FYBAY F A F—F

pl dioda tadunkowa
pt diodo de retorno rapido
sv diod med snabb aterhamtning
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521-04-13
diode de commutation, f

diode a semiconducteurs congue pour présenter une transition rapide d'un état a haute
impédance a un état a basse impédance et réciproquement, suivant la polarité de la tension
appliquée

switching diode

semiconductor diode designed for a fast transition from a high-impedance state to a low-
impedance state and vice versa, depending on the polarity of the applied voltage

cn FFER_IRE

de Sg¢haltdiode, f

es dipdo de conmutacion

ja A yFUIFALA—F

pl dipda przetaczajaca; dioda komutacyjna
pt dipdo de comutagao

sv switchdiod

521-04-14
diode|de commutation hyperfréquence, f

diode @ semiconducteurs qui présente une transition brusque de I'état a haute impédance a
celui d faible résistance et vice versa, selon la tension de pelarisation continue ou le gourant
appliqué a la diode, et qui présente en hyperfréquencesespectivement une forte ou ung faible
impédance, ce qui permet a la diode de laisser{pdsser ou d'interrompre des sjgnaux
hyperfféquence

microlvave switching diode

semicpnductor diode that exhibits a fast_transition from a high-impedance state to @ low-
resistgnce state and vice versa, depending on the d.c. bias voltage or current applied|to the
diode,| thus representing at microwave*frequencies a high or low impedance, respedctively,
which fenables it to pass or interrupt«microwave signals

cn B IR —ARE

de Mlkrowellen-Schaltdiode, f

es dipdo de conmutacionide-microondas
ja S I eBAL v FLLEAF—F

pl dipda przetaczajaca.mikrofalowa

pt dipdo de comutac¢ao hiperfrequéncia
sv switchdiod for:hogfrekvens
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521-04-15

diode

de limitation hyperfréquence, f

diode a semiconducteurs qui présente une transition brusque de I'état a haute impédance
a celui a faible résistance et vice versa, selon le niveau de puissance radiofréquence appliqué
a la diode, et qui présente en hyperfréquence, respectivement une forte ou une
impédance, ce qui permet a la diode de limiter ou de supprimer une énergie en hyper-

fréque

nce indésirable

microwave limiting diode

faible

semlconductor diode that exhibits a fast transition from a high- |mpedance state to a low-

repres|
enabl

cn
de M
es di
ja <
pl di
pt di
sv  be

521-04
diode
diode

précis
spécif

voltag

semiconductor diode which develops “across its terminals a reference voltage of sp

nting at microwave frequenmes a high or a Iow impedance, respectlvely,
s it to limit or suppress unwanted microwave energy

e B WE AR E
krowellen-Begrenzerdiode, f

do de limitaciéon de microondas
17 nRHIRE A A —F
pda ograniczajaca mikrofalowa
pdo de limitagado hiperfrequéncia
gransningsdiod for hogfrekvens

|-16
de tension de référence, f

a semiconducteurs qui développe entre ses bornes une tension de référen
on spécifiée quand elle est polarisée pout. fonctionner dans une gamme de co
ée

e-reference diode

cy, when biased to operate within a specified current range

accurdg
cn H
de S
es di
ja

pl di
pt i
sv (s
521-0
diode

=& RE

annungsreferenzdiode,f;/Bezugsdiode, f

e, thus
which

ce de
urants

ecified

régualatrice de tension, f

diode a semiconducteurs qui développe entre ses bornes une tension essentiellement
constante pour une gamme de courants spécifiée

voltage-regulator diode

semiconductor diode which develops across its terminals an essentially constant voltage

throug
cn H

hout specified current range

EiRE _RE

de Spannungsstabilisatordiode, f
es diodo regulador de tension

ja E

BEFAF—F

pl dioda stabilizujagca napiecie; dioda Zenera
pt diodo regulador de tensao
sv spanningsreglerdiod
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521-04-18

diode

régulatrice de courant, f

diode a semiconducteurs qui limite le courant a une valeur pratiquement constante dans une
gamme spécifiée de tensions

current-regulator diode

semiconductor diode that limits current to an essentially constant value over a specified
voltage range

cn H

WHE _RE

de Stromstabilisatordiode, f
es dipdo regulador de corriente

BEWRSL A A—F

pl dipda stabilizujaca prad

ja
pt di
sv st

521-04
diode
diode

access

(semig

do regulador de corrente
romreglerdiod

|-19
de redressement (a semiconducteurs), f

a semiconducteurs congue pour le redressement et comprenant ses p
oires de refroidissement et de montage s'ils forment un tout avec elle

tonductor) rectifier diode

semiconductor diode designed for rectification and “including its associated mountin

coolin

j attachments if integral with it

e ) B _RE

cn (
de H
es di
ja

pl di
pt di
sv lik
521-04
diode

diode
tensio

Ibleiter-Gleichrichterdiode, f

do semiconductor rectificador; diodo'rectificador
ERBER LA A —F; BESA A —F

da prostownicza (poétprzewodnikowa)

do rectificador (semicondutor)

riktardiod

}-20

de redressemeént‘a avalanche, f

ropres

g and

de redressement a semiconducteurs qui a des caractéristiques données relativgs a la

n de claguage minimale et qui est prévue pour dissiper de la puissance en sur

accidentelle_dans la région de claquage de sa caractéristique inverse

avalarn

che rectifier diode

Charge

semiconductor rectifier diode which has stated minimum breakdown voltage characteristics
and is rated to dissipate power surges for a limited time in the breakdown region of its reverse
characteristic

cn &

HAER —RE

de Lawinen-Gleichrichterdiode, f
es diodo rectificador de avalancha

ja 7

NIV =BERS A A —F

pl dioda prostownicza lawinowa
pt diodo rectificador de avalanche
sv lavindiod
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521-04-21
bloc de redressement (& semiconducteurs), m

combinaison en un groupe unique d'une ou de plusieurs diodes de redressement a semi-
conducteurs avec éventuellement leurs accessoires de refroidissement et de montage et avec
leurs connexions électriques ou mécaniques

(semiconductor) rectifier stack

single structure of several semiconductor rectifier diodes with their associated mountings,
cooling attachments, if any, and connections whether electrical or mechanical

cn ¥
de Halbleiter-Gleichrichterbaugruppe, f
es blpque semiconductor rectificador
EERBRRY v 7

pl stps prostowniczy (pétprzewodnikowy)
pt blpco rectificador semicondutor

sv likriktarstapel

521-04-22
thermjstance, f

résistgnce possédant un coefficient élevé et non linéaire et généralement négatif, de vgriation
de la rgsistance avec la température

thermijstor

resistdr having a large non-linear (generally negative) temperature coefficient of resistance

cn
de TRhermistor, m

thermpélément a semiconducteurs, m

dispoditif a semicenducteurs basé sur I'effet Peltier ou Seebeck et congu pour la conyersion
directg de la chaleur en énergie électrique ou réciproquement

semicpndictor thermoelement

semiconductor device based on the Seebeck or Peltier effect and designed for| direct
conversion of heat into electric energy or vice versa

cn SR W R

de Halbleiter-Thermoelement, n

es termoelemento semiconductor
ja FEEREHBET

pl termoelement pétprzewodnikowy
pt termoelemento semicondutor

sv halvledartermoelement
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521-04-24
dispositif a effet Hall, m

dispositif a semiconducteurs congu pour utiliser I’effet Hall

Hall effect device

semiconductor device in which the Hall effect is utilized

cn  EBIRMREH

de Halleffekt-Bauelement, n

es dispositivo de efecto Hall
ja F—IABREFTNAAL X

pl  hallotron

pt dispositivo de efeito Hall
sv  hallkomponent

521-04-25
modulateur a effet Hall, m

dispod|itif a effet Hall congu spécialement pour la modulation

Hall modulator

Hall effect device which is specially designed for modulation purposes

cn EURIAH B

de Hallmodulator, m

es mpdulador Hall

ja  A-ALERB

pl mpdulator hallotronowy
pt mpdulador de efeito Hall
sv  hallmodulator

521-04-26
générateur de Hall, m

plaqug de Hall munie de ‘connexions et, éventuellement, d’'un boitier et de plagyes en
matéripux ferreux ou nonferreux

Hall generator

Hall plate, together with leads and, where used, encapsulation and ferrous or non-ferrous
plates

cn  EUR R4

de Halgenerator, m
es generador Hatt
ja  A—LRER
pl generator Halla
pt gerador de Hall
sv hallgenerator
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521-04-27
multiplicateur de Hall, m

dispositif a effet Hall qui contient un générateur de Hall et une source d’induction magnétique
et tel que la grandeur de sortie est proportionnelle au produit du courant de commande par
le courant produisant I'induction magnétique

Hall multiplier

Hall effect device which contains a Hall generator and a coil as source of magnetic flux, such
that the output quantity is proportional to the product of the control current and the current
producing the magnetic flux

cn Elﬂﬁfﬁ?f%%

de Hallmultiplikator, m
es mupltiplicador Hall

ja WA ERER

pl mpoznik hallotronowy
pt mupltiplicador de Hall

sv  hallmultiplikator

521-04-28
sond}de Hall, f

magné¢tometre a effet Hall, m

dispoditif a effet Hall spécifiquement congu pour la mesure de I'induction magnétique

Hall pfrobe
Hall effect magnetometer

Hall efffect device specifically designed for thé{measurement of magnetic flux density

cn  EYREEL: BRBLHERIT

de Hallsonde, f; Halleffekt-Magnetometer; m

es sqnda de Hall; magnetémetro de efecto Hall
ja W ARE; F—ABRBES

pl sgnda Halla; magnetometr hallotronowy

pt sgnda de Hall; magnetométro de efeito Hall
sv  hgllsond

521-04-29
magnjtorésistance, f

dispoditif a semiconducteurs dans lequel on utilise la variation de la résistance électrique en
fonctign de liinduction magnétique

magneteresistor

semiconductor or conductor device in which the dependence of electric resistance on
magnetic flux density is used

cn ®&EC H DR

de Magnetowiderstand, m
es magnetorresistencia
ja  BEEEHE

pl magnetorezystor

pt magnetorresistor

sV magnetoresistor
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521-04-30

disque de Corbino, m

magnétorésistance en forme de disque ; I'une des électrodes est une région conductrice au

centre

du disque, I'autre, une bande conductrice concentrique a la périphérie

Corbino disc

disc-shaped magnetoresistor whose two electrodes are a conductive region in the geometric
centre of the disc and a conductive concentric strip around the outer perimeter of the disc

cn #®

/R HE E A

de Corbino-Scheibe, f

es disco de Corbino
ja apEr—IF 4R
pl mpgnetorezystor tarczowy

pt di
sV cd

521-04

dispo
nemer]
de ceg

optoe

co de Corbino
rbinoskiva

}-31

dispOJitif optoélectronique, m

itif a semiconducteurs qui émet un rayonnement optique;, qui est sensible a un
t optique ou I'utilise pour son fonctionnement interne,%ou qui effectue une combi
fonctions

ectronic device

semiconductor device that emits or is responsive to optical radiation, or that utilises

bn for its internal purpose, or performs a gombination of these functions

BT 34

radiati
cn X
de o

photo
dispo
la jon
produi

phototh

toelektronisches Halbleiterbauelement, n

BT T N4 R

iode, f

itif photpélectrique dans lequel I'absorption d’un rayonnement électromagnétiqus
tion et\a-son voisinage, ou a la surface de contact d’'un semiconducteur et d’'un
uné modification de résistance qui dépend de la direction du courant

rayon-
naison

pptical

p dans
métal,

photoelectric device in which absorption of electomagnetic radiation in the junction and its
neighbourhood or at a contact between a semiconductor and a metal, produces a change of
resistance or a change of voltage

cn Xt

HRE

de Photodiode, f
es fotodiodo

ja 7

# NFAA—F

pl fotodioda
pt fotodiodo
sv fotodiod
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521-04-33

cellule photoconductrice, f

dispositif dans lequel I'effet photoconductif est utilisé

photoconductive cell

device in which the photoconductive effect is utilized

cn NXHSHM

de photoelektrische Zelle, f

es célula fotoconductora

ja XEEEL

pl kgmorka fotoprzewodzaca; fotokomorka
pt c%lula fotocondutiva

sv fotokonductiv cell

521-04-34

dispo

ceIIuIJ a effet photovoltaique, f

itif dans lequel I'effet photovoltaique est utilisé

photoyoltaic cell

device in which the photovoltaic effect is utilized

cn
de

e ARIT L s SeRE M

Photoelement, n; photovoltaische Zelle, f

es cdlula fotovoltaica

ja L

pl kgmorka fotowoltaiczna; fotoogniwo
pt cdlula fotovoltaica

sv fotoelektromotorisk cell

521-04-35

photometteur, m

dispoditif optoélectronique qui convertit directement I'énergie électrique en énergie d

rayonrnante

photopmitter

optoelectronic device that directly converts electric energy into optical radiant energy
cn R 5 A

de strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement, n

es fofoemisor

ja I tez—F

pl  przyrzad elektroluminescencyjny

pt fotoemissor

SV

fotoemitter

ptique
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521-04-36

afficheur optoélectronique, m

photoémetteur a semiconducteurs congu pour la présentation d'informations visuelles

optoelectronic display

semiconductor photoemitter designed for the presentation of visual information

cn Xt

BT B s 8

de optoelektronische Anzeige, f
es pantalla optoelectrénica

ja %

EFTARATVLA

pt vipualizador optoelectréonico

sv O

521-04
diode

diode
stimul

pl w}smetlacz optoelektroniczny

toelektronisk teckentabla

}-37
laser, f

a semiconducteurs qui émet un rayonnement optique cahérent par une é
be résultant de la recombinaison d'électrons de conductign,et de trous lorsqu'

excité¢ par un courant électrique de valeur supérieure au courant de seuil de la diode

NOTE
coupla

laser

- La diode laser est montée sur une embase ou dans cunh boitier avec ou sans mo
e (par exemple, lentille, fibre amorce).

Hiode

ission
lle est

yen de

semiconductor diode that emits coherent optical radiation through stimulated emission

resulti
electri

NOTE
(e.g. lg

cn %

ng from the recombination of conductionh electrons and holes when excited
C current that exceeds the threshold current of the diode

- The laser diode is mounted on a submount or in a package with or without coupling
hs, pigtail).

R E

de La

serdiode, f

thermique automatique du flux énergétique

laser-diode module

by an

means

module containing, together with the laser diode, means for an automatic optical and/or
thermal stabilization of the radiant output power

cn %

HZAREER

de Laserdiodenmodul, n
es modulo de diodo laser

ja VU

—PHAF—RFED 22—V

pl  modut diody laserowej
pt moédulo de diodo laser
sv laserdiodmodul
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diode électroluminescente, f
DEL (abréviation)

diode a semiconducteurs qui émet un rayonnement optique non cohérent par une émission
stimulée résultant de la recombinaison d'électrons de conduction et de trous lorsqu'elle est

excitée par un courant électrique

light-emitting diode
LED (abbreviation)

semiconductor dlode that emlts non coherent optical rad|at|on through stlmulated emission

resulti
electrif current

cn EPE—MHE; LED( 455 i )
de lightemittierende Diode, f; LED (Abkirzung)
es dipdo electroluminiscente

pl dipda elektroluminescencyjna; dioda swiecaca; LED (akronim)
pt dipdo emissor de luz; LED (abreviatura)
sv lygdiod

521-04-40
diodelinfrarouge, f

diode glectroluminescente qui émet un rayonnement infrarouge

infrar¢d-emitting diode

light-emitting diode that emits infrared radiation

cn ABMRIE_RE
de infrarotemittierende Diode, f; IRED (Abklrzung)

dispositif photosensible (a semiconducteurs), m

dispoditif optoélectronique sensible a un rayonnement optique

(semi¢onductor) photosensitive device

optoelectronic device responsive to optical radiation

cn  (CESE) e s

by an

de lichtempfindliches Halbleiterbauelement, n; photoempfindliches Halbleiterbauelement, n

es dispositivo semiconductor fotosensible; dispositivo fotosensible

ja  PEEBIEMET SR BEET NA R

pl przyrzad fotoelektryczny (potprzewodnikowy); fotoelement (potprzewodnikowy)
pt dispositivo semicondutor foto-sensivel

sv ljuskdnslig halvledarkomponent
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521-04-42

récepteur photoélectrique (a4 semiconducteurs), m

dispositif photosensible a semiconducteurs qui utilise I'effet photoélectrique pour la réception
d'un rayonnement optique

(semiconductor) photoelectric detector

semiconductor photosensitive device that utilizes the photoelectric effect for detection of

optical

radiation

cn  (CESER) R HE NS

de photoelektrischer Halbleiterempfinger. m

es re
ja

pl d
pt re|
sv fo
521-04
photo

dispoditif photosensible a semiconducteurs qui utilise I'effet phetoelectrique pour la rég

d'un rg

photo

semiconductor photosensitive device that utilizes the change of electric conductivity prg

by the

eptor semiconductor fotoeléctrico; receptor fotoeléctrico
EEANEBET T8 BT AT 4
tektor fotoelektryczny (potprzewodnikowy)
eptor semicondutor fotoeléctrico
oelektrisk detektor

}-43

résistance, f

yonnement optique

resistor

absorption of optical radiation

cn A 73

i FL B 3%

de Photowiderstand, m; photoleitfahige Halbleiterzelle, f
es foftorresistencia

ja ZIHrLYRE

pl fotorezystor

pt foftorresistor

eption

duced

ctrique

brgoes

sv fofomotstand

521-04-44

photofdiode a avalanche, f

photodiode fonctionnant avec une polarisation en inverse telle que le courant photoéle
primaife subit uné€ amplification dans la diode

avalanche photodiode

photodiodé operating with a reverse bias such that the primary photocurrent und
amplification within the diode

cn TFHXHE_KE

de Lawinen-Photodiode, f

es fo
ja 7T
pl fo

pt fo

todiodo de avalancha
NGy =2T4 VAL A—F
todioda lawinowa

todiodo de avalanche

sv lavinfotodiod
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521-04-45

photocoupleur, m
optocoupleur, m

dispositif optoélectronique congu pour le transfert de signaux électriques par l'intermédiaire
d'un rayonnement optique, afin d'assurer un couplage garantissant l'isolement de la sortie par
rapport a I’entrée

photocoupler
optocoupler

optoelectronic device designed for the transfer of electrical signals by utilizing

de Optokoppler, m

es fotoacoplador; optoacoplador
ja ZHWIFZ AL VITT

pl sprzegacz fotonowy; transoptor
pt fotoacoplador; optoacoplador
sv optokopplare

521-04-46
transiftor, m

dispo

et po

itif a semiconducteurs susceptible de fournir une~amplification de puissance éle
sgeédant trois électrodes ou plus

transistor

semiconductor device capable of providing amplification of electric power and having th

more

lectrodes

cn  BiEE
de Transistor, m
es transistor

ja

NMZvrozxs

pl tranzystor
pt transistor
sv transistor

521-04-47

transistor bipolaire a jonctions, m

trans

idtor possédant au moins deux jonctions et dont le fonctionnement dépend a la fg

porteurs‘majoritaires et des porteurs minoritaires

ctrique

ree or

is des

bipolar junction transistor

transistor having at least two junctions and whose functioning depends on both majority
carriers and minority carriers

cn XWARC &8 ) BEGE

de Bipolartransistor, m; Sperrschichttransistor, m
es transistor bipolar de unién

ja NAR=F L FUIRE BABITUURE
pl tranzystor bipolarny ztagczowy

pt transistor bipolar; transistor de jungéao

sv  bipolar skikttransistor
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transistor unipolaire, m

transistor dont le fonctionnement dépend de maniére prépondérante de porteurs de charge
d’une seule polarité

unipolar transistor

transistor whose functionning depends predominantly on charge carriers of one polarity

cn BiRSEEE

de Unipolartransistor, m
es transistor unipolar

ja FA=R—F FFUTVRF
pl tranzystor unipolarny
pt transistor unipolar

sv unipolartransistor
521-04-49

transistor bidirectionnel, m

transidtor qui a sensiblement les mémes caractéristiques éleCtriques lorsque les
normajement désignées comme émetteur et collecteur sont intérchangées

bidirectional transistor

transig

normally designated as emitter and collector are interchanged

cn RN

de Zweirichtungstransistor, m; bidirektionaler/Transistor, m
es transistor bidireccional

ja FRbEkZoVRE

pl tranzystor dwukierunkowy

pt transistor bidireccional

sv duybbelriktad transistor

521-04-50

transistor tétrode, m

transigtor a quatre électrodes, généralement transistor ordinaire a jonctions, ayant deu
trodes|de base séparees et deux bornes de base

tetrode transistor

four-electrode transistor, usually a conventional junction transistor having two separats

electrqdes’and two base terminals

cn
de
es
ja
pl
pt
SV

pornes

tor which has substantially the same electrical) characteristics when the terminals

kK élec-

b base

P A% & E
Transistortetrode, f
transistor tetrodo
ARBREBMENF VPR H
tranzystor tetrodowy
transistor tétrodo
tetrodtransistor
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521-04-51

phototransistor, m

transistor dans lequel le courant produit par I'effet photoélectrique au voisinage de la jonction
émetteur-base joue le role de courant de base qui est amplifié

phototransistor

transistor in which the current produced by the photoelectric effect in the neighbourhood of
the emitter-base junction acts as base current which is amplified

cn Xt

HEEE

de Phototransistor. m
es fototransistor
ja 7 BFRFUTURE
pl foftotranzystor
pt foftotransistor

sv fo

521-04

otransistor

}-52

transistor a effet de champ, m

transig
chamg

field-¢

transig
tric fie

tor dans lequel le courant circulant dans un canal cornducteur est commandé
électrique di a une tension appliquée entre les bornes_de grille et de source
ffect transistor

tor in which the current flowing through a conduction channel is controlled by a
d arising from a voltage applied between the\gate and source terminals

cn 3

R B

de Fegldeffekttransistor, m
es transistor de efecto de campo

ja

RPR T DRHF

pl tranzystor polowy
pt transistor de efeito de campo
sv fa|teffekttransistor

521-04

}-53

transistor a effet decchamp a jonction de grille, m

transig

plusielirs jonctioens PN avec le canal

juncti
field-e

bn-gate field-effect transistor

ffect’ transistor having one or more gate regions which form PN junctions w

tor a effetsde champ ayant une ou plusieurs régions de grille qui forment U

par un

 elec-

ne ou

th the

channel

cn %

& 5 38R R A

de Sperrschicht-Feldeffekttransistor, m
es transistor de efecto de campo de unidén de rejilla

ja

BT —FERBRLIIVTORS

pl tranzystor polowy z bramka ztagczowa
pt transistor de efeito de campo de jungao de porta

sv fa

Iteffekttransistor med PN-styre
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transistor a effet de champ a grille isolé, m

transistor a effet de champ ayant une ou plusieurs électrodes de grille isolées électriquement

du canal

insulated-gate field-effect transistor

field-effect transistor having one or more gate electrodes wich are electrically insulated from

the channel

cn Y M AR B AR E
de Isolierschicht-Feldeffekttransistor, m: IGFET (Abkiirzung)

es transistor de efecto de campo de rejilla aislada
&7 — FPERBIR T VRS

pl tranzystor polowy z bramka izolowang

pt transistor de efeito de campo de porta isolada
sv fajteffekttransistor med isolerat styre

transistor a effet de champ métal-oxyde-semiconducteurs, m

transidtor a effet de champ a grille isolée dans lequel la.€ouche isolante entre g
électrqde de grille et le canal est un oxyde

metaljoxide-semiconductor field-effect transistor
MOSFET (abbreviation)

insulajed-gate field-effect transistor in which the insulating layer between each gate ele
and the channel is oxide material

cn &R EYEFHRH B BEE s MOSFET (45 i)

de Fgldeffekttransistor mit Metalloxid-Halbleiter, m; MOSFET (Abkilrzung)
es transistor de efecto de campo de metal-6xido-semiconductor
B-BY-LEEERDRLIF A F ; MOSFET

pl tranzystor polowy tlenkowy; tranzystor (polowy) MOS

pt transistor de efeito de campo({metal-6xido-semicondutor)

sv falteffekttransistor med oxidisolerat styre; MOS-transistor

521-04-56
transistor a effet de champ a canal N, m

transidtor a effetdde champ ayant un canal conducteur de type N

N-chahnelfield-effect transistor

field-effect transistor which has an N-type conduction channel

cn NBEZHRREEE

de N-Kanal-Feldeffekttransistor, m

es transistor de efecto de campo de canal N
ja NF¥xRXVERPBREIFVVRH

pl tranzystor polowy z kanatem N

pt transistor de efeito de campo de canal N
sv N-kanal (falteffekt)transistor

haque

ctrode
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transistor a effet de champ a canal P, m

transistor a effet de champ ayant un canal conducteur de type P

P-channel field-effect transistor

field-effect transistor which has a P-type conduction channel

cn PHEZBNREE

de P-Kanal-Feldeffekttransistor, m

es transistor de efecto de campo de canal P
ja PFxRXLEBRPRINFI L VRE

pl tranzystor polowy z kanatem P

pt transistor de efeito de campo de canal P
sv Pdkanal (falteffekt)transistor

521-04-58

transistor a effet de champ a déplétion, m

transi

transis
source

tor a effet de champ a appauvrissement, m

rité de|la tension grille-source appliquée

deplefion type field-effect transistor

field-e
where

the applied gate-source voltage

cn HRBGUMEEE

de Fgldeffekttransistor vom Verarmungstyp, m

es transistor de efecto de campo de agotamiento

ja TIFvyvvalrEBEERBRINT VYRS

pl tranzystor polowy z kanatem zubozonym

pt transistor de efeito de campo(de deplecao;
transistor de efeito de campo por empobrecimento

sv fajteffekttransistor av utarmningstyp

521-04-59

transistor a effet de champ a enrichissement, m

transis
tensio

d'une {ension grille-source de polarité convenable

tor a_effet de champ qui a essentiellement une conduction nulle du
n grifte~source nulle, cette conduction du canal pouvant étre augmentée par I'appl

tor a effet de champ ayant une conduction appréciable du €anal pour une tension
nulle, cette conduction du canal pouvant étre augmenté€, ou diminuée suivant la pola-

ffect transistor having appreciable channel . conductivity for zero gate-source V
the channel conductivity may be increased\or decreased according to the pola

canal po

grille-

oltage
rity of

Ur une
cation

enhancement type field-effect transistor

field-effect transistor having substantially zero channel conductivity for zero gate-source
voltage where the channel conductivity may be increased by the application of a gate-source
voltage of appropriate polarity

cn
de
es
ja
pl
pt
SV

IR B A O SR E

Feldeffekttransistor vom Anreicherungstyp, m
transistor de efecto de campo de enriquecimiento
TUNVRAVINEERBRINS VRS
tranzystor polowy z kanatem wzbogaconym
transistor de efeito de campo por enriquecimento
falteffekttransistor av anrikningstyp
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transistor a effet de champ métal-semiconducteur, m

transistor a effet de champ ayant une ou plusieurs électrodes de grille qui forment des
barrieres de Schottky avec le canal

metal-semiconductor-field-effect transistor
MESFET (abbreviation)

field-effect transistor having one or more gate electrodes that form Schottky barriers with the
channel

cn ERD)

de : etall-Halbleiter, m; MESFET (Abkulrzung)
es transistor de efecto de campo de metal-semiconductor

ja ®BYEEERPRIIVRF ; MESFET

pl tranzystor polowy ztagczowy z bramka metalowa; MESFET (akronim)
pt transistor de efeito de campo metal-semicondutor
sv falteffektransistor med metallstyre

521-04-61
thyristor, m

dispoditif a semiconducteurs bistable, comprenant trois jonctions ou plus, qui peut étre
commuyté de I'état bloqué a I'état passant ou vice versa

NOTE { Les dispositifs ayant seulement trois couches,mais possédant des caractéristiqiies de
commutation similaires a celles des thyristors a quatre cauches peuvent aussi étre appelés thyrigtors.

thyristor

bi-stahle semiconductor device comprising ‘three or more junctions which can be switched
from the off-state to the on-state or vice vefsa

NOTE { Devices having only three layers but having switching characteristics similar to those of four-
layer thyristors may also be called thyristors.

cn I‘ﬂ:l‘ﬁia'aaﬁ% ; mIE

de Thyristor, m
es tiffistor

ja HAIR%E
pl  tyrystor

pt tifistor

sv tyfistor

521-04-62

thyristor{diode bloqué en inverse, m

thyristor a deux bornes qui pour une tension d'anode négative ne commute pas, mais pré-
sente un état bloqué en inverse

reverse blocking diode thyristor

two-terminal thyristor which for negative anode voltage does not switch, but exhibits reverse
blocking state

cn  J 1] BELWT — AR M3 R KB s 1 BELIT — AR & R E
de rickwarts sperrende Thyristordiode, f

es tiristor diodo bloqueado en inversa

ja W2 FH ALY 2 F

pl tyrystor diodowy blokujacy wstecznie

pt tiristor diodo bloqueado em sentido inverso
sv diodtyristor med sparrféormaga
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thyristor triode bloqué en inverse, m

thyristor a trois bornes qui pour une tension d'anode négative ne commute pas, mais présente
un état bloqué en inverse

reverse blocking triode thyristor

three-terminal thyristor which for negative anode voltage does not switch, but exhibits a
reverse blocking state

cn REMEW=ERFRBEE : REMEK=REREE
de ruckwarts sperrende Thyristortriode. f

es tifistor triodo bloqueado en inversa

ja  WPEIE3SEFHA U R &

pl  tyrystor triodowy blokujacy wstecznie

pt tiffistor triodo bloqueado em sentido inverso
sv trjodtyristor med sparrférmaga

521-04-64

thyristor diode passant en inverse, m

thyristpr a deux bornes qui pour une tension d'anode négative‘ne commute pas et con

forts g
passant

reverge conducting diode thyristor

two-te
curren

s at voltages comparable in magnitude to,the forward on-state voltage

cn S _RHERAGKE: FI_REAWE

de rilckwarts leitende Thyristordiode, f

es tillistor diodo conductor en inversa

ja WE@B2ARFIAY RF

pl tyrystor diodowy przewodzacy wstecznie

pt tifistor diodo conduzindo em@&entido inverso
sv dipdtyristor utan sparrféormaga

521-04-65

thyristor triode passant en inverse, m

thyristpr a trois-bornes qui pour une tension d'anode négative ne commute pas et con

forts g
passant

Huit de

ourants a des tensions d'amplitude comparable a célle de la tension directe & I'état

minal thyristor which for negative anode «oftage does not switch and conductg large

juit de

ourants:a des tensions d'amplitude comparable a celle de la tension directe & I'état

reverse-eondueting-triode-thyristor

three-terminal thyristor which for negative anode voltage does not switch and conducts large
currents at voltages comparable in magnitude to the forward on-state voltage

cn
de
es
ja
pl
pt
SV

FEERARBEE: FEZREWNE
rickwarts leitende Thyristortriode, f

tiristor triodo conductor en inversa
WEFEIR T AU RF

tyrystor triodowy przewodzacy wstecznie
tiristor triodo conduzindo em sentido inverso
triodtyristor utan sparrféormaga
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thyristor diode bidirectionnel, m
diac (abréviation)

thyristor a deux bornes présentant sensiblement le méme comportement en commutation
dans le premier et le troisieme quadrants de la caractéristique principale

bidirectional diode thyristor
diac (abbreviation)

two-terminal thyristor having substantially the same switching behaviour in the first and third
quadrants of the current-voltage characteristic

AR M SR E s W E AR &M E s diac (45 )

de Zweirichtungs-Thyristordiode, f; doppeltgerichtete Thyristordiode, f; Diac (Abkilrzung)
es tillistor diodo bidireccional; diac (en abreviatura)

FR22HEFSAVRE , XA T w0

pl  tyrystor diodowy dwukierunkowy; diak

pt tiffistor diodo bidireccional; diac (abreviatura)

bbelriktad diodtyristor; diac

521-04-67

thyristor triode bidirectionnel, m
triac (pbréviation)

thyristpr a trois bornes présentant sensiblement le méme ,comportement en commutatioh dans
le premier et le troisieme quadrants de la caractéristique’principale

bidirertional triode thyristor
triac (pbbreviation)

three-lerminal thyristor having substantially.the same switching behaviour in the first and third
quadrants of the current-voltage charactefristic

cn W =R F R BEE s NE=KEBWE s triac (455 i7)

de Zweirichtungs-Thyristortriode).f; doppeltgerichtete Thyristortriode, f; Triac (Abkirzung
es tillistor triodo bidireccionalj triac (en abreviatura)

FHE3HBFIAVRE ; KIA T v 7

pl  tyrystor triodowy dwukierunkowy; triak

pt tilistor triodo bidireccional; triac (abreviatura)

sv dygbbelriktad triodtyristor; triac

~

521-04-68

thyristor blocable, m

thyristpridqui peut étre commuté de I'état passant a |'état bloqué et vice versa en appliquant

nnnnnnn la baor dae-adah

d 1 -SR] BA-RR-S- aalaeitbd HP- PN P o 14
es S|u||aul\ UCoUTTTITanmou e, Ut PpoUTaTrmtc appPTopTe T T a a DUTTTC U yavTToTT

turn-off thyristor

thyristor which can be switched from the on-state to the off-state and vice versa by applying
control signals of appropriate polarity to the gate terminal

cn  ERETMERKE ;s RIRMTEWE

de Ausschaltthyristor, m; GTO-Thyristor, m
es tiristor bloqueable

ja F—rvAT7HALIRE

pl  tyrystor wytaczajacy

pt tiristor bloqueavel

sv slackbar tyristor
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521-04-69
thyristor P, m

thyristor dans lequel la borne de gachette est connectée a la région P la plus proche de la
cathode et qui est normalement commuté a I'état passant en appliquant un signal positif a la
borne de gachette par rapport a la borne de cathode

P-gate thyristor

thyristor in which the gate terminal is connected to the P-region nearest the cathode and
which is normally switched to the on-state by applying a positive signal to the gate terminal

with re

spect to the cathode terminal

de k
es ti
ja P
pl ty
pt ti
sv ty

521-04
thyris

thyrist
I'anod
la borr

N-gate thyristor

thyrist

is normally switched to the on-state by applying a negative signal to the gate termin

FF AR E: PIIARSERE
thodenseitig steuerbarer Thyristor, m
istor P

— AU RE

ystor z bramka typu P

istor de porta P

ristor med P-styre

|-70
tor N, m

br dans lequel la borne de gachette est connectée“a la région N la plus prog
b et qui est normalement commuté a I'état passant en appliquant un signal né
e de gachette par rapport a la borne d'anode

pr in which the gate terminal is connected to the N-region nearest the anode and

t to the anode terminal

respeq
cn N
de a
es ti
ja N
pl ty
pt ti

sv ty

521-04
thyris
thyrist

M EEE: NITRAWE
odenseitig steuerbarer Thyristor, m
istor N

— AU RE

ystor z bramka typu N

istor de porta N

Fistor med N-styre

|-71

for asymeétrique, m

he de
gatif a

which
al with

ement

brifriode bloqué en inverse dont la tension inverse a une valeur limite net

A ot H Sl Atat bhlo o,

inférie

e aSoal o 0 LA
e a CoTCUTTa (CTrSToT o T otat oTogutT

asymmetrical thyristor

reverse blocking triode thyristor whose rated reverse voltage is significantly lower than its
rated off-state voltage

cn 3

X R R s AR

de asymmetrischer Thyristor, m
es tiristor asimétrico

ja %
pl ty

BT ALY REF

rystor asymetryczny

pt tiristor assimétrico
sv asymmetrisk tyristor
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521-04-72
photothyristor, m

thyristor qui est congu pour étre déclenché par un rayonnement optique

photothyristor
thyristor that is designed to be triggered by optical radiation

cn ABERAEKE: KEEEAWE
de Photothyristor, m

es fototiristor

ja ZxbrHAURE

pl fofotyrystor

pt fofotiristor

sv foftotyristor

Section 521-05 — Termes généraux pour dispositifs a semiconducteurs

Section 521-05 — General terms for semiconductor-devices

521-0%-01
électrpde (d’un dispositif & semiconducteurs), f

elément conducteur en contact avec un semiconducteur’et destiné a remplir une ou pld
des fgnctions suivantes : émettre ou collecter des\électrons ou des trous, ou agir s
mouvgment

electrpde (of a semiconductor device)

condugtive element in electric contact with a semiconductor that performs one or more
functigns of emitting or collecting electrons or holes, or of controlling their movements

cn  ERC SRS O

de Elektrode (eines Halbleiterbauelements), f
es elpctrodo (de un dispositiva_.semiconductor)
ja CREEF AL 20) BiE

pl elgktroda (przyrzadu-potprzewodnikowego)
pt elgctrodo (de um dispositivo semicondutor)
sv elgktrod

1:2002

sieurs
ur leur

of the

terminal (of a semiconductor device)

conductive element provided for external connection

cn  BlliE( B REEMFR D
de Anschluss, m; Anschlusspunkt, m
es borne (de un dispositivo semiconductor)

ja  CEEET AL AD) BT

pl koncéwka (przyrzadu potprzewodnikowego); wyprowadzenie (przyrzadu pétprzewodnikowego)

pt terminal (de um dispositivo semicondutor)
sv  pol
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521-05-03

sens direct (d’'une jonction PN), m

sens du courant qui circule lorsque la région de type P du semiconducteur est a une tension
positive par rapport a la région de type N

forward direction (of a PN junction)

direction of current that results when the P-type semiconductor region is at a positive voltage
relative to the N-type region

cn IEM( PN45R )
de Vorwairtsrichtun

mriktning

521-0%-04
sens inverse (d’une jonction PN), m

sens du courant qui circule lorsque la région de type N du semiconducteur est a une tension
positivie par rapport a la région de type P

reverge direction (of a PN junction)

directipn of current that results when the N-type semiconductor region is at a positive yoltage
relative to the P-type region

cn M ¢ PNZ5HY )

de Riickwirtsrichtung (eines PN-Ubergangs); fi"Sperrrichtung (eines PN-Ubergangs), f
es s¢gntido inverso (de una uniéon PN)

ja (PNEE&®D) #HH

pl  kiprunek zaporowy (ztgcza PN)

pt sgntido inverso (de uma jungido PN)

sv  backriktning

521-0%-05
région de résistance différentielle négative, f

toute partie de la.caractéristique principale ou la résistance différentielle est négative

negative differential resistance region

any portion/of the voltage-current characteristic within which the differential resistance is
negatiye

cn MG HEERX

de negativer differentieller Widerstandsbereich, m
es region de resistencia diferencial negativa

ja  AMEMSEHIER

pl obszar ujemnej rezystancji rozniczkowej

pt regiao de resisténcia diferencial negativa

sv omrade med negativ differentiell resistans


https://iecnorm.com/api/?name=21de8e0f1e7a28d99bbac0548bded54c

-77 - 60050-521 O CEI:2002

521-05-06
claquage (d'une jonction PN polarisée en inverse), m

phénomeéne qui se manifeste par l'apparition d'une transition d'un état de haute résistance
dynamique vers un état de résistance dynamique sensiblement plus faible, lorsque la
grandeur du courant inverse augmente

breakdown (of a reverse-biased PN junction)

phenomenon, the initiation of which is observed as a transition from a state of high dynamic
resistance to a state of substantially lower dynamic resistance for increasing magnitude of
reverse current

cn F (L EPNLG 1 D

de Durchbruch (eines in Sperrrichtung vorgespannten PN-Ubergangs), m
es pérforaciéon (de una unién PN polarizada en inversa)

ja (NN ALTRAENPNEA®D) BR

pl  pnzebicie (ztagcza PN spolaryzowanego wstecznie)

pt pegrfuragdo (de uma juncédo PN polarizada inversamente)

sv genombrott

521-0%-07
claquage par avalanche (d'une jonction PN), m

claqugge provoqué par la multiplication cumulative des- porfteurs de charge dans un| semi-
condugteur sous l'action d'un champ électrique intense“et certains porteurs gagnani alors
assez|d'énergie pour libérer par ionisation de nouvelles paires électron-trou

avalanche breakdown (of a PN junction)

breakqown that is caused by the cumulative: multiplication of charge carriers in a| semi-
condugtor under the action of a strong electric field which causes some carriers tp gain
enough energy to liberate new hole-electfon pairs by ionization

cn  FEHEF L SIRPNG W )

de L3winendurchbruch (eines PN:llbergangs), m

es pegrforacion por avalancha (de-una uniéon PN)

ja CHEEOPNESD) TAZ v =BRR

pl pnzebicie lawinowe (ztgcza potprzewodnikowego PN)

pt pegrfuragdo por avalanche (de uma jungdo PN semicondutora)
sv layingenombrott

521-05-08
tensian d'avalanche, f

tensiop.appliquée a laquelle le claquage par avalanche se produit

avalanche voltage

applied voltage at which avalanche breakdown occurs

cn FHHE

de Lawinendurchbruchspannung, f
es tension de avalancha

ja TARZFUVEBE

pl napiecie przebicia lawinowego
pt tensédo de avalanche

sv lavinspdnning
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521-05-09

claquage par effet Zener (d'une jonction PN), m

claquage provoqué par la transition des électrons de la bande de valence a la bande de
conduction ; cette transition est due a une action tunnel sous l'influence d'un champ
électrique intense dans la jonction PN

Zener breakdown (of a PN junction)

breakdown caused by the transition of electrons from the valence band to the conduction
band due to tunnel action under the influence of a strong electric field in a PN junction

cn ( PNZETL D

de Zgner-Durchbruch (eines PN-Ubergangs), m

es perforacion por efecto Zener (de una uniéon PN)

ja D) VxF—FR

pl  pnzebicie Zenera (ztqcza PN)

pt pgrfuracao por efeito Zener (de uma jungédo PN);
pdarfuracao por efeito tunel (de uma juncado PN)

sv zegnergenombrott

521-0%-10

tensign de Zener, f

tensiop minimale a travers une jonction PN a laquelle le claquage par effet Zener se prg

Zener|voltage

minimyim voltage across a PN junction at which Zener breakdown occurs

cn  FFHHEE

de Z¢ner-Spannung, f
es tepsion de Zener
ja Y|=JF—8HE

pl n3gpiecie Zenera

pt tensao de Zener
SV zdnerspanning
521-0%-11

claquage par effet thermique (d'une jonction PN), m

claqudge provoqué.par la génération de porteurs de charge libres, due aux effets cum
de l'interaction.de-l'augmentation de la dissipation de puissance et de I'augmentation
tempéfature de-la jonction

thermpldbreakdown (of a PN junction)

breakad

between increasing power dissipation and increasing junction temperature

NOTE — The English term "thermal runaway" is also used in some countries.

cn
de
es
ja
pl
pt
sV

i EC PNEH )

thermischer Durchbruch (eines PN-Ubergangs), m
perforacion por efecto térmico (de una uniéon PN)
(PNEE D) Bk

przebicie cieplne (ztacza PN)

perfuragao por efeito térmico (de uma jungao PN)
termiskt genombrott

duit

ulatifs
de la

own caused by generation of free charge carriers owing to the cumulative interaction
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521-05-12
pénétration (entre deux jonctions PN), f

contact entre les régions de charge d’espace de deux jonctions PN par suite de I'extension de
I'une d’elles ou des deux

punch-through (between two PN junctions)

contact between the space charge regions of two PN junctions as a result of widening of one
or both of them

cn FE( WAHPNLEM )

de Durchgriff (zwischen zwei PN-Ubergangen), m
es peénetracion (entre dos uniones PN)

ja QP OPNEAB D) RUFR)L—

pl zwarcie skro$sne (miedzy dwoma ztgczami PN)
pt penetragao (entre duas jungdes PN)

sv  penetration

521-0%-13
résistance thermique (d’'un dispositif a semiconducteurs), f

quotiept de la différence entre la température virtuelle du dispositif et la températurge d'un
point de référence extérieur spécifié, par la puissance dissipée, en régime permanent,|par le
dispoditif

thermpl resistance

quotiept of the difference between the virtual temperature of the device and the tempgrature
of a sthted external reference point, by the steady-state power dissipation in the device

cn PR
de Wg@rmewiderstand, m; thermischer Widerstand, m
es repistencia térmica (de un dispositivasemiconductor)

regystancja cieplna (przyrzadu.potprzewodnikowego)
pt resisténcia térmica (de um dispositivo semicondutor)
sv termisk resistans
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521-05-14

température virtuelle (d’un dispositif 8 semiconducteurs), f
température équivalente interne (d’un dispositif a semiconducteurs), f

température théorique basée sur une représentation simplifiée du comportement thermique et

électri

que d’un dispositif a semiconducteurs

NOTE 1 — La température virtuelle n’est pas nécessairement la température la plus élevée du dispositif.

NOTE 2 — Basée sur la puissance dissipée et sur la résistance ou impédance thermique qui correspond

acem

ode de fonctionnement, la température virtuelle peut étre calculée a I'aide de la relation :

j2) j2)
Tj :Tboitier+_ ou Tj :Tamb+_

Rth th
virtua| temperature
internrl equivalent temperature (of a semiconductor device)
theorefical temperature which is based on a simplified representation| of the therm
electrifcal behaviour of the semiconductor device
NOTE || — The virtual temperature is not necessarily the highest temperature in the device.
NOTE P — Based on the power dissipation and the thermal resistance/or<impedance that corresp

the mo

He of operation, the virtual junction temperature can be calculated from the formula:

T.=T or T.=T +£

P
J case +— Jj amb
R th

cn HPRRIRE: NEEFHEECLSEFEN D

es te

satztemperatur (eines Halbleiterbauelements), f
peratura virtual (de un dispositivo-semiconductor);

temperatura equivalente interna (de-un dispositivo semiconductor)
ja AIRE ; (CPEET A 20) BEEMIEE
pl temperatura pozorna (przyrzadu pdtprzewodnikowego)
pt temperatura virtual (de um dispositivo semicondutor);

temperatura equivalente interna (de um dispositivo semicondutor)
sv  viftuell temperatur
521-0%-15

température virfuelle (équivalente) de jonction, f

tempé

virtua

virtual

ature_virtuelle de la jonction d’un dispositif a semiconducteurs

(equivalent) junction temperature

al and

bnds to

temperature of the junction of a semiconductor device

cn BHWER: EWER

de Ersatz-Sperrschichttemperatur, f

es te

mperatura virtual (equivalente) de unién

ja  RAE (M) HAEE

pl te
pt te
sV Vi

mperatura pozorna ztacza
mperatura virtual (equivalente) de jungao
rtuell skikttemperatur
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521-05-16

capacité thermique, f

quotient de I'’énergie accumulée sous forme de chaleur dans le dispositif par la différence
entre la température virtuelle du dispositif et la température d'un point de référence

thermal capacitance

quotient of the thermal energy stored in the device by the difference between the virtual
temperature of the device and that of specified external reference point

cn
de

pl pgjemnos¢ cieplna
pt cdpacidade térmica
sv termisk kapacitans

521-05-17

tensian flottante, f
tensioh qui existe entre une borne en circuit ouvert et un‘/point de référence lorgqu’on
appliqlie des tensions spécifiées a toutes les autres bornes
floating voltage

voltage between an open-circuited terminal and a reference point when specified voltages are
appliegl to all other terminals

cn FHEHBE

de Sg¢hwebespannung, f
es tension flotante

ja FHEEE

pl n3gpiecie pltynace

pt tensao flutuante

sv frispanning

521-0%-18
charge récupérée (d'une diode ou d’un thyristor), f

charge totale récupérée dans une diode ou dans un thyristor aprés commutation d’yn état
passant spécifiewers un état bloqué spécifié

NOTE ¢ Cetteccharge est composée de celle des porteurs de charges stockés et de celle diie a la
capaci]é de\la couche d’appauvrissement.

recovered charge (of a diode or thyristor)

total charge recovered from a diode or thyristor after switching from a specified forward (on-state)
current condition to a specified reverse condition

NOTE - This charge includes components due to both charge carrier storage and depletion layer
capacitance.

cn KREBM( CHRESMEREEER D

de Sperrverzogerungsladung (einer Diode oder eines Thyristors), f
es carga recuperada (de un diodo o tiristor)

ja (FA4F—FRH AV RZ0D) BIEEMHR

pl tadunek odzyskiwany (diody lub tyrystora)

pt carga recuperada (de um diodo ou de um tiristor)

sv aterhamtad laddning
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521-05-19
tension de seuil (d’une diode ou d’un thyristor), f

valeur de la tension a l'intersection de la droite représentant approximativement la caracté-
ristique courant-tension dans le sens direct avec I'axe des tensions

threshold voltage (of a diode or thyristor)

value of the voltage at the intersection of the straight line approximation of the forward (on-state)
current-voltage characteristic and the voltage axis

cn BMEEREC “RE SRS EER D

de Schwellenspannung (einer Diode oder eines Thyristors), f
es tension de umbral (de un diodo o tiristor)

A F—FRYFALYREZD) LEWEEBE

pl n3piecie progowe (diody lub tyrystora)

sdo de limiar (de um diodo ou de um tiristor)
pskelspanning (for diod eller transistor)

-20
nce de coupure, f

fréquejnce pour laquelle le module d’'une grandeur caractéristigue mesurée a décru jusqu’a
une fraction spécifiée de sa valeur aux basses fréquences

NOTE { Pour un transistor, la fréquence de coupure s’applique.en général au rapport de transfeit direct
du coufant en petits signaux, avec sortie en court-circuit en.base commune ou en émetteur comrun.

cut-off frequency

frequejncy at which the magnitude of a measuréd characteristic quantity has decreasdd to a
specified fraction of its low-frequency value

NOTE { For a transistor, the cut-off frequency, usually applies to the small-signal short-circuit forward
currenf transfer ratio for either the common-base or common-emitter configuration.

cn Bk E

de Grenzfrequenz, f

es frgcuencia de corte
T B 3

pl cZestotliwos¢ odciecia
pt fre¢quéncia de corte

sv gnansfrekvens

retard|a ld croissance, m
retard| a’larmontée, m

temps écoulé entre I'application aux bornes d’entrée d’'une impulsion qui commute un dis-
positif a semiconducteurs d’un état non conducteur vers un état conducteur et I'apparition,
aux bornes de sortie, d’'une impulsion de la valeur spécifiée

delay-time

time interval between a stepfunction change of the input signal level and the instant at which the
magnitude of the output signal passes through a specified value which is close to its initial value

cn  FERETH

de Verzogerungszeit, f
es retardo de subida
ja EBIERFRE

pl czas opoéznienia

pt tempo de atraso

sv fordrojningstid
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521-05-22

temps de croissance, m
temps de montée, m

temps écoulé enre les instants ou la grandeur de I'impulsion aux bornes de sortie atteint des
limites respectivement inférieure et supérieure spécifiées quand le dispositif a semi-
conducteurs est commuté de son état non conducteur a son état conducteur

NOTE — Les limites inférieure et supérieure sont habituellement respectivement 10 % et 90 % de
I'amplitude finale de I'impulsion de sortie.
rise time

time inter [ nthe stants at which the magnitude of the puisSe at the output tefminals
reachgs specified lower and upper limits respectively when the semiconductor device ig being
ed from its non-conducting to its conducting state

NOTE { The lower and upper limits are usually 10 % and 90 % respectively of the_final amplifude of
the output pulse.

cn  EFHESE

de Anstiegszeit, f
es tigmpo de subida
ja  3lb Eas v EER
pl cZas narastania
pt tempo de subida
sv stjgtid

521-0%-23
retard|a la décroissance, m
retard|a la descente, m

temps|écoulé entre le début de la décroissance de I'impulsion appliquée aux bornes d’entrée
d’un d|spositif a semiconducteurs et le début de la décroissance de I'impulsion engendnée par
les porteurs de charge aux bornes de_sortie

carrief storage time

time interval between the beginning of the fall of the pulse applied to the input terminalls of a
semiconductor device and.the beginning of the fall of the pulse generated by charge carriers
at the putput terminals

cn

pl cZas gromadzenia tadunku
pt tempo‘'de armazenamento (dos portadores)
sv efterledningstid
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521-05-24
temps de décroissance, m

temps écoulé entre les instants ou la grandeur de I'impulsion aux bornes de sortie atteint des
limites respectivement supérieure et inférieure spécifiées quand un dispositif a semi-
conducteurs est commuté de son état conducteur a son état non conducteur

NOTE — Les limites supérieure et inférieure sont habituellement respectivement 90 % et 10 % de
I'lamplitude initiale de I'impulsion de sortie.

fall time

time mterval between the mstants at WhICh the magnltude of the pulse at the output termmals

itude of

pl cZas opadania
pt tempo de descida
sv falltid

521-0%-25
temps de recouvrement direct, m

durée |nécessaire au courant ou a la tension, pour prendre une valeur spécifiée,|aprés
commytation instantanée a partir de zéro Qu*d'une tension inverse spécifiée jusqu|a une
conditfon de polarisation directe spécifiée

forward recovery time

duratign required for the current or.voltage to recover to a specified value after instantgneous
switchjng from zero or a specified-reverse voltage to a specified forward bias condition

cn  IE|E & & AY [

de Durchlassverzéogerungszeit, f

es tiegmpo de recuperacién directa

ja  NES 1) B4 B R

pl cZas ustalania.si¢ stanu przewodzenia
pt tempo de recuperacao directo

sv atprhamtningstid i framriktning
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521-05-26
temps de récupération inverse, m

temps nécessaire au courant ou a la tension pour reprendre une valeur spécifiée, aprés
commutation instantanée a partir d’'un courant direct spécifié jusqu’a un état de polarisation
inverse spécifié

reverse recovery time

time required for the current or voltage to recover to a specified value after instantaneous
switching from a specified forward (on-state) current condition to a specified reverse bias
condition

7 17 [B] 45 ey 7

dispositif sensible aux décharges électrostatiques, m

dispod|itif discret ou circuit intégré qui peut étre endommagé de fagon irréversible par des
potentjels électrostatiques qui apparaissent au cours d'opérations courantes de manipylation,
d'essajis et d'expédition

electrpstatic-discharge-sensitive device

discrefe device or integrated circuit that may be permanently damaged by electrpstatic
potentjals encountered in routine handling,{esting and shipping

cn B, TR R 2R 1

de elgktrostatisch gefdhrdetes Bauelement, n

es dispositivo sensible a las descargas electrostaticas
EXRBICBERT A A

yrzad wrazliwy na wytadowania elektrostatyczne
pt dispositivo sensivel as descargas electrostaticas
ktrostatiskt kanslig komponent

521-0%-28

substrat, m

matéripu surlequel ou dans lequel sont fabriqués les éléments du dispositif ou du circuit a
semicTnducteurs

substrate

material upon or within which the semiconductor device or circuit elements are fabricated

cn WK EF
de Substrat, n
es substrato
ja  EiR

pl podioze

pt substrato
sv substrat
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521-05-29

tranche, f
plaquette, f

disque de faible épaisseur constitué d'un matériau semiconducteur ou d'un tel matériau
déposé sur un substrat, dans lequel un ou plusieurs circuits ou dispositifs peuvent étre
réalisés

wafer

slice or a flat disc, either of semiconductor material or of such a material deposited on a
substrate, in which one or more circuits or devices can be processed

cn  &C a3
de Wpfer, m

es oblea; plaqueta
ja Uz —

pl plytka

pt bglacha

sv sHKiva

521-0%-30

puce, [f
pastille, f

compdsant découpé dans une tranche (ou tranche entiére) et qui est destiné a accompllir une
ou plugieurs fonctions dans un dispositif

chip
die
separated part (or whole) of a wafer intended to perform a function or functions in a devjce

cn Bk B

de Chip, m

es chip; pastilla
ja Fy7; FA
pl  struktura

pt chipe

sv chip
521-0%-31
boitier, m

enveldppe(pour une ou plusieurs puces, éléments a couches ou autres composants, qli per-
met Igd Gonnexion électrique et fournit une protection mécanique et une protection |contre
I'envirorpement

package

enclosure for one or more chips, film elements or other components, that allows electrical
connection and provides mechanical and environmental protection

cn  H&K: Hh5E
de Gehause, n
es envase

ja Ryhb—v
pl obudowa
pt invélucro
sv  kapsel
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521-05-32

grille de connexion (d'un bottier), f

grille métallique possédant des bornes et un support mécanique destiné a les aligner

lead frame (of a package)

metal frame providing terminals and mechanical support to align them

cn BIRERC HEN D

de Gehauserahmen, m

es rejilla de conexion (de un envase)

ja (RyFr—TYom) J—F7L—A4

pl p3dsek montazowy; azur

pt grnelha de conexao (de um invélucro)

sv tilledarram

521-0%-33

radiatpur, m

élément séparable du boitier ou faisant corps avec lui, qui contribue a la dissipation
chaleyr produite a l'intérieur du boftier

heat slink

separgble element or integral part of the package thatfeontributes to the dissipation
heat pfoduced within the package

cn PR

de Kiihlk6érper, m

es radiador

ja E—Frrz

pl radiator

pt dissipador (de calor)

sv  kylare

521-0%-34

parametre de circuit, m

valeur|d'une grandeur.physique qui caractérise un élément de circuit ou un circuit
circuit parameter

value pf a physical quantity that characterizes a circuit element or a circuit
cn  HilEE S

de Sg¢haltungsparameter, m

es parametro de circulto

ja EIERFIA—F

pl parametry ukiadu

pt parametros de circuito

sv  kretsparameter

de la

of the
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521-05-35
circuit équivalent, m

arrangement d’éléments de circuit idéaux qui posséde des paramétres de circuit, dans une
gamme considérée, équivalents électriquement a ceux d'un circuit ou d'un dispositif particulier

NOTE — Pour les besoins de I'analyse le circuit équivalent remplace un circuit ou un dispositif plus
compliqué.
equivalent circuit

arrangement of ideal circuit elements that has circuit parameters, over a range of interest,
electrically equivalent to those of a particular circuit or device

NOTE { For analysis the equivalent circuit replaces a more complicated circuit or device.

cn SRR BE

de Eisatzschaltung, f

es cifcuito equivalente
ja S [ B

pl uktad zastepczy

pt cifcuito equivalente
sv eHlvivalent stromkrets

521-0%-36
élément de circuit parasite, m

élémept de circuit non voulu qui vient inévitablement/s'ajouter a un ou plusieurs élémegnts de
circuit{voulus

parasitic circuit element

unwanted circuit element that is an unavoidable adjunct of one or more wanted |circuit
elemepts

cn |4 W B n

de p3grasitiares Schaltungselement; n
es elpmento de circuito parasito

ja A, ﬂa@%%%

pl elpment pasozytniczy uktadu

pt elpmento de circuito parasita

sv  pdrasitiskt kretselement
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Section 521-06 — Termes particuliers aux diodes

Section 521-06 — Specific terms for diodes

521-06-01

point de pic (d’'une diode tunnel), m

point de la caractéristique tension-courant d’'une diode tunnel correspondant a la plus petite

tension dans le sens direct pour laquelle la conductance différentielle est nulle

peak point (of a tunnel diode)

point pn the current-voltage characteristic of a tunnel diode corresponding to the jlowest

voltage in the forward direction, for which the differential conductance is zero

cn R (B & AR W)

de Gipfelpunkt (einer Tunneldiode), m; Hockerpunkt (einer Tunneldiode), m
es pynta de pico (de un diodo tunel)

ja (R4t —Fn) ¥—7 1

pl  punkt szczytowy (diody tunelowej); szczyt (diody tunelowej)

pt pgnto de pico (de um diodo tunel)

sv  toppunkt

521-06-02

point e vallée (d’'une diode tunnel), m

point la caractéristique tension-courant d’'une diode tunnel correspondant a la plus petite fension

supéri¢ure a la tension du point de pic, pour laquelle®la’conductance différentielle est nulle

valley|point (of a tunnel diode)

point pn the current-voltage characteristic of a tunnel diode corresponding to the [lowest

voltage greater than the peak point voltage, for which the differential conductance is zeno

cn  Am (hziE —ARE W)

de T3lpunkt (einer Tunneldiode),'m
es pynta de valle (de un diodo.tiinel)
ja (WX AVZA A= RO BHR

courant du pomt de p|c mais ou Ia tension est supérieure a Ia ten3|on du pomt de vallée

projected peak point (of a tunnel diode)

egal au

point on the current-voltage characteristic of a tunnel diode where the current is equal to the

peak point current, but where the voltage is greater than the valley point voltage

cn R R (REE —ARE M)

de projizierter Gipfelpunkt (einer Tunneldiode), m;
projizierter Hockerpunkt (einer Tunneldiode), m

es punta de pico proyectada (de un diodo tunel)

ja (FhrRXAEFALF—FD) BEY—I K

pl punkt szczytowy przesuniety (diody tunelowej)

pt ponto de pico projectado (de um diodo tunel)

sv  projicerad toppunkt
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521-06-04
fréquence de coupure résistive, f

fréquence a laquelle la partie réelle de I'admittance de la diode est nulle, pour un point de
polarisation spécifié

resistive cut-off frequency

freqeuncy at which the real part of the diode admittance at its terminals is zero, at a specified
bias point

cn PR MR AR AR S

de Entdampfungsfrequenz, f

es frecuencia de corte resistiva

ja A R 3

pl cZestotliwosé graniczna rezystywnosciowa
pt frequéncia de corte resistiva

sv reistiv gransfrekvens

521 -01—05

résistance apparente directe, f
valeur|de la résistance définie par la pente de la droite représentant approximativenpent la

caractgristique courant-tension dans le sens direct

forward slope resistance

value [of the resistance calculated from the slopesof the straight line approximation [of the
forwarfd current-voltage characteristic

cn IE|m &R

de Vorwarts-Ersatzwiderstand, m

es resistencia aparente directa

ja  NEps M A EE

pl regystancja nachyleni(ow)a

pt repsisténcia dinamica directa; resisténcia aparente directa
sv differentiell framresistans
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Section 521-07 — Termes particuliers aux transistors

Section 521-07 — Specific terms for transistors

521-07-01
jonction émetteur, f

jonction entre les régions de base et d’émetteur normalement polarisée dans le sens direct,
et que les porteurs de charge provenant d’'une région ou ils sont majoritaires traversent pour
arriver dans une région ou ils sont minoritaires

emitter junction

junctign between the base and emitter regions, normally biased in the forward directign, and
through which the charge carriers flow from a region in which they are majority carriefs [to one
in whi¢h they are minority carriers

¢cdo emissora
sv emnitterévergang

521-07-02
jonctipn collecteur, f

jonctign entre les régions de base et de colleeteur normalement polarisée dans l¢ sens
inversg et que les porteurs de charge provenant d'une région ou ils sont minofitaires
travergent pour arriver dans une région ou ils‘sont majoritaires

collector junction

junctign between the base and collector regions, normally biased in the reverse directign, and
through which the charge carriers'flow from a region in which they are minority carriers [to one
in whi¢h they are majority carriers

cn M4

de KIIIektorﬁbergang, m;.Kollektor-Basis-Zoneniibergang, m
es union colector

ja =lvrrEL

pl zlacze kolektora

pt jupcao colectora

sv kqllektorévergang

521-0+63

base, f

région située entre les jonctions émetteur et collecteur d’un dispositif a semiconducteurs
bipolaire

base

region between the emitter and collector junctions of a bipolar semiconductor device

cn EKX

de Basis, f; Basiszone, f
es base

ja N—2R

pl baza

pt base

sv bas
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521-07-04

émetteur, m

région située entre la jonction émetteur et I'électrode émetteur

emitter

region between the emitter junction and the emitter electrode

cn  REKX

de Emitter, m; Emitterzone, f

es emisor

ja x=Iv¥

pl emiter

pt emissor

sv  emnitter

521-07-05

collecfteur, m

région|située entre la jonction collecteur et I'électrode collecteur
collecftor

region|between the collector junction and the collector electrode
cn KX

de Kollektor, m; Kollektorzone, f

es cqlector

ja alvrx

pl kaqglektor

pt cqlector

sv  kqgllektor

521-07-06

canal (d’un transistor a effet de.champ), m

mince|couche de semiconducteur entre la région de source et celle de drain, et dans I3
circuld un courant commandé par la différence de potentiel entre la grille et la source
channlel (of a field-effect transistor)

thin sgmiconductor-layer between the source region and the drain region, in which the ¢

flow is| controlled by the gate potential

cn
de
es
ja
pl
pt
sv

YHE ¢ MR B AR E R )
Kanal(eines Feldeffekttransistors), m

camalr({ae un ransistor ae eTecto de Campo)
(BRYBBRINTVIRFID) Fr XL
kanat (tranzystora polowego)

canal (de um transistor de efeito de campo)
kanal

quelle

urrent
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521-07-07
source (d’un transistor a effet de champ), f

région a partir de laquelle les porteurs majoritaires circulent vers le canal

source (of a field-effect transistor)

region from which the majority carriers flow into the channel

cn PR C AL HEER D

de Source (eines Feldeffekttransistors), f; Sourcezone (eines Feldeffekttransistors), m
es fuente (de un transistor de efecto de campo)

ja (BRBHRIFI LV ORZD) Y—2R

pl  zrpdlo (tranzystora polowego)

pt fonte (de um transistor de efeito de campo)

sv enitter (hos falteffekttransistor)

521-07-08
drain (d’'un transistor a effet de champ), m

région|vers laquelle les porteurs majoritaires circulent en provenance du canal

drain [of a field-effect transistor)

region|into which majority carriers flow from the channel

cn WX C YR &R ER D

de Dirain (eines Feldeffekttransistors), m; Drainzone (ein€s Feldeffekttransistors), m
es symidero (de un transistor de efecto de campo)
ja(??%%bﬁyyz$®)FV4V

pl dnen (tranzystora polowego); ujscie (tranzystofa polowego)

pt dneno (de um transistor de efeito de campo)

sv  kaqllektor (hos falteffekttransistor)

521-07-09
grille {d’un transistor a effet de.ehamp), f

région|dans laquelle s’exerce: I'effet du champ électrique d0 a la tension de grille de commande

gate (pf a field-effect transistor)

region|in which the‘electric field due to a control gate voltage is effective

X 3SR Em D

RHB IS PREZD) F— b
dranzuctara onaolovuaoa)
(ranzystora-potowe o)

pt porta (de um transistor de efeito de campo); grelha (de um transistor de efeito de campo)
sv styre (hos félteffekttransistor)
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521-07-10

foncti
foncti

onnement en mode de déplétion, m
onnement en mode d'appauvrissement, m

fonctionnement d'un transistor a effet de champ, tel que la modification de la tension grille-
source de zéro a une valeur finie diminue la valeur absolue du courant de drain

depletion mode operation

operation of a field-effect transistor such that changing the gate-source voltage from zero to a
finite value decreases the magnitude of the drain current

cn 5 T
de Verarmungsbetrieb, m
es funcionamiento en modo de agotamiento

ja 7

pl tr

SV yiarE— FREME
/b pracy ze zubozeniem

pt fl:Ecionamento em modo de deplegao; funcionamento em modo de empobrecimento

SV u

rmningsdrift

521-07-11

foncti

bnnement en mode d’enrichissement, m

fonctignnement d'un transistor a effet de champ, tel que la*modification de la tension
sourcq de zéro a une valeur finie augmente la valeur absolue’du courant de drain

enharlcement mode operation

opera

on of a field-effect transistor such that changing the gate-source voltage from ze

finite Jalue increases the magnitude of the drain,current

cn PR TIEHERA
de Anreicherungsbetrieb, m
es funcionamiento en modo de enriquecimiento

ja =T RAVBME—FBITE

pl tr
pt fu

/b pracy ze wzbogaceniem
Incionamento em modo de-enriquecimento

sv anrikningsdrift

521-07-12

sens i

mode

Inverse de fonctionnement, m

de fonctiecnnement d’un transistor bipolaire a jonctions dans lequel le col

fonctignne comme émetteur et dans lequel le flux de porteurs minoritaires circule du
teur vers la base

grille-

roto a

ecteur
collec-

inverse-direetion-of-eperation

mode of operating a bipolar junction transistor in which the collector acts as an emitter and in

which the net flow of minority carriers is from the collector region to the base region
cn i ILAE

de inverser Betrieb, m

es sentido inverso de funcionamiento

ja MHEBEIME

pl  kierunek dziatania wsteczny

pt sentido inverso de funcionamento

sv in

verterad arbetsriktning
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521-07-13
base commune, f

montage de circuit dans lequel la borne de base est commune au circuit d'entrée et au circuit
de sortie et dans lequel la borne d'entrée est celle de I'émetteur et la borne de sortie, celle du
collecteur

common base

circuit configuration in which the base terminal is common to the input circuit and to the output
circuit and in which the input terminal is the emitter terminal and the output terminal is
the collector terminal

cn  FEER

de Basisschaltung, f

es bgse comun

ja  N—REH

pl baza wspdlna

pt (montagem de) base comum
sv gemensam bas

521-07-14
collecteur commun, m

montape de circuit dans lequel la borne du collecteur est cemmune au circuit d'entrég et au
circuit|de sortie et dans lequel la borne d'entrée est celle de la base et la borne de |sortie,
celle de I'émetteur

commion collector

circuit|configuration in which the collector terminal is common to the input circuit and|to the
output| circuit and in which the input terminal is the base terminal and the output tgrminal
is the pmitter terminal

cn &R

de Kollektorschaltung, f

es cqlector comun

ja =L s

pl  kqglektor wspolny

pt (montagem de) colector'comum
sv ggmensam kollektor

521-07-15
émetteur commun, m

montapede circuit dans lequel la borne de I'émetteur est commune au circuit d'entrég et au

H 1t Ld IH + 1 ol l Ll A + 1l = 1 b +] >N | i
CII’CUI’[ re—Softte—etaahs IUqUG| re—PofRe—aehtree—esSt—eene—eae—raoOasSe—etraPborRe—6e SOI"tIe,

celle du collecteur

common emitter

circuit configuration in which the emitter terminal is common to the input circuit and to the
output circuit and in which the input terminal is the base terminal and the output terminal
is the collector terminal

cn  FEEHIKR

de Emitterschaltung, f

es emisor comun

ja T Iy XEEH

pl emiter wspélny

pt (montagem de) emissor comum
sV gemensam emitter
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521-07-16
base commune inverse, f

montage de circuit dans lequel la borne de base est commune au circuit d'entrée et au circuit
de sortie et dans lequel la borne d'entrée est celle du collecteur et la borne de sortie, celle de
I'émetteur

inverse common base

circuit configuration in which the base terminal is common to the input circuit and to the output
circuit and in which the input terminal is the collector terminal and the output terminal is
the emitter terminal

cn A 3 2 AR

de inyerse Basisschaltung, f

es bgse comun inversa

ja WIS — R

pl baza wspdlna odwrécona

pt (montagem de) base comum inversa
sv injerterad gemensam bas

521-07-17
collecteur commun inverse, m

montape de circuit dans lequel la borne du collecteur est cemmune au circuit d'entrég et au
circuit|de sortie et dans lequel la borne d'entrée est cellerde I'émetteur et la borne de |sortie,
celle de la base

inver§e common collector

circuit|configuration in which the collector terminal is common to the input circuit and|to the
output| circuit and in which the input terminal is the emitter terminal and the output tgrminal
is the pase terminal

cn  x|ia] 3t & B AR

de inyerse Kollektorschaltung, f

es cqlector comun inverso

ja WEFmaLv s X

pl kaglektor wspdélny odwrécony

pt (montagem de) colectorcomum inverso
sv injerterad gemensam kollektor

521-07-18
émetteur commun inverse, m

montapede circuit dans lequel la borne de I'émetteur est commune au circuit d'entrég et au

i t o i + dona laa ol 1o b oro dlantes 3 1l P= 1l toiie flo bora = t
Circuit-ere—soefrte—eteaans TCUUCT T OUTTITC U o e oo oo U oot ot O T Ta DoUTTTc—Utc sor |e,

celle de la base

inverse common emitter

circuit configuration in which the emitter terminal is common to the input circuit and to the
output circuit and in which the input terminal is the collector terminal and the output terminal
is the base terminal

cn R Ia 3t & 5 &

de inverse Emitterschaltung, f

es emisor comun inverso

ja HHETI v FEEMH

pl emiter wspdlny odwrécony

pt (montagem de) emissor comum inverso
sv inverterad gemensam emitter
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521-07-19

rapport de transfert direct du courant en petits signaux, avec sortie en court-circuit, m

rapport du courant alternatif de sortie au courant sinusoidal d’entrée qui le produit en régime
de petits signaux, la sortie étant court-circuitée pour le courant alternatif

small-signal short-circuit forward current transfer ratio

ratio of the alternating output current to the sinusoidal input current producing it under small-
signal conditions, the output being short-circuited to alternating current

15 5 %8 1% IE 1 B AR S EL

Kurzschluss-Stromiibersetzung (bei kleiner Ansteuerung), f;

omverstarkungsfaktor (bei kleiner Ansteuerung), m

acion de transferencia directa de corriente en pequeias senales,
n salida en cortocircuito

15 5 K% B % IE 77 1) B 40 2 L

5potczynnik zwarciowy matosygnatowy przenoszenia pradowego

acao de transferéncia directa da corrente para pequenos sinais,

m saida em curtocircuito

masignal)stromforstarkningsfaktor

-20

statique du rapport de transfert direct du courantf
t du courant continu de sortie au courant continu{d’entrée, la tension de sortiq
nue constante

forward current transfer ratio

f the direct output current to the direct~input current, the output voltage bein
nt

Gleichstromverhaltnis, n

vdlor estatico de la relacion de transferencia directa de corriente
FROIE 7 B

wspotczynnik statyczny przenoszenia pradowego

vglor estatico da relagao de’transferéncia directa da corrente

cn /p
de
S
es re
CdQ
ja
pl w
pt re
CdQ
sv (s
521-07
valeur
rappof
mainte
static
ratio @
constg
cn
de
es
ja
pl
pt
sv to

7 IE 1 R 3 A% B

al stromfoérstarkningsfaktor

étant

g held
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521-07-21

symb. : f;
fréquence de transition , f

produit du module du rapport de transfert direct du courant, sortie en court-circuit, p

petits signaux, en montage émetteur commun |h21e

fréquence étant choisie de telle fagon que |h21€| décroisse sensiblement a raison de 6

octave

transition-frequency

our de

par la fréquence de mesure, cette

dB par

produgt of the modulus of the common emitter small-signal short-circuit forwafrd “gurrent

transfgr ratio |h216|and the frequency of the measurement, this frequency beingsso g¢hosen

that |h216| is decreasing at a slope of approximately 6 dB per octave

cn K 5 %

de Transitfrequenz, f

es frgcuencia de transicion

ja % 8 5K

pl cZestotliwos¢ przejscia

pt frequéncia de transicao

sv eJdtrapolerad enhetsgransfrekvens

521-07-22
symb.[: f,
fréqugnce du rapport de transfert unité de courant , f

fréquégnce unité, f

fréquence a laquelle le module du.apport de transfert direct du courant, sortie en

circuit| pour de petits signaux, en_mmontage émetteur commun |h21€ a été ramené a l'uni

frequéncy of unity current transfer ratio

frequency at which the Jmodulus of the common-emitter small-signal short-circuit f

currenft transfer ratio |h21€ has decreased to unity

cn Bl B A d EL A R
de Einsfrequenz, f
es frecuencia de relacion de transferencia unidad de corriente

L%,

court-

té

brward

pl czestotliwosé graniczna (jednostkowej wartosci wspoétczynnika przenoszenia prgdowego)
pt frequéncia da relagao de transferéncia unitaria de corrente
sv enhetsgransfrekvens
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521-07-23
tension de blocage (d’'un transistor a effet de champ a déplétion), f

tension grille-source pour laquelle I'amplitude du courant de drain atteint une valeur spécifiée,
faible

cut-off voltage (of a depletion type field-effect transistor)

gate-source voltage at which the magnitude of the drain current reaches a specified low value

cn BIEWEC SRR LS EERN D

de Abschniirspannung (eines Feldeffekttransistors vom Verarmungstyp), f
es tension de bloqueo (de un transistor de efecto de campo de agotamiento)
ja (FFvyrvarBERDIRINIVIRAFD) EWHEE

pl n3piecie odciecia (tranzystora polowego z kanatem zubozonym)

pt tensao de corte (de um transistor de efeito de campo de deplecéo)

sv strypspanning

521-07-24
tensign de seuil (d'un transistor a effet de champ a enrichissement){f

tensiop grille-source pour laquelle I'amplitude du courant de drain atteint une valeur spécifiée,
faible

threshold voltage (of an enhancement type field-effect transistor)

gate-spurce voltage at which the magnitude of the drain.current reaches a specified low|value

cn BB E C B om B A B AR E 1 D

de S¢hwellenspannung (eines Feldeffekttransistors vom Anreicherungstyp), f
es tension de umbral (de un transistor de efecto~de campo de enriquecimiento)
ja (GUNAVRAVIEBRBR NIV VREZDY LEWEERE

pl n3piecie progowe (tranzystora polowego-zkanatem wzbogaconym)

pt tensao de limiar (de um transistor de efeito de campo por enriquecimento)
sv trpskelspanning (for falteffekttransjstor av anrikningstyp)

521-07-25

transqonductance (d’un transistor a effet de champ), f
rappont de I'accroissement du courant de drain a I'accroissement correspondant de la tension
grille-gource, la tension drain-source étant maintenue constante
transqonductance (of a field-effect transistor)

ratio of the-increment in the drain current to a corresponding incremental change of thg gate-
sourcq veltage with the drain-source voltage held constant

cn BECIHA M mAE W )

de Steilheit (eines Feldeffekttransistors), f

es transconductancia (de un transistor de efecto de campo)
ja (BRAYDBRISVORFD) HEa VX7 F VR

pl transkonduktancja (tranzystora polowego)

pt transcondutancia (de um transistor de efeito de campo)
sv  branthet
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Section 521-08 — Termes particuliers aux thyristors

Section 521-08 — Specific terms for thyristors

521-08-01
gachette, f

borne auxiliaire servant a commander la commutation d’un thyristor

gate

de Stfleueranschluss, m

es pyerta

ja  F— 1+

pl bramka (tyrystora)
pt poarta

sv styre

521-08-02

courapt principal, m

courarnt qui circule a travers le dispositif excepté le courant de gachette

principal current

current which flows through the device excluding,gate current

cn  FHBHE

de Hauptstrom, m

es cqrriente principal
ja XHEH

pl prad gtéwny

pt cqrrente principal
sv  hgvudstrom

521-08-03
borne|maitresse, f

borne ja travers-laquelle le courant principal circule

main ferminal

terminp/\through which the main current flows

cn FiF

de Hauptanschluss, m
es bornes principales
ja ERF

pl koncéwka gtéwna
pt terminais principais
sv  huvud(stroms)uttag
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521-08-04
tension principale, f

tension entre les bornes maitresses

principal voltage

voltage between the main terminals

cn FHE

de Hauptspannung, f
es tension principal
ja EBE

pl n}plqme gtowne

pt tensao principal

sv  hyvudspéanning

521-08-05
caracféristique (courant-tension) principale, f

relatiop, généralement représentée graphiquement, entre la tension-principale et le courant
princigal, avec s’il y a lieu, le courant de gachette comme paramétre

principal (voltage-current) characteristic

functign, usually represented graphically, relating the principal voltage to the principal current,
with thHe gate current, where applicable, as a parameter

cn  F|( HE-BFE DR

de Hjuptkennlinie, f; Haupt-Strom-Spannungs-Charakteristik, f
es cdracteristica (corriente-tension) principal

ja  FH (BE-EIR) #FE

pl charakterystyka gtéwna (napieciowo-pradowa)

pt Cﬂracteristica (corrente-tensao) principal

sv  hyvudkarakteristik

521-08-06

caracféristique (courantstension) d’anode-cathode, f
caraciéristique d’anode . f

relation, généralement représentée graphiquement, entre la tension d’anode et le courant
princigal, avec, s’ikya lieu, le courant de gachette comme parameétre

anode-to-cathode (voltage-current) characteristic
anode| characteristic

functigny.dsually represented graphically, relating the anode voltage to the principal current,
with the gate current, where applicable, as a parameter

cn  BEAR-BAAR ( B E-BL 3 ) 45tk s PHARSS M

de Anoden-Kathoden-Kennlinie, f; Anoden-Kathoden-Spannungs-Strom-Charakteristik, f
Anodenkennlinie, f

es caracteristica (corriente-tensiéon) de anodo-catodo; caractéristica de anodo

ja (BE-B%) 7/ —F-3Y—FfE,;, 7/ — Fftk

pl charakterystyka anodowa

pt caracteristica (corrente-tensao) de anodo-catodo

sv anodkarakteristik
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521-08-07
état passant, m

état d'un thyristor correspondant a la partie faible résistance, faible tension de la carac-
téristique principale

NOTE - Pour les dispositifs passant en inverse, cette définition est applicable seulement pour les
tensions d'anode positives.

on-state

condition of a thyristor corresponding to the low-resistance low-voltage portion of the principal
characteristic

anode

sv leftillstand

521-08§-08
état bloqué, m
état d'un thyristor correspondant a la partie de la .caractéristique principale entre I'origine et
le point ou les points de retournement
off-state

conditfon of a thyristor corresponding to the portion of the principal characteristic between the
origin pnd the breakover point or points

cn M

de Vorwarts-Sperrzustand, m

es edtado bloqueado

ja ZA'N

pl stpn wylaczenia; stan blokowania
pt edtado cortado

sv  blpcktillstand

pour la tension de claquage inverse

reverse blocking state (of a reverse blocking thyristor)

condition of a reverse blocking thyristor corresponding to reverse currents of lower magnitude
than the current at the reverse breakdown voltage

cn S m BEETAS C S m BRI I A & A CE D

de Riickwairts-Sperrzustand (eines rlickwarts sperrenden Thyristors), m

es estado bloqueado en sentido inverso (de un tiristor bloqueado en sentido inverso)
ja GEFEIEY AV RZ D) HHIERE

pl stan zaworowy (tyrystora blokujgcego wstecznie)

pt estado cortado em sentido inverso (de um tiristor cortado em sentido inverso)

sv sparrtillstand
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521-08-10

coura
coura

nt hypostatique, m
nt de maintien, m

courant principal minimal nécessaire pour maintenir un thyristor a I’état passant

holding current

minim

um principal current required to maintain a thyristor in the on-state

cn  ERFEN
de Haltestrom, m; Haltestromstarke, f
es corriente de mantenimiento

ja
pl p

pt cqrrente de manutengao
sv  h3llstrom

521-08-11

coura

IR

d podtrzymywania

ht d’accrochage, m

courarft principal minimal nécessaire pour maintenir un thyristor al'état passant aussitéf aprés

commuitation de I'état bloqué vers I'état passant et aprés la fin du‘signal de déclenchement

latchi
minim
switch
remov

cn  EB{EH R
de Einraststrom, m; Einraststromstarke, f
es cqrriente de retencion

ja Z

pt ¢
sv la

521-08-12

point

tout p
etoul

break

any pqin{*on the principal characteristic for which the differential resistance is zero and

the pri

pl p{d zatrzaskiwania
r

ng current

im principal current required to maintain a thyfistor in the on-state immediatel
jng from the off-state to the on-state has ocecurred and the triggering signal has
ed

v F v TEBR

rente de retengao
strom

e retournement;’m

bint de la_caractéristique principale pour lequel la résistance différentielle est
b tensiop-principale atteint une valeur maximale

bver point

y after
5 been

nulle,

where

ncipal voltage reaches a maximum value

cn HIrA

de Kipppunkt, m

es punto de retorno
ja FTrv—2F—rR—xg
pl  punkt przelaczania
pt ponto de retorno

sV i

ppunkt
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521-08-13

résistance apparente a I’état passant, f

résistance égale a la pente de la droite utilisée pour la détermination de la tension de seuil,

sur une caractéristique courant-tension

on-state slope resistance

resistance equal to the slope of the straight line used when determining the treshold voltage

from the current-voltage characteristic

cn BEASERHEME
de Ersatzwiderstand, m

es resistencia aparente en estado conductor
ja VIR ARER
pl regystancja dynamiczna przewodzenia

pt resisténcia dinamica no estado condutor; resisténcia aparente no estado condutor
ifferentiell ledresistans

521-08-14

couraht d’amorcgage par la gachette, m

le plug petit courant de gachette nécessaire pour commuter.un thyristor de I'état blg

I’état passant

gate trigger current

lowestl gate current required to switch a thyristor from the off-state to the on-state

cn MRl & LT s T ARl R B
de Zindstrom, m

es cqrriente de disparo de puerta
ja J—FHFUVER

pl p{d przetaczajacy bramki

pt cqrrente de disparo de porta
sv tanpd(styr)strom

521-08-15
tensign d’amorcgage par'la gachette, f

tensioh de gachette nécessaire pour produire le courant d’amorgage par la gachette

gate trigger voltage

gate vpltagesrequired to produce the gate trigger current

cn  HARARR BUE s TR AR B

de Zundspannung, T

es tension de disparo de puerta
ja F—FHMIUVEE

pl napiecie przetaczajgce bramki
pt tensao de disparo de porta

sv tand(styr)spanning

qué a
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521-08-16
tension de non-amorcgage par la gachette, f

tension de gachette la plus élevée qui ne commute pas le thyristor de I'état bloqué a I'état
passant

gate non-trigger voltage

highest gate voltage which will not cause the thyristor to switch from the off-state to the on-state

cn MRl &R B E s 1R il R LR

de héchste nichtziindende Steuerspannung, f
es tension de no disparo de puerta

ja J1—FrERNYAVERE

pl n3gpiecie nieprzetaczajace bramki

pt tensao de nao-disparo de porta

sv icke-tindande styrspanning

521-08-17
courapht de non-amorgage par la gachette, m

courant de gachette correspondant a la tension de non-amorgcage par la gachette

gate non-trigger current

gate clrrent corresponding to the gate non-trigger voltage

cn AR il & W s TTARA fill & BT

de hagchster nichtziindender Steuerstrom, m
es cqrriente de no disparo de puerta

ja Fl—rIENY TER

pl pnad nieprzetagczajacy bramki

pt cqrrente de nao-disparo de porta

sv icke-tdandande styrstrom

521-0118
vitessle critique de croissance de la tension a I’état bloqué, f

la plug petite valeur de la.vitesse de croissance de la tension principale qui entraine la com-
mutatipn de I'état bloguéJa I’état passant dans des conditions spécifiées

criticdl rate of rise\of off-state voltage

lowest| value of the rate of rise of principal voltage that will cause switching from the offf-state
to the pn-state*under specified conditions

cn  WiASEIER R B R

de krifische Spannungssteilheit, T

es velocidad critica de crecimiento de la tension de estado bloqueado
ja HBRAZEEELRE

pl predkos¢ krytyczna wzrostu napiecia blokowania

pt velocidade critica de crescimento da tensdao no estado cortado

sv  kritisk blockspanningsderivata



https://iecnorm.com/api/?name=21de8e0f1e7a28d99bbac0548bded54c

60050-521 O IEC:2002 - 106 -

521-08-19
vitesse critique de croissance du courant a I’état passant, f

valeur la plus élevée de la vitesse de croissance du courant a I’état passant qu’'un thyristor
peut supporter sans détérioration

critical rate of rise of on-state current

highest value of the rate of rise of on-state current which a thyristor can withstand without
deleterious effect

cn @EXEWKEREAR

de kritische Stromsteilheit, f

es vdlocidad critica de crecimiento de la corriente de estado conductor
ja R4 B LR R

pl predkos¢ krytyczna wzrostu napiecia przewodzenia

pt vdlocidade critica de crescimento da tensao no estado condutor

sv  krjtisk ledstromsderivata

Section 521-09 — Termes particuliers aux dispositifsia effet hall
et aux magnétoresistances

Section 521-09 - Specific terms for hall{effect devices
and magnetoresistors

521-09-01
effet Hall, m

produgtion dans un conducteur ou dansv un semiconducteur d’'un champ élegtrique
propoftionnel au produit vectoriel de la densité de courant par I'inductance magnétique

Hall effect

produgtion in a conductor or in avsemiconductor of an electric field strength proportional to
the veftor product of the current.density and the magnetic flux density

cn  EBURMR
de Halleffekt, m
es efpcto Hall

ja H—rBHE
pl zjawisko Halla
pt efpito Hall

sv halleffekt
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521-09-02

symb. : Ry
coefficient de Hall, m

coefficient de proportionnalité Ry dans la relation quantitative de I'effet Hall :

ou

Ew

>l <

Eu =Ry (JXB)

est le champ électrique transversal résultant

last la densité de courant

¢st I'inductance magnétique

NOTE { Le type de porteurs majoritaires peut généralement étre déduit du signe duvcoefficient dg Hall.
Hall cpefficient
coeffidient of proportionality Ry in the Hall effect quantitative relation:
En =Ry (JxB)
where
En s the resulting transverse electric field strength
J  is the current density
B is the magnetic flux density
NOTE { The sign of the majority carrier ‘charge can usually be inferred from the sign of the Hall
coefficilent.
cn ERREMK
de Hallkoeffizient, m
es cqeficiente de Hall
ja  H— R
pl ws$potczynnik Halla
pt cqeficiente de Hall
sv  h3gllkonstant
521-09-03
angle [de‘Hall, m
angle existant, en présence d'effet Hall, entre le champ électrique résultant et la densité de
courant
Hall angle

angle which exists, in the presence of Hall effect, between the resulting electric field strength
and the current density

cn
de
es
ja
pl
pt
sv

E/RfA
Hallwinkel, m
angulo de Hall
r—VA

kat Halla
angulo de Hall
hallvinkel
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521-09-04

symb. : ug
mobilité de Hall, f

produit du coefficient de Hall par la conductivité électrique

Hall mobility

product of the Hall coefficient and the electric conductivity

cn EFREIBE
de Hallbeweglichkeit, f
es mn\lilid:d de Hall

ja AL BEE

pl  ruchliwos¢ Halla
pt mpbilidade de Hall
sv  hglimobilitet

521-09-05
tensiogn de Hall, f

tensioh engendrée par effet Hall

Hall vpltage
voltage generated by the Hall effect

cn  EURHWE

de Hallspannung, f
es tepsion de Hall
ja H—NVEE

pl n3apiecie Halla
pt tensao de Hall
sv  hgllspanning

521-01—06
Hall, f, pl

borneg d'un générateur.de Hall entre lesquelles apparait la tension de Hall

borne

Hall terminals

terminpls of a Hall-generator between which the Hall voltage appears

cn  EIR¥
de Hallansehliisse, m, pl
es bagrnes de Hall

ja F—WF

pl koncoéwki hallotronu
pt terminais Hall

sv  hall(spannings)uttag
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521-09-07

borne

borne

de commande (d'un générateur de Hall), f

d'un générateur de Hall traversée par le courant de commande

control current terminal (of a Hall generator)

terminal of a Hall generator through which the control current flows

cn %

il L o R AR AR )

de Steueranschluss (eines Hallgenerators), m
es bornes de control de corriente (de un generator de Hall)

ja (R—AREHO) HEERET

pl kgncowka pradu sterujagcego hallotronu
pt terminais de comando (de um gerador de Hall)
sv styr(stroms)uttag

521-09
surfad
surfac
le trajg
effect

effecti
condu

de

es Sy
ja H
pl  pd

pt sy
sy
sv ef

-08

e effective d'induction de la boucle de sortie, f

b effective de la boucle délimitée par les conducteurs arrivant-aux bornes de Hall
t conducteur approprié traversant le dispositif a effet Hall

ve induction area of the output loop

e area of the loop enclosed by the leads to_the Hall terminals and the rg
ctive path through the Hall effect device

cn H 1B % A 280/ Rz T AR

uktive Restflache des Hallstromkreises, f
perficie efectiva de inducciéon del bucle-de‘salida
SN — 7 O ER T E EE
wierzchnia skuteczna petli wyjsciowej hallotronu
perficie efectiva de indugao do anel‘de saida;
perficie efectiva de indugao da malha de saida
fektiv area

521-09-09

surfad
surfac
le trajg
effect

effecti
path th

e effective d'inductance de la boucle du courant de commande, f

b effective de laboucle délimitée par les conducteurs du courant de commande
t conducteur approprié traversant une plaque de Hall par effet Hall

ve induction area of the control current loop

e area of the loop enclosed by the control current leads and the relevant cong
reugh a Hall plate by the Hall effect

cn %

il v 308 (20 % 7 0 R L T AR

de induktive Restflache des Steuerstromkreises, f
es superficie efectiva de induccién del bucle de la corriente de control

ja il

HE RN — 7 D E LT E

pl powierzchnia skuteczna petli pradu sterujagcego
pt superficie efectiva de inducao do anel da corrente de comando
sv styrstromsslingans effektiva area

et par

levant

et par

uctive
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521-09-10

champ induit (d'un générateur de Hall), m

champ magnétique produit par la circulation du courant de commande dans la boucle formée
par les conducteurs du courant de commande et par le trajet conducteur approprié traversant
un dispositif a effet Hall

self field (of a Hall generator)

magnetic field caused by the flow of control current through the loop formed by the control
current leads and the relevant path through a Hall-effect device

cn
de
es

ja (@—nREHD) BEHER

pl p9gle indukowane (generatora Halla)

pt c¢dmpo induzido (de um gerador de Hall)

sv egenfalt

521-09-11

couraht de commande (d'un générateur de Hall), m

courant qui, en traversant une plaque Hall, donne naissancexa la tension de Hall sous |

d'un

contrgl current (of a Hall generator)

B (ERA )
Eigenfeld (eines Hallgerats), n

cgmpo inducido (de un generador de Hall)

Cc

curren

field

cn
de
es

ja (@f—LREHD) HEER

pl prad sterujacy (generatora Halla)

pt cqrrente de comando (de um_gerador de Hall)

sv stlyrstrom

521-01-12

sensibilité magnétique (d'une sonde de Hall), f

quotiept de la teqsion de Hall par I'inductance magnétique, dans la zone de fonctionn
linéairg d'unessende de Hall

magnftic sensitivity (of a Hall probe)

S

cqrriente de control (de un generator.de Hall)

hamp magneétique

[t through a Hall plate which generates the.Hall voltage by interaction with a m4

Ml B R R A AR )

uerstrom (eines Hallgenerators), m

action

gnetic

ement

quotient of the Hall voltage by the magnetic flux density in the linear operating range of a Hall

probe
cn F#
de

es
ja
pl
pt
sv

REUE( BIRHELD )

magnetische Empfindlichkeit (einer Hallsonde), f
sensibilidad magnética (de una sonda de Hall)
(F—B# D) BEXRE

czutos¢é magnetyczna (sondy Halla)
sensibilidade magnética (de uma sonda de Hall)
magnetisk kdnslighet
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521-09-13

sensibilité au courant de commande (d'une sonde de Hall), f

quotient de la tension de Hall par le courant de commande, dans la zone de fonctionnement

linéaire d'une sonde de Hall

control current sensitivity (of a Hall probe)

quotient of the Hall voltage by the control current in the linear operating range of a Hall

on IR W RBEC BRAKN D
de Steuerstromempfindlichkeit (einer Hallsonde), f
es sensibilidad a la corriente de control (de una sonda de Hall)

probe

ja (A—NREBRO) HEABRKE

pl cZutos¢ pradowa (sondy Halla)

pt sgnsibilidade a corrente de comando (de uma sonda de Hall)
sv stlyrstromskanslighet

tensioh de Hall due a un champ magnétique variant avec le téemps lorsque le cour
commande est nul

residyal voltage for zero current control (of a Hall-effect probe)

voltage which exists at the Hall terminals when a time\.varying magnetic field is prese
the coptrol current zero

cn EEHERBABREC ERELN )

de Reéstspannung bei Steuerstrom null (einer Hallsonde), f

es tension residual para una corriente de cantrol nula (de un dispositivo de efecto Hall)
ja (@—nAZRESD) BuBREBOKREEE

pl n3piecie szczatkowe przy pradzie sterujagcym zerowym (sondy Halla)

pt tensao residual para uma corrente-de comando nula (de um dispositivo de efeito Hall)
sv restspanning for nollstyrstrom

521-09-15

tensign résiduelle pour.un champ magnétique nul (d'un dispositif a effet Hall), f
tensioh de Hall existant lorsqu'un courant de commande circule mais que le champ n
tique gppliqué estwnul

residyal voltage for zero magnetic field (of a Hall-effect device)

voltage which exists at the Hall terminals when control current flows under the condit

ant de

nt and

hagneé-

ons of

no applied”’magnetic field

cn FHMBHFARBEC ERELN D

de Restspannung bei Magnetfeld null (eines Halleffekt-Bauelements), f

es tension residual para un campo magnético nulo (de un dispositivo de efecto Hall)
ja (F—ABRTNALRAD) EulBoREEE

pl napiecie szczatkowe przy polu magnetycznym zerowym (hallotronu)

pt tensao residual para um campo magnético nulo (de um dispositivo de efeito Hall)
sv restspanning for nollmagnetfalt
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521-09-16

tension de commande induite (d'un dispositif a effet Hall), f

force électromotrice induite dans la boucle formée par les conducteurs du courant de com-
mande et par le trajet conducteur dans une plaque de Hall, due a une variation de l'induction

magnétique

induced control voltage (of a Hall-effect device)

voltage induced in the loop formed by the control current leads and the current path through a

Hall plate caused by a varying magnetic flux density

K ( E/RA R 2840 )

de induzierte Steuerspannung (eines Halleffekt-Bauelements), f
es tension de control inducida (de un dispositivo de efecto Hall)
ja (—ABBEF AL RD) HEHEEE

pl n3apiecie sterujace indukowane (hallotronu)

pt tensao de comando induzida (de um dispositivo de efeito Hall)
sv inducerad styrspanning

on (e REL 4R 4 o £
de Kennlinie eines Magnetowiderstands, f
es cyrva caracteristica de una magnetorresistencia

SR HE B A M R

pl charakterystyka magnetorezystora

pt cyrva caracteristica magneto-resistiva
sv. mpgnetoresistiv R/B-kurva

521-09-18
coefficient de magnétorésistance, m

pour une induction-magnétique spécifiée, quotient du taux de variation de la résistancg
magndgtorésistance avec l'induction magnétique par la résistance

magnetoresjstive coefficient

at a specified magnetic flux density, quotient of the variation of the resistance with m4

induction of a magnetoresistor by the resistance at that specified magnetic flux density

cn EEHLPFHR I

de Widerstandskoeffizient eines Magnetowiderstands, m
es coeficiente de magnetorresistencia

ja BEKEHREK

pl  wspotczynnik magnetorezystanciji

pt coeficiente de magneto-resisténcia

sv. magnetoresistiv koefficient

d'une

gnetic
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521-09-19

rapport de magnétorésistance, m

rapport de la résistance d'une magnétorésistance correspondant a une induction magnétique
spécifiée, a la résistance correspondant a une induction magnétique nulle

magnetoresistive ratio

ratio of the resistance of a magnetoresistor at a specified magnetic flux density to the
resistance at zero magnetic flux density

cn
de
es
ja
pl
pt
SV

521-

3
w
re

w
re
m

0

B BH G

iderstandsverhaltnis eines Magnetowiderstands. n

acion de magnetorresistencia
RIEHLLE

kaznik rezystancji magnetorezystora
acao de magneto-resisténcia
gnetoresistiv kvot

-20

sensibilité de magnétorésistance, f

taux de variation de la résistance d'une magnétorésistance avetc I'induction magnétiqu
une in

duction magnétique spécifiée

magnetoresistive sensitivity

change of the resistance of a magnetoresister with magnetic flux density at a sp
tic flux density

R BHL R R

pfindlichkeit eines Magnetowiderstands; f

sdnsibilidad de magnetorresistencia

SR TR B

cZutosc¢ rezystancyjna magnetorezystora
sdnsibilidade de magneto-resisténcia

rate of
magne
cn W
de E
es
ja
pl
pt
sV . m
521-

gnetoresistiv kdnslighet

Section“521-10 — Termes particuliers aux circuits intégrés

Section 521-10 — Specific terms for integrated circuits

11—01

microglectronique, f

e pour

ecified

domaine de la science et de l'ingénierie qui traite des circuits électroniques fortement
miniaturisés et de leur utilisation

microelectronics

field of science and engineering that deals with highly miniaturized electronic circuits and their

use

cn
de
es
ja
pl
pt
sv

(8

3

Mikroelektronik, f
microelectrénica

-

AZuxl 7 bhp=r2R

mikroelektronika
microelectronica
mikroelektronik
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521-10-02

microstructure, f

dispositif électronique qui a une forte densité d'éléments de circuit et qui est considéré
comme une seule unité

microcircuit

electronic device that has a high circuit-element density and that is considered to be a single

unit

cn
de
es
ja
pl
pt
SV

521-10-03

(8

M
m
&
m
m
m

circui

micros
de fagq
comm

integr

microd
electri
structi

cn
de

521-
micro

microg
séparé

b indivisible pour la construction et le commerce

ated circuit

cally interconnected so that it is considered to be indivisible for the purpose d
bn and commerce

ci

micro

1(L-04
ssemblage; m

HL %

kroschaltung. f

crocircuito
/N [ B
krouktad
crocircuito
krokrets

intégré, m
tructure dans laquelle tous les éléments de circuit ou ceftains d'entre eux sont as
on inséparable et interconnectés électriquement de fagon qu’elle soit cong

ircuit in which all or some of the circuit.elements are inseparably associatg

ik L B

egrierte Schaltung, f

cuito integrado
egrerad krets

tructurereonstituée de divers composants construits séparément et que I'on peut
ment avant de les rassembler et de les encapsuler

sociés
idérée

d and
f con-

tester

BsSembly

microstructure consisting of various components which are constructed separately and can be
tested separately before being assembled and sealed

cn
de
es
ja
pl
pt
SV

iR
zusammengesetzte Mikroschaltung, f
microconjunto

-

A 777

mikrozespot
micromontagem; microconjunto
komponentblock
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521-10-05
circuit intégré a semiconducteurs, m

dispositif a semiconducteurs congu comme un circuit intégré

semiconductor integrated circuit

semiconductor device designed as an integrated circuit

cn 5k 5 R B
de integrierte Halbleiterschaltung, f
es circuito integrado semiconductor

ja  FEKEMEIR ; FERKIC

pt cifcuito integrado semicondutor

pl uTad scalony potprzewodnikowy
sv in

egrerad halviledarkrets

521-10-06
circuit intégré a couches, m

circuit|intégré dont les éléments de circuit, y compris les interconngxions, sont des él§
a coudhes formés a la surface d'un substrat isolant

NOTE ¢ Les éléments a couches peuvent étre actifs ou passifs.

film integrated circuit

integrated circuit whose circuit elements, including<the” interconnections, are film elg
formed on the surface of an insulating substrate

NOTE { The film elements may be active or passive,

cn  JE)EE B B

de integrierte Schichtschaltung, f

es cifcuito integrado de pelicula
ja B
pl ukitad scalony warstwowy

pt cifcuito integrado em peliculas
sv integrerad filmkrets

521-1:1-07
couchle (d'un circuit.intégré a couches), f

couch¢ de matériau solide formée par tout procédé de dépdt sur un substrat ou sur d
couchgs dépaesées sur un substrat

film (df afilm integrated circuit)

ments

ments

autres

layer of solid material formed by any deposition process upon a subsirate or upon other films

deposited on a substrate

cn  JBEC JBEAE A AT O

de Schicht (einer integrierten Schichtschaltung), f
es pelicula (de un circuito integrado de pelicula)
ja (REMERD) K

pl warstwa (uktadu scalonego warstwowego)

pt pelicula (de um circuito integrado em peliculas)
sv  film
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521-10-08
couche mince (d'un circuit intégré a couches), f

couche générée par un procedé d'accrétion tel que le dépbt en phase vapeur ou la pulvéri-
sation sous vide

thin film (of a film integrated circuit)

film produced by an accretion process such as vapour phase deposition or vacuum sputtering

cn TR C OB AUH B D

de Diinnschicht (einer integrierten Schichtschaltung), f
es pelicula delgada (de un circuito integrado de pelicula)
ja (BFEBERD) EiE

pl warstwa cienka (uktadu scalonego warstwowego)

pt pelicula fina (de um circuito integrado em peliculas)
sv  tupnfilm

521-1J-09
couchle épaisse (d'un circuit intégré a couches), f

couchg générée par un procédé d'impression ou d'autres techniqUes similaires

thick film (of a film integrated circuit)

film prpduced by a printing process or other related technigues

cn B C BEEBOR IR )

de Dickschicht (einer integrierten Schichtschaltung), f

es pelicula gruesa (de un circuito integrado de pelicula)

ja (HEMEKO) EE

pl warstwa gruba (uktadu scalonego warstwowego)

pt pelicula espessa (de um circuito integrad@‘em peliculas)
sv tjockfilm

521-10-10
circuit intégré multipuce, m

circuit|intégré a semiconducteurs contenant au moins deux puces

multi-chip integrated_circuit

semiconductor integrated circuit containing two or more chips

cn &R % S

de integrierte Mehrchipschaltung, f
es cifeuito integrado multichip
ja =

pl uktad scalony wielostrukturowy
pt circuito integrado multichipe
sv  multikrets
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521-10-11
état de verrouillage, m

état réversible caractérisé par un chemin conducteur persistant de faible impédance,
et résultant du déclenchement d'une structure bipolaire a quatre couches consécutif au
courant résultant d'une surtension a l'entrée, a la sortie ou sur I'alimentation

latch-up state

reversible state in which a low-impedance path has resulted from and persists following
the current resulting from an input, output or supply overvoltage that triggers a parasitic four-
layer bipolar structure

cn  HiES

de Einrastzustand, m; Latch-up-Zustand, m
es edtado de bloqueo

ja JlyFT v TRE

pl stpn zatrzasniecia

pt edtado trancado

sv lagningslage

Section 521-11 — Termes particuliers aux circuits intégrés numériques

Section 521-11 — Specific terms for digital integrated circuits

521-11-01
réseay logique programmable, m

circuit| intégré formé d'éléments fonctionnels.dogiques préfabriqués et d'éléments d'inter-
connekion programmables par ['utilisateur

programmable logic device
PLD (g@bbreviation)

integrated circuit that consists pfilogic elements with an interconnection pattern, parts of
which fare user programmable

cn TWwBEHEMSF; PLDOEi S )

de programmierbare Logik-Schaltung, f

es red légica programable
ja nrsw7raPy s FoNL R
pl pneyrzad logiczny programowalny; PLD (akronim)

pt dippositivo-légico programavel
sv programmerbar logikkrets

521-11

matrice logique programmable, f

02
U

réseau logique programmable dont les éléments fonctionnels sont principalement des réseaux
de portes ET et des réseaux de portes OU

programmable logic array

programmable logic device in which the logic elements consist mainly of arrays of AND gates
and arrays of OR gates

cn  HmIRBHEIET

de programmierbare Logik-Anordnung, f; PLA (Abkiirzung)
es matriz légica programable

ja FurZS<7rudys7 LA ;PLA

pl matryca logiczna programowalna

pt matriz I6gica programavel

sv programmerbar logikmatris
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521-11-03

matrice prédiffusée programmable, f

réseau logique programmable dont les éléments fonctionnels comprennent des interrupteurs

et des

éléments de mémoire qui se comportent comme des groupes de portes

programmable gate array

programmable logic device in which the logic elements include switches and memory
elements that behave as groups of gates

ARSI

de programmierbares Gatterfeld. n

cn H
es m
ja

pl u
pt m
sV p
521-11

triz de puerta programable

nryse7 A —rT LA

tad matrycowy programowalny; matryca bramek programowalna
triz pré-difundida programavel

ogrammerbar grindmatris

-04

cellul¢-mémoire, f

ut étre

ement

plus petite subdivision d'une mémoire dans laquelle un élément.de données a été ou pe
introdyit, dans laquelle il est ou peut étre conservé, et de laquelle il peut étre extrait
memofry cell

memofry element

smallgst subdivision of a memory into which acunit of data has been or can be entered,
in whig¢h it is or can be stored, and from which it.can be retrieved

cn  fHfE# T

de Speicherelement, n

es cdlula de memoria

ja AEVEN; AEVERF

pl kgmoérka pamieci; element pamieci

pt cdlula de memoéria

sv.  mjnnescell

521-11-05

mémojire a circuit intégré, f

circuit|intégré econstitué par un assemblage de cellules-mémoire et comprenant généra
des cifcuits associés : sélecteur d'adresse, amplificateurs, etc.

integr

pted circuit memory

integrated circuit consisting of memory cells and usually including associated circuits such as
those for address selection, amplifiers, etc.

cn #

Jk R B A7 i 2%

de integrierte Speicherschaltung, f
es memoria de circuito integrado

ja £

FEEKAEY ;ICAEY

pl pamie¢ pétprzewodnikowa scalona; uktad pamieci(owy) scalony
pt memoria de circuito integrado
sv  halvledarminne
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521-11-06

mémoire morte, f

mémoire dont le contenu est destiné a étre lu seulement et non a étre modifié en fonction-
nement normal

read-only memory

ROM (abbreviation)

memory in which the contents are intended to be read only and not to be altered during
normal operation

: ( Y E Al )

stwertspeicher, m; Festspeicher, m; ROM (Abkulrzung)
es mpmoria de sélo lectura

FHAHLERAAEY ; ROM

pl pamieé stata; ROM (akronim)

pt mpmoéria de leitura; ROM (abreviatura)

isminne

()
3
!

521-11-07
mémoljire vive, f

mémo|re dont le contenu est destiné a étre lu et modifié en fénctionnement normal

read/write memory

memofy in which the contents are intended to be“both read and altered during pormal
operation

cn  iHE 7%

de Sc¢hreib-Lese-Speicher, m

es mpmoria de lectural/escritura
ja U—F/F4 2AE)Y

pl p3amie¢ o zmiennej zawartosci
pt mpmoria de leitura e escrita
sv lag- och skrivminne

521-11-08
mémoljire a acceés direct; f

mémo|re qui perntet'd'accéder a n'importe quel emplacement adressable quel que soit|l'ordre
désiré
NOTE {+ Usuellement, ce terme est appliqué a une mémoire vive mais pourrait aussi s'appliquef a une
mémoife morte.

random-access memory
RAM (abbreviation)

memory that permits access to any of its address locations in any desired sequence

NOTE - By common usage, this term usually denotes a "read/write" memory; but it could also apply to
a "read-only" memory.

cn ML ES s RAMC 45 )

de Speicher mit wahlfreiem Zugriff, m; RAM (Abklrzung)

es memoria de acceso directo

ja BERET 7 XHE[EEMR AT Y ; RAM

pl pamigé o dostepie swobodnym; pamigeé¢ o dostepie bezposrednim; RAM (akronim)
pt memodria de acesso directo; RAM (abreviatura)

sv RAM-minne; direktminne
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521-11-09

mémoire vive statique, f

mémoire dans laquelle les données sont conservées en l'absence de sighaux de commande

static (read/write) memory

memory in which the data content is retained in the absence of control signals

cn EBASGER)FHE

de statischer Schreib-Lese-Speicher, m; statischer Speicher, m
es memoria de lectura/escritura estatica

ja RET A4V IV—F/ FAMAEY ; RET 49T AEY

pl pamiec statyczna (o zmiennej zawartosci)

pt m%méria estatica de leitura e escrita

sv stptiskt minne

521-11-10

mémojire vive dynamique, f

mémo|re vive dont les cellules exigent I'application répétitive de sighaux de commande, afin

de corjserver les données

dynamic (read/write) memory

memofy in which the cells require the repetitive application of control signals in order tq retain

the daja stored

cn WA GET) 7SR

de dynamischer Schreib-Lese-Speicher, m; dynamischer Speicher, m
es mpemoria de lectura/escritura dinamica

ja AU FIvIV—F/"TFA P AFY ; FATFTIv I AEY

pl pamie¢ dynamiczna (o zmiennej zawartosci)

pt mpmoria dindmica de leitura e escrita

sv dynamiskt minne

521-11-11

mémoljire volatile, f

mémojre dans laquelle'les données stockées sont perdues lorsque les tensions d'alimeptation

ne lui ont plus appliquées

volatile memory

memofy in which the data content is lost when power is no longer supplied to it

cn
de
es
ja
pl
pt
sV

G{RIEFE G 38

fluchtiger Speicher, m

memoria volatil

BERMEAETY

pamie¢ ulotna; pamieé nietrwata
memoéria volatil

flyktigt minne
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521-11-12

mémoire a acceés séquentiel, f

mémoire dans laquelle les zones de stockage ne peuvent étre atteintes que dans un ordre
prédéterminé

serial

memo

cn &

access memory

ry in which storage zones can only be accessed in a predetermined sequence

177 BUAF i 3%

de Speicher mit seriellem Zugriff, m
es memoria de acceso secuencial
ja NITATIERAEY

pl pamiec¢ o dostepie szeregowym
pt mpmoria de acesso sequencial

SV S

521-11
mém

mém

mémo
dance
conte
assoc

memo

riellt minne

-13

ire adressable par le contenu, f
ire associative, f

re qui délivre I'ensemble des données d’'une zone de stoctkage lorsqu'il y a corr
entre une partie de ces données et les données présent€es a I'entrée de la mém
nt addressable memory

ative memory

'y that responds with all the data in a storage zone if a portion of that data m
fa input of the memory

the da
cn %
de in

A5 B 7748 2%+ RERAE bl 38

altsadressierbarer Speicher, m; Assoziativspeicher, m; CAM (Abklrzung)

es mpmoria direccionable por el contenido; memoria asociativa
ja HBEAEY , TIVZAT 4T AEY

pl pamiec¢ skojarzeniowa

pt mpmoria enderecgavel pelo conteudo; memoria associativa

sv a

521-11

dispo
paque
ou ent

sociativt minne

-14

dispOJitif a transfert de charge, m

itif a semiconducteurs dont le fonctionnement dépend du déplacement effe
s discrets de charges électriques a la surface ou dans le volume du semicond
re |eS jnterconnexions a la surface du semiconducteur

chargt

bspon-
bire

atches

ctif de
icteur,

semiconductor device in which the operation depends on the effective movement of discrete
packets of electric charge along or beneath the semiconductor surface, or through the inter-
connections on the semiconductor surface

cn H

1o ¥ 5 B 1F

de Ladungsverschiebeschaltung, f; CTD (Abkirzung)
es dispositivo de transferencia de carga

ja &

FERET /N A R

pl przyrzad z przenoszeniem tadunku
pt dispositivo de transferéncia de carga
sv laddningsoverforande krets
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521-11-15
dispositif en chapelet, m

dispositif a transfert de charge qui emmagasine des charges électriques dans des régions
discrétes d'un semiconducteur et qui les transfére comme des paquets par l'intermédiaire
d'une série de dispositifs de commutation qui interconnectent ces régions

bucket-brigade device

charge-transfer device that stores electric charge in discrete regions in a semiconductor and
transfers this charge as a packet through a series of switching devices that interconnect these
regions

ispositivo em colar
sv pgketoverforande krets

521-11-16
dispOJitif a couplage de charge, m

dispoditif a transfert de charge qui stocke des charges électriques dans des puits de pqtentiel
et transfére la quasi-totalité de ces charges électriques'comme des paquets par déplagement
des pdits de potentiel

charge-coupled device
CCD (pbbreviation)

charge-transfer device that stores electric_charge in potential wells and transfers this electric
charge almost completely as a packet bymoving the potential wells

cn HFFME M CCD( 45 )

de lapgungsgekoppelte Schaltung)f;. CCD (Abklirzung)

es digppositivo de acoplamiento-de carga

ja E#AT AR ; CCD

pl pnzyrzad ze sprzezeniem tadunkowym; CCD (akronim)
pt dispositivo de acoplamento de carga; CCD (abreviatura)
sv lagdningskopplad krets; CCD

harges
jue de

charge-transfer image sensor

charge-transfer device in which an image is converted into packets of electric charge that can
be transferred as the electrical representation of the image

cn HBMEHRBEGIERE

de Ladungsverschiebe-Bildabtaster, m

es sensor de imagen de transferencia de carga
ja BREXRAA-—VEUY

pl analizator obrazu z przenoszeniem tadunku
pt sensor de imagem por transferéncia de carga
sv laddningséverférande bildsensor
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521-11-18

circuit intégré spécifique, m

circuit

applic

intégré congu pour des applications spécifiques

ation specific integrated circuit

ASIC (abbreviation)

integrated circuit designed for specific applications

ch %

A& BE; ASIC( 4551 )

de ASIC-Schaltung, f; ASIC (Abklrzung)
es circuito integrado de aplicacion especifica

ja

pl u
pt ci
sv  af

521-11
circui
circuit
peut (
destin
semic
integra
in an g

cn 3

de infegrierte Kundenschaltung mit Standardelementen, f

es ci
ja E
pt ci
sV u

521-11
circui

circuit
des m
réalise

pl ul;ad scalony projektowany z udziatem uzytkownika

TEF@ A IFIC ; ASIC

tad scalony specjalizowany; ukiad scalony na zamoéwienie; ASIC (akronim)
rcuito integrado de aplicagao especifica; ASIC (abreviatura)
plikationsspecifik krets; ASIC

-19

intégré semi-personnalisé, m

intégré composé de circuits, cellules et macrocellules con¢us préalablement et g
tiliser dans un procédé automatisé d'implantation de.puces pour réaliser un
B a une application spécifique

ustom integrated circuit

ted circuit consisting of pre-designed circuits, ‘cells and macro cells that can b
utomated chip-layout process to produce a.cifcuit for a specific application

E il 5 A FEL B

Fcuito integrado semipersonalizado
IAWRFZ ALIC

cuito integrado semipersonalizado
angsamne for ASIC

-20
intégré prédiffusé, m

intégré contenant un assemblage déterminé d'éléments de circuit utilisés pour
acrocellules™ et des macrofonctions qui sont, ou peuvent étre, interconnecté
r une_fanction logique

gate e1rray

e I'on
circuit

b used

former
5 pour

integrated circuit containing a fixed topology of circuit elements used to form macro cells and

macro

cn 17

functions that are or may be, interconnected to implement a logic function

51

de Gatterfeld, n
es matriz de puerta

ja ¥

—FT LA

pl uktad matrycowy; matryca bramek
pt circuito integrado pré-difundido
sv grindmatris
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521-11-21

cellule (dans un semiconducteur), f

assemblage préalablement congu d'éléments de circuit dont le schéma et les bornes
d'interconnexion sont prévus pour réaliser une fonction dans un circuit intégré

cell (in a semiconductor)

predesigned combination of circuit elements with specific layout and interconnection terminals
that implements a function in an integrated circuit

cn  BIp (CESE)

de Zelle (in einem Halbleiter), f

es cdlula

ja Epv

pl kgmorka (uktadu scalonego)
pt cdlula

sv funktionscell

521-11-22
macrdcellule, f

ensenible de cellules interconnectées de maniéere spécifique

macrd cell

collecfion of cells with specific interconnections

cn ¥

de Makrozelle, f

es mpcrocélula

ja =7z uak&n

pl mpkrokomoérka

pt mpcrocélula macrocélula
sv  mpkrocell
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accumuilation i ’
accurhulation de porteurs de charge Eange g (?nerg!e (1), foo e it 5p1-02-25
(dans un semiconducteur), f ............. 521-02-62 ande d'énergie
. (dans un semiconducteur) (2), f........ 5p1-02-26
activatjon bande d'excitation, f 5p1-02-28
énerg[; d'activation des impuretés, f... 521-02-05 bande d,.eXCI a |to’n,f """"""""""""""" 5;1-02-37
ande d'impureté, f.........coeeiiieinens D1-02-
a‘i::fnsc i'r"e'ea dressable bar e contenu. f. 5211113 bande interdite . ............oooovvvvcccrr 5p1-02-30
. P T bande partiellement occupée, f............ 5p1-02-27
aff'f‘]jhs r oélectron 521.04.35 bande PETISE, f..........ccrrrerreeeerreren 5p1-02-29
atlichpur OpTociecironique, M ... el band&DIEINe, f.......rveeeeeeeeeeeeeeerereenn, 5p1-02-32
alliage _ bande de surface, f.............ccoovvvveennee. 5p1-02-34
JonCt', n par allllage, Frovriiirrnsn 521-02-75 bande de valence, f..........c.ccccoeennnne 5p1-02-23
procéflé par alliage, M ................. 521-03-07 baANde Ve, f....oeeereeeeeeeeeeceeesseeseeee 5p1-02-33
amorgag::, barriére
courapt d'amorgage " : b1-09-
par |a gachette, m..........ccccoeeennen. 521-08-14 barr!?re de potent!el (1) P 5p1-02-69
courat de non-amorcage barriére de potentiel
- , - X b1-09.
par |a gachette, m............ccccoooonne. 521-08-17 baffrilér:s ijoengi?'.r;;kN) f(2), Frovnssns :;1 8; ;?
tensign d’amorgage par la gachette, f.. , 521-08-15 Yolrorsrsmmmnissssss i
tensign de non-amorgage base
par [a gachette, f......cocooovveeee s 521-08-16 Ease, ff ................................. :3:}-8;-?2
ase commune, f.....cocociiiiiiiiienes D1-07-
angle g
anglelde Hall, M.........coovv s S, 521-09-03 base commune inverse, f................. 5p1-07-16
anode bidirectionnel
caracléristique d’anode, f_................... 521-08-06 thyristor diode bidirectionnel, m........... 5p1-04-66
caracféristique (coUrant-tension) thyristor triode bidirectionnel, m........... 5pP1-04-67
d'arfode-cath@de > f......ooveveeveeeeenn. 521-08-06 transistor bidirectionnel, m................... 5pP1-04-49
apparente bipolaire
résistInce apparente directe, f ............ 521-06-05 transistor bipolaire a jonctions, m........ 5p1-04-47
résist@nce’apparente bloc
alétat passant, f..........ccccooeiiiis 521-08-13 bloc de redressement
appauvrissement (a semiconducteurs), m .................... 521-04-21
couche d’appauvrissement blocable
(d’un semiconducteur), f................... 521-02-82 thyristor blocable, M .............c.cccevene... 521-04-68
fonf:tionnement en mode blocage
d aPpaulessement, Mo, 521-07-10 tension de blocage (d'un transistor &
transistor a effet de champ effet de champ a déplétion), f ........... 521-07-23
a appauvrissement, M....................... 521-04-58
. Bloch
associative bande de BIOCH, f........c.ccocorrveerrenn. 521-02-25
mémoire associative, f.............ccccuee... 521-11-13 bloqué
asymétrique état blogueé, M.........coooovvveerrreee 521-08-08
thyristor asymétrique, m .........cccceeeeeee. 521-04-71 état bloqué en inverse
(d’un thyristor bloqué en inverse), m. 521-08-09
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thyristor diode bloqué en inverse, m.... 521-04-62 centre
thyristor triode bloqué en inverse, m.... 521-04-63 centre de recombinaison, m ................ 521-02-64
vitesse critique de croissance champ
de la tension a I'état bloqué, f............ 521-08-18 champ électrique interne, m ................ 521-02-81
Bohr champ induit
atome de Bohr, m ... 521-01-06 (d'un générateur de Hall), m ............. 521-09-10
boitier tension résiduelle
DOTHET, M..veieiieciercc e 521-05-31 pour un champ magnétique nul
(d'un dispositif a effet Hall), f............. 521-09-15
Boltzmann transistor a effet de ch 521-04-52
loi de distribution des vitesses ransistor a efiet de champ, m............. el
de Maxwell-Boltzmann, f.................. 521-01-05 transistor a effet de champ
relation-de-Boltzrmann—t 524-04-04 a appauvrissement, m ..........c........... 521-04-58
. T transistor & effet de champ
statisque de Maxwell-Boltzmann, f.....  521-01-03 acanal N, Moo 5P1-04-56
borne transistor a effet de champ
bornej (d'un dispositif acanal P, M. B 5p1-04-57
a sgmiconducteurs), f.........ccoceeennnee. 521-05-02 transistor & effet de champ
borne|de commande & déplétion, M ............cmete e 5p1-04-58
(d'u 1ger:erateur de Hall), f.............. 521-09-07 transistor a effet de champ
borne|maitresse, f..........cccoeriiiininnnn 521-08-03 a enrichissement, M ...vveveeeeeee.. 5pP1-04-59
bornep Hall, f, pl........c.ccoooi 521-09-06 transistor a effet de’champ
boucle agrilleisolé, M.p.ccciieeiiieiiiiieee. 5p1-04-54
surfade effective d'inductance de la transistor a effet de champ a jonction
bougle du courant de commande, f... 521-09-09 de grillesmM oo 5p1-04-53
surfage effective d'induction transistor a effet de champ
de la boucle de sortie, f.........couuueneeen. 521-09-08 metal-oxyde-semiconducteurs, m..... 5p1-04-55
transistor a effet de champ
C métal-semiconducteur, m.................. 5p1-04-60
canal chapelet
canal|(d'un transistor a effet dispositif en chapelet, m..................... 5p1-11-15
de dhamp), M...ccoooviiiiiieeeee e, 521-07-06 charge
transigtor a effet de champ accumulation de porteurs de charge
acgnal N, mo..ooiii, 521-04-56 (dans un semiconducteur), f............. 5p1-02-62
transistor a effet de champ capteur d'image a transfert
acdnal P, m..oooooeeea 521-04-57 de charge, M......cccooveiiiiieecciecc 5p1-11-17
capacité charge récupérée
capadité thermique, f ................c..... 521-05-16 (d'une diode ou d'un thyristor), f ....... 5p1-05-18
diodela capacité variable, f.sh ... 521-04-07 dispositif a couplage de charge, m...... 5p1-11-16
capteuf dispositif a transfert de charge, m........ 5pP1-11-14
capte(ir d'image a transfert porteur (de charge)
de dharge, m.... S 521-11-17 (dans un semiconducteur), m ........... 5p1-02-51
caractdristique région de charge d’espace, f............... 5p1-02-79
4t . na. région de charge spatiale
carac|eristique-danode, f.................. 521-08-06 (d’une jonction PNY, .....o.ooovvveorn. 5p1-02-80
caracféristique (courant-tension) L
d’arjodé-cathode, f.......cccceeeveuuerennnnnn. 521-08-06 circuit
. . Ly I~ly)
CaraCterlSthue (courant_tens|0n) CITUUTL TUUTVAITTIL TTT . e 0_1'05'35
principale, f........ccccooveeeereeeee e 521-08-05 circuit intégré, m ... 521-10-03
courbe caractéristique circuit intégré a couches, m................. 521-10-06
d'une magnétorésistance, f............... 521-09-17 circuit intégré multipuce, m.................. 521-10-10
cathode circuit intégré prédiffusé, m.................. 521-11-20
caractéristique (courant-tension) circuit intégré semi-personnalisé, m.... 521-11-19
d’anode-cathode, f...........cooovvveeeeinn 521-08-06 circuit intégré a semiconducteurs, m... 521-10-05
célibataire circuit intégré spécifique, m ................. 521-11-18
électron célibataire, M...........cccceeevvnneee. 521-01-18 élément de circuit parasite, m.............. 521-05-36
cellule mémoire a circuit intégré, f................. 521-11-05
cellule (dans un semiconducteur), f..... 521-11-21 paramétre de circuit, m........................ 521-05-34
cellule a effet photovoltaique, f............ 521-04-34 rapport de transfert direct du courant
cellule-mémoire, f.........ccoccoovcuerercnnnn, 521-11-04 en petits signaux, avec sortie
cellule photoconductrice, f................... 521-04-33 ©N COUT-GIFCUIT, M w.ovvevvnnimsenirnsniens 521-07-19
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claquage conduction
claquage (d'une jonction PN polarisée bande de conduction, f..........c.c.cceee 521-02-22
en inverse), Mo 521-05-06 conduction par électrons, f................... 521-02-19
claquage par avalanche conduction intrinséque, f...........c.co....... 521-02-20
(d'une jonction PN), m' """"""""""" 521-05-07 conduction ionique, f.........cccceiiieenn. 521-02-21
cl?gﬂﬁgejopnacrt iifr:e; K‘W)ernr?lque ................ 521-05.11 conduction par trou§, O 521-02-18
claquage par effet Zener <’;ourant de conductlf)n, (11 I 521-02-15
(d'une jonction PN), M wovvvvooooooo. 521-05-09 électron de conduction, m.................... 521-02-14
coefficient conducti\./ifcé, o
coefficient de Hall, M ...........oovvvvvvrern. 521-09-02 conductivité intrinseque, f.................... 521-02-48
coefficient de magnétorésistance, m ... 521-09-18 conductivité de type N, f...................... 521-02-49
L conduciivite de type P, ..o 5P1-02-50
collectg¢ur . R
modulation de la conductivité
collecteur, M ... 521-07-05 (d'un semiconducteur), f..............(o) 5b1-02-55
collecteur commun, M........ccocoevvvevnnnenn. 521-07-14 .
collecteur commun inverse, m............. 521-07-17 con.nean . , - 7
jonction collecteur, f........c..cceeveeeeennnns 521-07-02 grille de connexion (d'un botign), f....... 5p1-05-32
constante
c%r:rr::ggecommande constante de diffusion
(d'up générateur de Hall), f ............... 521-09-07 (des porteurs de of1Arge), f.............. 5p1-02-61
courapt de commande contenu
(d'uh générateur de Hall), m ............. 521-09-11 mémoire adressable par le contenu, . 5¢1-11-13
sensibilité au courant de commande Corbino
(d'upe sonde de Hall), f.......c.co.cc....... 521-09-13 disque de-Corbino, m ........cccccvvvernneen. 5p1-04-30
surfade effective d'inductance de la couche
bougle du courant de commande, f... 521-09-09 ceuche (d'un circuit intégreé
tensidn de commande induite a couches), o, 5p1-10-07
(d'un dispositif a effet Hall), f............. 521-09-16 couche d’appauvrissement
tensign résiduelle pour un courant (d’'un semiconducteur), f..........c........ 5p1-02-82
de gommande nul couche de déplétion, f...........ccvvveeee.. 5p1-02-82
(d'un dispositif a effet Hall), f............. 521-09-14 couche épaisse
commyn(e) (d'un circuit intégré a couches), f...... 5p1-10-09
base gommune, f.......cccoooiiiiiiiiie 521-07-13 couche mince (d'un circuit intégré
base ommune inverse, f.................... 551-07-16 acouches), foiiiiiiiee e, 5p1-10-08
colleckeur COMMUN, Mi....voveveeere 0 521-07-14 circuit intégré a couches, m................ 5p1-10-06
collecteur commun inverse, m.....5%... 521-07-17 couplage
émettbur commun, M............ S, 521-07-15 dispositif a couplage de charge, m...... 5p1-11-16
émettpur commun inverse; m-............. 521-07-18 coupure
commutation fréquence de coupure, f....................... 5p1-05-20
diode[de commutation,f ...................... 521-04-13 fréquence de coupure résistive, f......... 5p1-06-04
diode|de commutation courant
hyperfréquence; f...........cooocieenee. 521-04-14 caractéristique (courant-tension)
compefsation d’anode-cathode, f...........occoiiieeen. 5p1-08-06
compgnsation au moyen caractéristique (courant-tension)
d'imparetésf——————— 524-63-66 PRAGIPAIS $21-08-05
compensé courant d’accrochage, m ..................... 521-08-11
semiconducteur compensé, m............. 521-02-11 courant d’amorcage
composé par la gachette, m..........cccooeeeeeee. 521-08-14
semiconducteur composé, m............... 521-02-03 copuarra:;t ggcrrl](;r:t-:mr:rgage 521-08-17
composition courant de commande
composition steechiométrique, f........... 521-02-46 (d'un générateur de Hall), m ............. 521-09-11
concentration courant de conduction, m .................... 521-02-15
zone de transition de la concentration courant hypostatique, m ...................... 521-08-10
des impuretés, f......ccoccveeieiiiiiiinn. 521-02-67 courant de maintien, M ........oooovevenn... 521-08-10
conducteur courant principal, M .......c.ccccoevvvineeen.n. 521-08-02
coNAUCEEUN, M ....uvviieiieeiieciieiiee e 521-02-16

diode régulatrice de courant, f............. 521-04-18
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fréquence du rapport de transfert
unité de courant , f.......coeeeviveriinnnenn.

rapport de transfert direct du courant
en petits signaux, avec sortie
en court-circuit, m
sensibilité au courant de commande
(d'une sonde de Hall), f.....................
surface effective d'inductance de la
boucle du courant de commande, f...
tension résiduelle pour un courant
de commande nul
(d'un dispositif a effet Hall), f.............

valeu

- 130 -

521-07-22

521-07-19

521-09-13

521-09-09

521-09-14

déplétion
couche de déplétion, f...........ccvveeeen.. 521-02-82
fonctionnement en mode
de déplétion, m......ccoovieeiiiiiee. 521-07-10
transistor a effet de champ
adéplétion, m.......cccoeeeeeeeiiiiiiee. 521-04-58
dépot
dépdt en phase vapeur, m................... 521-03-15
descente
retard a la descente, m.........c..c........... 521-05-23

détectrice
; : P1-04-11

diregt du courant, f..........cceeveennrnnn. 521-07-20 diac
vitesse critique de croissance : o
o ouranqt 5 Otat DASSANt f.o. 5210819 diac (abréviation) ..............coooveeveeeiyion) 5p1-04-66
courbe dia.gramme .
S diagramme énergétique, m.¢£...l«4......... 5p1-01-13
courbg caractéristique
d'une magnétorésistance, f............... 521-09-17 différentielle
court-cjrcuit rég_iop de _résista'nce_
rappoft de transfert direct du courant différentielle négative; f.................... 5p1-05-05
en fetits signaux, avec sortie diffusion
en dourt-circuit, m...........................L. 521-07-19 constante de/diffusion
cristal (des porteurs de charge), f................ 5p1-02-61
cristalidéal, M.......ooovvveeeoeeeeecereeerrrn 521-02-45 diffusion (dans un semiconducteur), f..  5p1-02-59
critique jongtion par (:fiffusion, o, 5p1-02-76
) ” . largedr de diffusion
e . S210819 . (OeS porous minorais) ... 10260
vitessk critique de croissance procédé par diffusion, m..................... 5p1-03-08
de Ia tension a I'état bloqué, f........... 521-08-18 diode
croissance diode (a semiconducteurs), f ............... 5p1-04-03
croissance par la méthode diode a capacité variable, f.................. 5p1-04-07
de Gzochralski, f.......ceeerieiiiiiieeeees 521-03-01 diode de commutation, f..................... 5P1-04-13
croissance d’'un monocristal diode de commutation
par fusion de zone, f.........ccoocel 521-03-02 hyperfréquence, f..........occooieiee 5p1-04-14
croissjance par tirage diode détectrice, f.........coooevriiiiiis 5p1-04-11
(d’up monocristal), f............... 5.1 521-03-01 diode électroluminescente, f................ 5p1-04-39
retard a la croissance, m ...... 0. ... 521-05-21 diode infrarouge, f.........ccooevevieeeennn, 5p1-04-40
tempg de croissance, m...ch 521-05-22 diode 1aSer, f....ccorrrrriceeceeen, 5p1-04-37
vitessp critique de croissance diode de limitation hyperfréquence, f... 5P1-04-15
du dourant a I'état passant, f............. 521-08-19 diode mélangeuse, f........cccccvevvennen. 5p1-04-08
vitessp critique def croissance diode modulatrice, f..........ccccccooovrenn.. 5p1-04-10
de la tension & I'etat bloqué, f........... 521-08-18 diode pour multiolication
p p
Czochnalski de fréquence, f.......cocceeevvveeeceecennn, 5p1-04-09
croissance ‘par la méthode diode de redressement
de Qzochralski, f....ooooeviiiiiiinne 521-03-01 (4 semiconducteurs) f 5P1-04-19
diode de redressement a avalanche, f. 521-04-20
D diode régulatrice de courant, f............. 521-04-18
décharge diode régulatrice de tension, f.............. 521-04-17
dispositif sensible aux décharges diode a retour rapide, f 521-04-12
clectrostatiques, M....................coo.... 521-05-27 diode de signal, f ..............oovvvrrrererereee 521-04-04
décroissance diode de tension de référence, f.......... 521-04-16
retard a la décroissance, m ................. 521-05-23 diode tunnel, f........ocoovverveerereernn 521-04-05
temps de décroissance, m.................. 521-05-24 diode unitunnel, f............ccccoovververnennnn. 521-04-06
dégénéré module a diode laser, m ...................... 521-04-38
semiconducteur dégénéré, m .............. 521-02-13 thyristor diode bidirectionnel, m........... 521-04-66
semiconducteur non dégénéré, m ....... 521-02-12 thyristor diode bloqué en inverse, m.... 521-04-62
DEL thyristor diode passant en inverse, m.. 521-04-64
DEL (abréviation)..........ccccceevevreinnneenn. 521-04-39


https://iecnorm.com/api/?name=21de8e0f1e7a28d99bbac0548bded54c

-131- 60050-521 00 CEI:2002
Dirac E
fonction de Fermi-Dirac, f.........c.......... 521-01-16 écart
loi de distribution des vitesses écart énergétique, M.........cccoecvveenneen. 521-02-24
de Fermi-Dirac-Sommerfeld, f........... 521-01-19 effective
statistique de Fermi-Dirac, f................. 521-01-15 surface effective d'inductance de la
direct(e) boucle du courant de commande, f...  521-09-09
mémoire a acces direct, f..................... 521-11-08 surface effective d'induction
rapport de transfert direct du courant de la boucle de sortie, f..................... 521-09-08
en petits signaux, avec sortie effet
en court-Circuit, M .........ccoevvveeeneennnnes 521-07-19 cellule a effet photovoltaique, f............ 521-04-34
résistance apparente directe, f ............ 521-06-05 claquage par effet thermique
sens direct (d'une jonction PN) m 521-05-03 (dune jonction PN) m 521-05-11
tempq de recouvrement direct, m ........ 521-05-25 claquage par effet Zener
valeuf statique du rapport (d'une jonction PN), m .........ccoo..m 5pP1-05-09
de transfert direct du courant, f......... 521-07-20 dispositif a effet Hall, m.................5. L. 5p1-04-24
discret effet Hall, m ... 5p1-09-01
dispositif discret effet magnétorésistant, m...\v.).%.......... 5p1-02-84
(& spmiconducteurs), m .................... 521-04-02 effet photoconductif, m £\ D...oovoveeeee.. 5p1-01-22
dispositif effet photoélectrique, m\y=l...........ccc.... 5p1-01-20
dispogitif en chapelet, m...................... 521-11-15 effet photoélectromagnétique, m ......... 5p1-01-23
dispositif & couplage de charge, m ...... 521-11-16 effet photovoltaique, m...........c.cccee. 5p1-01-21
dispositif discret effet piézorésiStant, m ...........cc..ccoce..... 5p1-02-85
(& semiconducteurs), M .................... 521-04-02 effet tenserésistant, m ...........c...ccco...... 5p1-02-85
dispogsitif a effet Hall, m....................... 521-04-24 effet tGnnel
dispogitif optoélectronique, m .............. 521-04-31 (dans une jonction PN), m ................ 5p1-02-83
dispogsitif photosensible magnétometre a effet Hall, m .............. 5p1-04-28
(& spmiconducteurs), M .................... 521-04-41 modulateur & effet Hall, m................... 5p1-04-25
dispogsitif a semiconducteurs, m........... 521-04-01 transistor & effet de champ, m ............ 5pP1-04-52
dispositif ser)sible aux décharges transistor & effet de champ
élegtrostatiques, m.........c..ccoeiiiee. 521-05-27 a appauvrissement, M ........cocco....... 5p1-04-58
dispogsitif a transfert de charge, m........ 521-11=14 transistor a effet de champ
disque acanal N, M., 5p1-04-56
disqué de Corbino, m.........cccceeeevennnns 521-04-30 transistor a effet de champ
distribdtion acanal P, M. 5p1-04-57
loi de [distribution des vitesses transistor a effet de champ
de Hermi-Dirac-Sommerfeld, f....".... 521-01-19 adéplétion, m......ccooeeeiiiiii. 5p1-04-58
loi de[distribution des vitesses transistor & effet de champ
de Maxwell-Boltzmann, f..) oo 521-01-05 a enrichissement, M.........ccceeeevunnnne. 5p1-04-59
transistor a effet de champ
donneyr & grille ISOI&, M vv.veoeeeeeeeeeeeeeeee. 5p1-04-54
donngur, M ........ e 521-02-38 transistor & effet de champ & jonction
énergle d'ionisation d'un donneur, f..... 521-02-43 de grille, M ...oovooeeeeeeeeeee 5p1-04-53
niveayl donneur, M..........ccoccevveiieennenns 521-02-40 transistor a effet de champ
dopag métal-oxyde-semiconducteurs, m..... 5p1-04-55
dopa{e (d’un semiconducteur), m ....... 521-03-05 transistor a effet de champ
drain métal-semiconducteur, m.................. 521-04-60
drain (d’un transistor a effet électrique
de champ), M.....ccoooiiiiiieeeee e 521-07-08 champ électrique interne, m ................ 521-02-81
durée électrode
durée de vie dans le matériau électrode (d’un dispositif
(des porteurs minoritaires), f............. 521-02-57 a semiconducteurs), f..........c.ccocceene 521-05-01
dynamique électroluminescente
mémoire vive dynamique, f.................. 521-11-10 diode électroluminescente, f................ 521-04-39
électron
électron célibataire, m ......................... 521-01-18
électron de conduction, m.................... 521-02-14
conduction par électrons, f................... 521-02-19
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électrostatique exclusion
dispositif sensible aux décharges principe d'exclusion de Pauli-Fermi, m  521-01-14
électrostatiques, M............ccceeennineeen. 521-05-27 extrinséque
élément semiconducteur extrinséque, m........... 521-02-08
élément de circuit parasite, m.............. 521-05-36
élémentaire F
semiconducteur élémentaire, m........... 521-02-02 Fermi
émetteur fonction de Fermi-Dirac, f .................... 521-01-16
émetteur, M .....cccceeeeeeiieee e 521-07-04 loi de distribution des vitesses
émetteur CommuN, M...ocvveeeeeeveeeeeeenne 521-07-15 de Fermi-Dirac-Sommerfeld, f........... 521-01-19
émetteur commun inverse, m .............. 521-07-18 niveau de Fermi, M......ccoeeeeeeeeeeeennnnn. 521-01-17
jonctipi emettedr, 1. 52T-07-01 principe d'exciuston de Pautt-Fermt, mm_521-01-14
énergétique statistique de Fermi, f.....................& 5p1-01-15
diagrg mme énergétique’ Mo, 521-01-13 Statistique de Fermi-DiraC, | P 5p1-01-15
écart nergétique, M........cccceveeeeeeennns 521-02-24 flottante
énergie tension flottante, f...............dec it 5p1-05-17
bandg d'énergie (1), f....ccccceeriiiinieen. 521-02-25 fonction
bandg d'énergie fonction de Fermi-Dirag,fl................... 5p1-01-16
(danjs un semiconducteur) (2), f........ 521-02-26 fonctionnement
énergje d'activation des impuretés, f... 521-02-05 fonctionnementen mode
énergje d'ionisation d'un accepteur, f... 521-02-44 d'appauvrissement, m....................... 5p1-07-10
énergje d'ionisation d'un donneur, f..... 521-02-43 fonctionnement en mode
niveal d'énergie, M ........ccoeveevnnnnn.. 521-01-12 de dépletion, m ..., 5p1-07-10
i fongtiohnement en mode
enrichissement
fonctibnnement en mode d'enrichissement, M.l 5p1-07-11
d’erfrichissement, M..........c.c.ccoco....... 521-07-11 sens inverse de fonctionnement, m..... 5p1-07-12
transigtor a effet de champ fréquence
a erfrichissement, m......................... 521-04-59 diode pour multiplication
épaiss de fréquence, f.......ccooiiiiiiiii 5p1-04-09
couche épaisse (d'un circuit intégré fréquence de coupure, f...........cceenns 5p1-05-20
acduches), fu..cooeeeeeieeeeeeeeee 521-10-09 fréquence de coupure reésistive, f......... 5p1-06-04
épitaxi fréquence du rapport de transfert
e LI FT T, 521-03-12 unité de courant , f..............cooovne 5p1-07-22
équivalent(e) fréquence de transition , f.................... 5p1-07-21
. " b1-07-
circuif équivalent, m..................... 7o 521-05-35 fr.equence U, Fuovnnnecns 5p1-07-22
tempdrature équivalente interne fusion ’ _
(d’up dispositif & semicofduicteurs), f  521-05-14 croissance d’'un monocristal
tempdrature virtuelle (é§uivalente) par fusion de zone, f.......cccceeeeeenne. 5pP1-03-02
de jpnction, f.......c Wi, 521-05-15
espace] G
région) de charge-d’espace, f ............... 521-02-79 gachette
état courant d’'amorcage
état blodu®; m 521-08-08 par la gachette, m.........ccccoceeieene 5p1-08-14
P oque,en mverse .......................... courant de non-amarcage
(d’un thyristor bloqué en inverse), m. 521-08-09 par la gachette, m...............co 521-08-17
&tat pasSaNt, M ... 521-08-07 gachette, fA ............... 521-08-01
état de verrouillage, m 521-10-11 tension d’amorgage par la gachette, f.. 521-08-15
tat 1 D tension de non-amorcage
résistance apparente A
2 Petat pa Szzm, e 521.08.13 par [a GAChEHe, fr....voovvverreeeerereen, 521-08-16
vitesse critique de croissance générateur
du courant a I'état passant, fo . 521-08-19 generateur de HaII, Mo 521-04-26
vitesse critique de croissance grille
de la tension a I'état bloqué, f ........... 521-08-18 grille (d’un transistor
exces a effet de champ), f......cccccoviiiinnin. 521-07-09
porteur en exc&s, M...........cceevvevnnn.. 521-02-54 grille de connexion (d'un boitier), f....... 521-05-32
o transistor a effet de champ
excitation N
bande d'eXGItation. ... 521-02-28 agrilleisolé, m......cccooiiiiiiiiiie. 521-04-54

transistor a effet de champ
ajonction de grille, m..........cccvveee. 521-04-53
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H circuit intégré prédiffusé, m................. 521-11-20
Hall circuit intégré semi-personnalisé, m.... 521-11-19
angle de Hall, m........cccoooviiiiiienne 521-09-03 circuit intégré a semiconducteurs, m...  521-10-05
bornes Hall, f, pl.....cccocoovveeeeeeeeenn. 521-09-06 circuit intégré spécifique, m................. 521-11-18
coefficientde Hall, m .........cccoevvvennnenn. 521-09-02 mémoire a circuit intégré, f.................. 521-11-05
dispositif a effet Hall, m........................ 521-04-24 interdite
effet Hall, m ......ooveeeiiiie 521-09-01 bande interdite, f........cccooeiiiiiieee, 521-02-30
générateur de Hall, m....................... 521-04-26 interne
magnétometre a effet Hall, m ............. 521-04-28 champ électrique interne, m ................ 521-02-81
mobilité de Hall, f.........ccocoeviiiiie 521-09-04 nombre quantique interne, m............... 521-01-11
modulateur a effet Hall, m.................... 521-04-25 température équivalente interne (d’'un
multigifcateurde Hat, m .- 521=04=27 diSpositit a semiconducteurs), T......... 5p1-05-14
sondgq de Hall, f.............cooooin 521-04-28 intrinséque
tensign de HaII, o 521-09-05 conduction intrinséque, | Y )\ © 5P1-02-20
hyperfriéquence conductivité intrinseque, f.........I\..o..... 5p1-02-48
diode|de commutation semiconducteur intrinséque/m \#......... 5p1-02-07
hyperfréquence, f.......cccceeveiieiiinnen. 521-04-14 .
. N ) inverse
diode|de limitation hyperfréquence, f...  521-04-15 base commune inverse,f).......cco....... 5p1-07-16
hypostatique collecteur commun-inverse, m............. 5p1-07-17
courapt hypostatique, m ...................... 521-08-10 émetteur commun inverse, m............ 5p1-07-18
état bloqué gtvinverse (d’un thyristor
I bloqué en inverse), M ..........cccoueene... 5p1-08-09
idéal sens inverse (d'une jonction PN), m.... 5P1-05-04
cristallidéal, m...........cooovvveeeeiiiiiinen. 521-02-45 senstinverse de fonctionnement, m..... 5p1-07-12
image temps de récupération inverse, m ....... 5P1-05-26
captepr d'image a transfert thyristor diode bloqué en inverse, m.... 5P1-04-62
de dharge, M.....cccoceeeiiieeeeee e 521-11-17 thyristor diode passant en inverse, m.. 5P1-04-64
imperféction thyristor triode bloqué en inverse, m.... 5p1-04-63
imperfection (d’un réseau cristallin), f.. 521-02-47 thyristor triode passant en inverse, m.. 5p1-04-65
implantation ionique
521-03-14 conduction ionique, f....................L 5p1-02-21
implantation ionique, f......................... 5p1-03-14
521-02-37 semiconducteur ionique, m................. 5p1-02-06
ionisation
521-03-06 énergie d'ionisation d'un accepteur, .. 5p1-02-44
521-02-05 énergie d'ionisation d'un donneur, f..... 5p1-02-43
521-02-04 isohypse
521-02-36 point isohypse
(d’'une diode tunnel), m..................... 5p1-06-03
521-02-67 isolant
inductgnce IS0IANt, M ..o 5p1-02-31
surfade effective d'inductance de la isolé
bou¢le'du courant de commande, f... 521-09-09 . R
transistor 3 effet de champ
induction agrille iSO, Moo, 521-04-54
surface effective d'induction
de la boucle de sortie, f..........ovueenee... 521-09-08 J
induit(e) . .
champ induit jo.nctlc.)n
(d'un générateur de Hall), m ........... 521-09-10 J.onct!on, o 521-02-72
. Lo jonction abrupte, f......ccccocoeeiiiiiie. 521-02-73
tension de commande induite g . )
(d'un dispositif & effet Hall), f............. 521-09-16 jonction par alliage, f...........ooocieeen. 521-02-75
. jonction collecteur, f.........c.coooiieen. 521-07-02
infrarouge g A T
diode iNfrarouge, f........ovvvvveeeeeeeereo 521-04-40 jonction par diffusion, f............cc.cco...... 521-02-76
oL jonction émetteur, f........c.cccoiiiii. 521-07-01
intégré . .
CIFCUIt INEGIE, M oo 521-10-03 J.onct!on PN, f""". ................................. 521-02-78
circult intégré & couches, M ................. 521-10-06 J.onct!on prog.resswe, T 521-02-74
circuit intégré MuItipuce, M ............... 521-10-10 jonction par tirage, f.......c..cccoevivinnne... 521-02-77
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température virtuelle (équivalente) matrice
de J.onctlf)n, o 521-05-15 matrice Iogique programmable, o 521-11-02
transistor a effet de champ matrice prédiffusée programmable, f... 521-11-03
ajonction de grille, m........................ 521-04-53 M "
. . L . axwe
t tor bipol tions, m........ 521-04-47
ransistor bipofaire & jonctions, m loi de distribution des vitesses
de Maxwell-Boltzmann, f................... 521-01-05
L statistique de Maxwell-Boltzmann, f.... 521-01-03
Ialrgeur do diffusi mélangeuse
argeur de dirtusion diode mél foeeeeee e 521-04-08
(des porteurs minoritaires), f............. 521-02-60 IIO ef melangeuss,
| mémoire
aji‘;';e eer f 10457 cellule-MmémOIre, f........oov.oevveeeeeeeeenenn. 521-11-04
L MEMOITE a acces airect, 1..................... 5p1-11-08
module a diode laser, m ...................... 521-04-38 e N , .
L mémoire a acces séquentiel, f...........« 5pP1-11-12
I|m'|tat| PN o i mémoire adressable par le contengyf.) 5R1-11-13
diode|de limitation hyperfréquence, f... 521-04-15 mémoire associative. f 5p1-11-13
limite mémoire & circuit intégré, f .. Le......... 5p1-11-05
limite PN, fo.o e 521-02-65 mémoire morte f ... oot 5p1-11-06
local mémoire Vive, f........ e, 5p1-11-07
niveali local, M........cccoeevvviiiiiieeeeennn. 521-02-35 mémoire vive dynarfique, f............... 5p1-11-10
logique mémoire vive statiqde, f....................... 5p1-11-09
matrige logique programmable, f......... 521-11-02 mémoire volatilesf ...........cooovvvrviennnn 5p1-11-11
réseall logique programmable, m........ 521-11-01 mesa
loi Procédé Mesa, M.........cceeeeeeeveueennnn. 5p1-03-11
loi de [distribution des vitesses métal
de Hermi-Dirac-Sommerfeld, f........... 521-01-19 y .
) T ) transistor a effet de champ
loi de distribution des vitesses métal-oxyde-semiconducteurs, m..... 5p1-04-55
de Maxwell-Boltzmann, f................... 521-01-05 . N
transistor a effet de champ
métal-semiconducteur, m.................. 5pP1-04-60
M méthode
macrogellule croissance par la méthode
macrqcellule, ..., 521-11-22 de Czochralski, f..ccouveeeeeeeeeeeeeceeeene. 5p1-03-01
magnétique microalliage
sensibilité magnétique procédé par microalliage, m ................ 5p1-03-10
(dy es,or1de de Hall), f..............000 521-09-12 microassemblage
tensign résiduelle pour un champ microassemblage, m 501-10-04
magnétique nul micro 18G8, M v P
(d'un dispositif a effet Hall)\f............ 521-09-15 microélectronique
, s microélectronique, f.........cccooveeveeeennn. 5p1-10-01
magnéfometre .
magngtometre a effefiHall, m ............. 521-04-28 microstructure
oL microstructure, f.......ccccoeeviiiiiiiieeeni, 5p1-10-02
magnétorésistance )
coeffigient de magnétorésistance, m... 521-09-18 mince .
courbg caractéristique cou?he mince I
d'une magnétorésistance, f............... 521-09-17 (d'un circuit intégre a couches), f....... 5p1-10-08
magnktarésistance f 521-04-29 minoritaire
rapport de magnétorésistance, m........ 521-09-19 porteur minoritaire (dans une région
sensibilité de magnétorésistance, f...... 521-09-20 semiconductrice), M.............cccceeuee. 521-02-53
magnétorésistant m°b'|'_t,e, ,
effet magnétorésistant, m ................... 521-02-84 mobilité (d'un porteur de charge), f...... 521-02-58
. mobilité de Hall, f.............cccovieeeennn. 521-09-04
maintien
courant de maintien, M ........c.c.cccoco...... 521-08-10 mode
it fonctionnement en mode
maitresse R d'appauvrissement, M............ceeeenn. 521-07-10
borne maitresse, f.........ccovvvveeeiiiininnn. 521-08-03 .
fonctionnement en mode
majoritaire de déplétion, m......ccccevveeiiiiiinnnee.n. 521-07-10
porteur majoritaire (dans une région fonctionnement en mode
semiconductrice), M............ccoceeeenne 521-02-52 d’enrichissement, M.......cccoovvvveeeeennn. 521-07-11
matériau modulateur
durée de vie dans le matériau modulateur a effet Hall, m.................... 521-04-25

(des porteurs minoritaires), f............. 521-02-57
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modulation nul
modulation de la conductivité tension résiduelle pour un champ
(d’'un semiconducteur), f................... 521-02-55 magnétique nul
modulatrice (d'un dispositif a effet Hall), f............. 521-09-15
diode modulatrice, f .............ccooorrreenn. 521-04-10 tension résiduelle pour un courant
de commande nul
"‘°d:"7 © dode | 5210438 (d'un dispositif & effet Hall), f............. 521-09-14
module a diode laser, m ............c......... -04-
monocristal 0
croissance d’'un monocristal par fusion occupée
d B 521-03-02 . .
e'zone bande partiellement occupée, f............ 521-02-27
montée tocoupleur
retardatamontes, ... ..o 521T-05-21 op
temps de montée, m 521-05-22 optocoupleur, M.......cccoveveeeeeeiiinneen. 5pP1-04-45
morte ' optoélectronique
mémdire morte f 521-11-06 afficheur optoélectronique, m ......... ... 5p1-04-36
""""""""""""""""""""" dispositif optoélectronique, my...x.......  5P1-04-31
moyen .
compensation au moyen orbital
d‘ir?wburetés f O i, 521-03-06 nombre quantique orbital,mi................ 5¢1-01-09
multipljcateur O)t(yde. tor & effet dEAP
ltifficateur de Hall, m ...................... 521-04-27 ransisior a efiey dughamp
mll:_ IT |ce:-eur e ral.m métal-oxyde-§emiconducteurs, m..... 5P1-04-55
multipljcation
diode|pour multiplication p
de fféquence, f.......cccoiiiiiiiii 521-04-09
. P
multipuce N
circuif intégré multipuce, m .............. 521-10-10 CONAUCHIVILE 0@ type P, f.ovoooosvvo 5p1-02-50
semiconducteur type P, m.................. 5p1-02-10
N thyristor P, m ..o 5p1-04-69
N transistor a effet de champ
acanal P, M. 5p1-04-57
condyctivité de type N, f......ccoevenenis 521-02-49 paramétre
ts:rnlcionc'i\lucteur type N, Mo 221'32'33 paramétre de circuit, M..........c.ccoo...... 5p1-05-34
yrisfor N, m oo -04- .
transigtor a effet de champ pa’r§S|te o .
acgnal Ny Moo 521-04-56 €lément de circuit parasite, m.............. 5p1-05-36
négative partiellement
régior} de résistance différentielle bande partiellement occupée, f............ 5p1-02-27
négative, f ... e 521-05-05 passant
neutre état passant, m.........ccoooiiiiiiiii. 5p1-08-07
région neutre, f........e..drereececucuenne. 521-02-68 résistance apparente
niveau alétat passant, f.....ccccceeeiiiiiinnnnnn. 5p1-08-13
niveall acceptedtym 521-02-41 thyristor diode passant en inverse, m.. 5pP1-04-64
niveal donneok m """"""""""""""" 521-02-40 thyristor triode passant en inverse, m.. 521-04-65
. Ve o vitesse critique de croissance
n!vea gerllergn-':‘, M s 221_81'15 du courant a I'état passant, f............. 5p1-08-19
niveay devFermi, Mm.........ccccoeeecvevenn.... -01- L
iveau d'i T 521-02-36 passivation
::XEZE Iogrur:\e e m 521-02-35 passivation de surface, f...................... 521-03-13
niveau de surface, M ........ccccceeeeeeeeenne. 521-02-42 pastil!e
nivellement pastille, f ... 521-05-30
nivellement par zone, M.............ccc..ce... 521-03-04 Paulli ) . . .
b principe d'exclusion de Pauli-Fermi, m  521-01-14
nombre oL
nombre quantique (d'un électron pen’et'ratlgn
dans un atome donné), m................. 521-01-07 penétration
nombre quantique interne, m............... 521-01-11 (entre deux jonctions PN), f.............. 521-05-12
nombre quantique orbital, m................ 521-01-09 permise _
nombre quantique principal, m ........... 521-01-08 bande permise, f.......ccccooiiiiiiii 521-02-29
nombre quantique secondaire, m ........ 521-01-09 personnalisé
(nombre quantique de) spin, m........... 521-01-10 circuit intégré semi-personnalisé, m.... 521-11-19
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petits
rapport de transfert direct du courant

- 136 -

porteur
accumulation de porteurs de charge

en petits signaux, avec sortie (dans un semiconducteur), f............. 521-02-62
en court-Circuit, M ........cccceeevivenennnen. 521-07-19 porteur (de charge)
phase (dans un semiconducteur), m ........... 521-02-51
dépot en phase vapeur, m................... 521-03-15 porteur en exCes, M........ccccvvveeveeeeeennns 521-02-54
photoconductif porteur majoritaire (dans une région
effet photoconductif, M ...........ccoo.o....... 521-01-22 semiconductrice), M..........ccccvveeeeen... 521-02-52
. porteur minoritaire (dans une région
photoconductrice . semiconductrice), M..........cccccvveeeeen... 521-02-53
cellule photoconductrice, f................... 521-04-33 potentiel
photocoupleur barriére de potentiel (1), f..cccccccoooooon. 521-02-69
photopoupfeur, M 5210445 " -
I barriére de potentiel
photodjode (d’une jonction PN) (2), fu.cocvvvennn 5p1-02-70
photofliode, f......cooiiiiii 521-04-32 prédiffusé
photofliode a avalanche, f.................... 521-04-44 circuit intégré prédiffusé, m...../\.0..... 5p1-11-20
photoéjectrique prédiffusée
effet photoélectrique, m....................... 521-01-20 matrice prédiffusée programmable, f... 5p1-11-03
récepjeur photoélectrique I
(3 semiconducteurs), m .................... 521-04-42 principal(e) _
caractéristique (caurant-tension)
photoélectromagnétique principale, f £ e, 5p1-08-05
effet ghotoélectromagnétique, m ......... 521-01-23 courant prindigal, m ...........cccccoeeuennnnn. 5p1-08-02
photoémetteur nombre guantique principal, m ............ 5p1-01-08
photopmetteur, ..., 521-04-35 tension principale, f.............ccccccceeeune... 5p1-08-04
photorgsistance prinéipe
photofésistance, f..........ccocvviiirennnne. 521-04-43 principe d'exclusion de Pauli-Fermi, m  5p1-01-14
photospnsible procédé
dispogitif photosensible procédé par alliage, M........ccccovevevenn... 5p1-03-07
(a semiconducteurs), m .................... 521-04-41 procédé par diffusion, M ..................... 501-03-08
phototiyristor Procédé mesa, M.......cccccevevevvevcerernnnne. 5P1-03-11
photo 'hyristor, Mo 521-04<72 procédé par microalliage, Mo 5p1-03-10
phototiansistor procédé planaire, M..........cccoceverinenne. 5p1-03-09
photojransistor, m...........ccccccoiiiiineen, 521-04-51 programmable
photovpltaique matrice logique programmable, f......... 5p1-11-02
cellulg a effet photovoltaique, f....(...).0. 521-04-34 matrice prédiffusée programmable, f... 5P1-11-03
effet ghotovoltaique, m.........4.ccoeeenne 521-01-21 réseau logique programmable, m........ 5pP1-11-01
pic progressive
point fle pic (d'une diod¢ turinel), m..... 521-06-01 jonction progressive, f.............cccoc....... 5p1-02-74
piége puce
PIEge] M. Qe 521-02-63 PUCE, v 5p1-05-30
piézordsistant pulvérisation
effet piézorésistant, m..............cccceceee 521-02-85 pulvérisation sous vide, f..................... 5p1-03-17
planailrF purification
procede planalre, M. 02 1-U3-U9 purification par zone, f........cc.c..cocvvee.. 521-03-03
plaquette
plaquette, f....cccceeevieiii 521-05-29 Q
pleine quantifié
bande pleine, F o 521-02-32 systéme non quantifié
PN (de particules), M..........ccccvvveeeeeennn. 521-01-01
jonction PN, fo..vvvreeeccececeee e 521-02-78 systeme quantifié (de particules), m....  521-01-02
limite PN, fooooeee e, 521-02-65 quantique
point nombre quantique (d'un électron
point isohypse dans un atome donné), m................. 521-01-07
(d’'une diode tunnel), M .........c.coueeee. 521-06-03 nombre quantique interne, m............... 521-01-11
point de pic (d’'une diode tunnel), m..... 521-06-01 nombre quantique orbital, m................ 521-01-09
point de retournement, m.................... 521-08-12 nombre quantique principal, m ............ 521-01-08
point de vallée nombre quantique secondaire, m ........ 521-01-09
(d’'une diode tunnel), m..................... 521-06-02 (nombre quantique de) spin, m............ 521-01-10
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R résistance
radiateur région de résistance différentielle
radiateur, M ......ccoveveeeeeeeeeeeeeeeee, 521-05-33 négative, f......cooi 521-05-05
rapide résistance apparente directe, f ............ 521-06-05
diode & retour rapide, f.............cc......... 521-04-12 résistance apparente
alétat passant, f.....ccocoeeeiieiiinnnenn. 521-08-13
raffg:ur;nce du rapport de transfert résistance thermique (d’un dispositif
Unité de courant , f..........co..ooooooooo... 521-07-22 4 semiconducteurs), f.........c...ce.... 521-05-13
rapport de magnétorésistance, m ........ 521-09-19 rési’stive o
rapport de transfert direct du courant fréquence de coupure résistive, f......... 521-06-04
en petits signaux, avec sortie retard
en court-circuit m 521-07-19 retard & la croissance m 521-05-21
valeur statique du rapport retard a la décroissance, m ................. 5P1-05-23
de tfansfert direct du courant, f......... 521-07-20 retard & la descente, M.........c.cocc...CN 5p1-05-23
réceptgur retard a lamontée, m .................e..l4.. 5p1-05-21
re’qep eur photoélectrique retour
(@ spmiconducteurs), M .................... 521-04-42 diode & retour rapide, f ......foeveeenn.... 5p1-04-12
recompinaison retournement
centrg de recombinaison, M ................ 521-02-64 point de retournement;m..................... 5p1-08-12
vitesse de recombinaison
en qurface, fo...coooiiiiii 521-02-56 s
recouvfement . Schottk
tempg de recouvrement direct, m ....... 521-05-25 pariére 46 Sohotky, v 5p1-02-71
récupé atior'l AT secondaire
'temp’ Eje récuperation inverse, m........ 521-05-26 nombre quantique secondaire, m ........ 5p1-01-09
récupéfée .
chargg récupérée (d’une diode ou seml e . .
AU thyFStOr), ..o 521-05-18 cirouit intégré semi-personnalisé, m.....  5p1-11-19
redressement semiconducteur
bloc de redressement circuit intégré a semiconducteurs, m... 5P1-10-05
(a semiconducteurs), M ................... 521-04421 dispositif & semiconducteurs, m........... 5p1-04-01
diodelde redressement semiconducteur, M ..........cccccoeveevnennnns 5p1-02-01
(a semiconducteurs), f.......ccccconeeen. 521-04-19 semiconducteur compensé, m............. 5p1-02-11
diode|de redressement a avalanche, f¢~521-04-20 semiconducteur composé, m............... 5p1-02-03
référenkce semiconducteur dégénéré, m.............. 5p1-02-13
diode|de tension de référence, f.......... 521-04-16 semiconducteur non dégénére, m ....... 5p1-02-12
région semiconducteur élémentaire, m........... 5p1-02-02
régior) de charge d’espace;f ............... 521-02-79 semiconducteur extrinséque, m........... 5p1-02-08
régior} de charge spatialé semiconducteur intrinséque, m............ 5p1-02-07
(d’'upe jonction PN) T ..oveeeiiiiiiee. 521-02-80 semiconducteur ionique, m.................. 5P1-02-06
régior) neutre, .0 521-02-68 semiconducteur type N, m................... 5p1-02-09
régior) de résistance différentielle semiconducteur type P, m................... 5p1-02-10
neg ative, BT 521-05-05 transistor a effet de Champ
régior) de\transition, f..............ccccoeeee. 521-02-66 métal-semiconducteur, m.................. 5P1-04-60
régulatrice thermoélément a semiconducteurs, m. 521-04-23
diode régulatrice de courant, f............. 521-04-18 transistor a effet de champ
diode régulatrice de tension, f.............. 521-04-17 métal-oxyde-semiconducteurs, m..... 521-04-55
relation sens
relation de Boltzmann, f..................... 521-01-04 sens direct (d’'une jonction PN), m....... 521-05-03
réseau sens inverse (d'une jonction PN), m.... 521-05-04
réseau logique programmable, m ........ 521-11-01 sens inverse de fonctionnement, m...... 521-07-12
résiduelle sensibilité
tension résiduelle pour un champ sensibilité au courant de commande
magnétique nul (d'une sonde de Hall), f..................... 521-09-13
(d'un dispositif a effet Hall), f............. 521-09-15 sensibilité magnétique
tension résiduelle pour un courant (d'une sonde de Hall), f...........coc.. 521-09-12
de commande nul sensibilité de magnétorésistance, f...... 521-09-20
(d'un dispositif a effet Hall), f............. 521-09-14
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surface effective d'induction

dispositif sensible aux décharges de la boucle de sortie, | PP 521-09-08
électrostatiques, M........c.cccceveeeenennnn. 521-05-27 vitesse de recombinaison en surface, f  521-02-56
séquentiel systéme
mémoire a accés séquentiel, f............. 521-11-12 systéme non quantifié
sérigraphie (de particules), M ..........ccccvvveveeeeenn. 521-01-01
SETGrAPhI€, f...vvvooooeeoeeeeeoeeeeeeeee. 521-03-16 systéme quantifié (de particules), m.... 521-01-02
seuil T
tension de seuil (d’un transistor a
effet de champ a enrichissement), f.. 521-07-24 température
tension de seuil température équivalente interne
(0’ upe-ciode-ou-d-un-thyristor)frm-5214-05-19 (d’un dispositif 4 semiconducteurs). f 521-05-14
signal température virtuelle
diode|de signal, f 521-04-04 (d’un dispositif a semiconducteurs);.f.) 5R1-05-14
. B R température virtuelle (équivalente)
signaux de jonction, f....coeeeveeeen 5p1-05-15
rappoft de transfert direct du courant ¢
en getits signaux, avec sortie emps )
en dourt-circuit, M .........c..ccoceennnes 521-07-19 temps de croissance, MpAS..........o..... 5p1-05-22
Sommarfeld temps de décroissance;m................... 5p1-05-24
loi de ldistribution des vitesses temps de montée,M.....veeeeeeeiiiiinnns 5p1-05-22
de Hermi-Dirac-Sommerfeld, f........... 521-01-19 temps de recoyvrement direct, m ........ 5p1-05-25
sonde temps de récuperation inverse, m ....... 5p1-05-26
sonddgde Hall, f.........oooovvvveiiiiiiinn. 521-04-28 tension
sortie caractéristique (courant-tension)
. d’anode-cathode, f.........c.ccceeeveeenn. 5p1-08-06
rappoft de transfert direct du courant o ]
en fetits signaux, avec sortie cafactéristique (courant-tension)
T 521-07-19 . prlnc[pale, f ..................... 5p1-08-05
. " . diode régulatrice de tension, f.............. 5p1-04-17
surfade effective d'induction . . .
de I3 boucle de sortie, f..................... 521-09-08 diode de tension de référence, f.......... 5p1-04-16
source tension d’amorcgage par la gachette, f.. 5p1-08-15
' : tension de non-amorcage
source (d’'un transistor Z
a effet de champ), foveeevveeeeeeeen, 52107-07 par la gachette, f............ccoco 5p1-08-16
spatialt tension d'avalanche, f.......................... 5p1-05-08
F:égior'de charge spatiale tension de blocage (d’un transistor
(d'uhe jonction PN), f ................{oo: 521-02-80 a effet de champ a déplétion), f......... 5p1-07-23
Lo tension de commande induite
spécifique (d'un dispositif a effet Hall), f............. 5p1-09-16
circuif intégré spécifique, IRP--.......... 521-11-18 tension fOtante, f...........ccccooooooeeeeerer. 5p1-05-17
spin . ) tensionde Hall, f........ccccoviiiiiiinnnis 5p1-09-05
(nompre quantique de) spin, m........... 521-01-10 tension principale, f...........ccccocuveeuenn... 5p1-08-04
statiqug tension résiduelle pour un champ
meémgqire vive statique, f..................... 521-11-09 magnétique nul
valeu Statique du rapport de transfert (d'un dISpOSItIf a effet Hall), | PP 5p1-09-15
diregt du'courant, f........cccceeeieeennne. 521-07-20 tension résiduelle pour un courant
statistitus de commande nul
statistique de Fermi, f..........c..cccceeveaee. 521-01-15 (d'un dispositif & effet Hall), f............. 521-09-14
e O 0. tension de seuil (d'un transistor a
stat!st!que de Fermi-Dirac, f................. 521-01-15 effet de champ & enrichissement), f..  521-07-24
statistique de Maxwell-Boltzmann, f..... 521-01-03 . .
o tension de seuil
steechiométrique (d’une diode ou d’un thyristor), f ....... 521-05-19
composition stcechiomeétrique, f........... 521-02-46 tension de Zener, f...........cccoooovveeeeenn.. 521-05-10
substrat vitesse critique de croissance
substrat, M. 521-05-28 de la tension a I'état bloqué, f........... 521-08-18
surface tensorésistant
bande de surface, f..........ccovveeeeeenenn. 521-02-34 effet tensorésistant, m........................ 521-02-85
niveau de surface, m ........cccceevvvvvvvenens 521-02-42 tétrode
passivation de surface, f..................... 521-03-13 transistor tétrode, m...............cccceeeeee 521-04-50
surface effective d'inductance de la
boucle du courant de commande, f... 521-09-09
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transistor a effet de champ

capacité thermique, f........cccocveevennnnnn. 521-05-16 a g.riIIe is‘olé, Mo 521-04-54
claquage par effet thermique transistor a effet de champ
(d’'une jonction PN), M .....ocvvvreveneenne. 521-05-11 a jonction de grille, M.......ccceeeeeeennnn. 521-04-53
résistance thermique transistor a effet de champ
(d’un dispositif & semiconducteurs), f  521-05-13 métal-oxyde-semiconducteurs, m..... 521-04-55
. transistor a effet de champ
thtig:‘r:qsi::::e f 501-04-22 métal-semiconducteur, m.................. 521-04-60
C transistor tétrode, m.............cccccceene. 521-04-50
thermoel’etnent . . transistor unipolaire, m ...............ccc..... 521-04-48
thermoélément a semiconducteurs, m.  521-04-23 .
. transition
thyr|§tor Y fréquence de transition , f................... 521-07-21
gt région de transition, f..............ccco....... 5p1-02-66
521-04-71 o .
zone de transition de la concentration
521-04-68 des impuretés, f......ccccevveeriii 00N 5p1-02-67
521-04-66 .
triac
521-04-62 triac (abréviation)................ e v, 5p1-04-67
521-04-64 triode
221'82'28 thyristor triode bidirectionnel, m........... 5p1-04-67
521_04-67 thyristor triode blogué’en inverse, m.... 5p1-04-63
el thyristor triode passant en inverse, m..  5R1-04-65
521-04-63 ¢
rou
521-04-65
conductionpar trous, f............ccccceee. 5p1-02-18
(o T TR < o PSR 5p1-02-17
521-03-01 tunnel
521-02-77 diade tunnel, f......cocoeiiiiiiiii 5p1-04-05
effet tunnel
(dans une jonction PN), m ................ 5p1-02-83
521-05-29
type
conductivité de type N, f........c.ccconeee. 5p1-02-49
521-07-25 conductivité de type P, f.........cccvvneee. 5p1-02-50
semiconducteur type N, m................... 5p1-02-09
. b1-09-
capte{ir dimage 2 transfert semiconducteur type P, m.................. 5p1-02-10
de dharge, M.......oooieciiiieeeeee e 521-11-17
dispogsitif a transfert de charge, m ... 521-11-14 U
fréquénce du rapport de transfert unipolaire
unit@ de courant , f....... o 521-07-22 transistor unipolaire, m ...........cccccvvveeee 5p1-04-48
rappoft de transfert direct du courant unité
en petits signaux, avec sortie fréquence du rapport de transfert
en dourt-circuit,an_ ..., 521-07-19 unité de courant , fo...coeveveeveeveeeenn, 5p1-07-22
valeuf statique dujrapport fréquence unité, f.........ccooveeeueennnnn. 5p1-07-22
de tfansfert-direct du courant, f......... 521-07-20 .
) unitunnel
transisgor diode unitunnel, f.......ccooeiioeeieeeen 5p1-04-06
transigtor,m ... 521-04-46
transistor bidirectionnel, m................... 521-04-49 v
transistor bipolaire a jonctions, m ........ 521-04-47 |
. . valence
transistor & effet de champ, m............ 521-04-52 bande de valence, f............cccccoooowereee 521-02-23
transistor a effet de champ
a appauvrissement, M...........c........... 521-04-58 valeur _
transistor & effet de champ valeur statique du rapport
8canal N, Moo 521-04-56 de transfert direct du courant, f......... 521-07-20
transistor & effet de champ vallée
acanalP, M. 521-04-57 point de vallée
trans|stor é effet de Champ (d’Une dIOde tunnel), Mo 521'06'02
a depletlon, Mo 521-04-58 vapeur
transist.or.e‘l effet de champ dépdt en phase vapeur, m................... 521-03-15
a enrichissement, M.........cccccoeevnren. 521-04-59 variable
diode a capacité variable, f.................. 521-04-07
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état de verrouillage, m..........c.c.ceeee 521-10-11
bande vide, f.......cooovvvevieiiiiiiieeeeiii, 521-02-33
pulvérisation sous vide, f.................... 521-03-17
durée de vie dans le matériau

(des porteurs minoritaires), f............. 521-02-57
température virtuelle (d’'un dispositif

a semiconducteurs), f...........ccccuvveeee. 521-05-14
températurevirtuette(equivaterte)

de fonction, f....ooooveveieeiiiieee 521-05-15
loi de [distribution des vitesses

de Hermi-Dirac-Sommerfeld, f........... 521-01-19
loi de [distribution des vitesses

de Nlaxwell-Boltzmann, f.................. 521-01-05
vitessp critique de croissance

du qourant a I'état passant, f............. 521-08-19
vitesse critique de croissance

de la tension a I'état bloque, f........... 521-08-18
vitessp de recombinaison

en qurface, fo..oooooiiieeeieiie 521-02-56
mémaire vive, f.....cccooeiiiiiiee, 521-11-07
mémagaire vive dynamique, f.................. 521-11-10
mémaire vive statique, f....................... 521-11-09
mémaire volatile, f...........cccccoeeeerinininnn. 521-11-14

Z

claquage par effet Zener

(d'upe jonction PN), m ..............£7 00 521-05-09
tensign de Zener, f......ccccceeeeietinnnnn. 521-05-10
croissance d’'un monocristal

par fusion de zone, f .5 .vvieeenenn. 521-03-02
nivellgment par zonesM...........ccoeeeeeee 521-03-04
purifidation par zone, f..........ccccceernee. 521-03-03
zone {le transition de la concentration

des|impuretes, f......ccooooeiiiiiiii 521-02-67
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INDEX
A B
abrupt backward
abrupt junction ..........cccoeeeeiiiiiiiiiiiin 521-02-73 backward diode ........ccooeeeiiiiiiiiee, 521-04-06
acceptor band
F= ToTeT=T o) (o] 521-02-39 Bloch band...........ccoooiiii 521-02-25
acceptorlevel ... 521-02-41 conduction band ............ccceeeiiiiiennnnen. 521-02-22
ionizing energy of acceptor.................. 521-02-44 empty band..........ccoooeviiiiiee 521-02-33
access energy band.........ccocoeeeiiiiiiei 521-02-25
serial access Memory .........cccccveeveee.. 521-11-12 energy band (in a semiconductor) ....... 521-02-26
activation excitationband ... 5p1-02-28
impur ty activation energy ..ccoeeeeeeeenennnn. 521_02_05 fl”ed band ............................................ 521 -02-32
addreskable forbidden band..........cccccovn N 5p1-02-30
conteft addressable memory .............. 521-11-13 impurity band ...........ccoocoe I 5p1-02-37
alloy partially occupied band.......¢4w. i 4n.n...... 5p1-02-27
alloy 6ChNIQUE ... 521-03-07 permitted band.............. (L 5p1-02-29
alloyed surface band.............cxf e 5p1-02-34
alloyeld JUNGHON oo 521-02-75 valence band ...\ 3 5p1-02-23
angle barrier
Hall ahgle 521-09-03 potential barfier,”........coooe v 5p1-02-69
S potential barrier (of a PN junction)....... 5p1-02-70
angua SChOttKY BAITIE .....vvvvvvrrerecrrrneee 5p1-02-71
total gngular momentum
quaftum number............c.ccccevurueunnn.. 521-01-11 base
anode DASE....ciiiie e 5p1-07-03
anodg characteristic..............c.cccc.c....... 521-08-06 COMMON DBSE ..vvvvvvvvvvvvvvvvvvvssssvssce 5p1-07-13
anodd-to-cathode (voltage-current) inverse common base ......................... 5p1-07-16
charfacteristic...........cccvveeeiiiiiiiiinen. 521-08-06 bi-directional
application bi-directional diode thyristor................. 5p1-04-66
application specific integrated circuit... 521-14518 bi-directional transistor ........................ 5p1-04-49
area bi-directional triode thyristor................. 5p1-04-67
effect{ve induction area bipolar
of the control current loop ............;.4 521-09-09 bipolar junction transistor.................... 5p1-04-47
effectjve induction area Bloch
of the outpUt 100p ... 521-09-08 BIOCh DaNd.........orveeoceeeeeereeee 5p1-02-25
array blocking
gate grray .......eeeeeeeenee o e 521-11-20 reverse blocking diode thyristor-.......... 5p1-04-62
programmable gate atray .................... 521-11-03 reverse blocking state
progrgmmable logi¢.array .................... 521-11-02 (of a reverse blocking thyristor)......... 5p1-08-09
ASIC reverse blocking triode thyristor........... 5pP1-04-63
ASIC |(abbreviation) .........cccccceeeeiineenn. 521-11-18 Bohr
associative Bohratom......ccooooveiiiiiiiiieeees 5p1-01-06
assoiut;vc THCTTTOTY e s e reerreees 521 1 1 13 Bmtm“n
asymmetrical Boltzmann relation............c...cccoceeie 521-01-04
asymmetrical thyristor.......................... 521-04-71 boundary
atom PN boundary..........cccooeeiiiiiii, 521-02-65
Bohratom........cooovvviiiiiiiiiee 521-01-06 breakdown
avalanche avalanche breakdown
avalanche breakdown (Of a PN junction) .............................. 521-05-07
(of a PN junction) ........cccccevcveeennneenn. 521-05-07 breakdown (of a reverse-biased
avalanche photodiode.......................... 521-04-44 PN junction) ... 521-05-06
avalanche rectifier diode............c........ 521-04-20 thermal breakdown (of a PN junction) . 521-05-11
avalanche voltage................ccccoevueun.... 521-05-08 Zener breakdown (of a PN junction)....  521-05-09
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breakover circuit
breakover point..........ccccceiiieiieicie. 521-08-12 application specific integrated circuit... 521-11-18
bucket-brigade circuit parameter........c.cocovveiecieiennneen. 521-05-34
bucket-brigade device............c............. 521-11-15 equivalent circuit...............cooeeeiiins 521-05-35
bulk film integrated circuit.................c..o... 521-10-06
bulk lifetime (of minority Carriers) _________ 521-02-57 integrated (o] (o1 U 1| N 521-10-03
integrated circuit memory .................... 521-11-05
C multi-chip integrated circuit.................. 521-10-10
capacitance parasitic circuit element...................... 521-05-36
thermal capacitance..........c..cccocveun.... 521-05-16 sem?conduct.or integrateq cir'cuit ---------- 521-10-05
carrier semicustom integrated circuit............... 521-11-19
(charge) carrier (in a semiconductor)... 521-02-51 coefﬂment' '
carrief storage time...........c.ooveveeveeeeen.. 521-05-23 Hall coefficient ........ccccoeveveveeeiieienn 5p1-09-02
chargk carrier storage magnetoresistive coefficient .........c N 5p1-09-18

(in 4 semiconductor) ...........cccceeee.e... 521-02-62 collector
EXCESS CANTIEN ...uvieieeeeeeieiiiieieeaa e e 521-02-54 collector .......coccveeeveniceem M 5p1-07-05
majorlty carrier collector junction............. 0\ oo, 5p1-07-02

(in g semiconductor region) .............. 521-02-52 common collector .../, 5p1-07-14
minority carrier inverse common collector .................... 5p1-07-17

(in 4 semiconductor region) .............. 521-02-53

common
catho(;i hode (vol ) COMMON base ..o, 5p1-07-13
anodg-to-cathode (voltage-current common GollECtor ..........ocoovuveeeeennn. 5p1-07-14
chafacteristic..........ccccevvieeeeniieeenne 521-08-06 commonehitter 5b1-07-15
C?J?JD bbreviati 591.11-16 inverse common base ............cccoceeen. 5p1-07-16
AbDIEVIation) .oeeoooooov v o inverse common collector.................... 5p1-07-17
cell ; ;
inverse common emitter ..................... 5p1-07-18
cell (im a semiconductor)...................... 521-11-21 compensated
macrq cell .l.l .......................................... 251-1 1—32 compensated semiconductor.............. 5p1-02-11
memqry cell .......cccooveiiiiie -11- .
. compensation

hotoponductive cell ........................... 521-04=33 . . .
zhoto oltaic cell 501-02-34 impurity compensation........................ 5p1-03-06

¢ composition

c?gc';)en bination centre 521-02-64 stochiometric composition ................... 5p1-02-46
i A\ compound
d iconductor.................... 5p1-02-03
chanrjel (of a field-effect transistor)...... 521-07-06 compotind semiconductor
h isti concentration
¢ air:dce ecrr:ZrI:cteristic 521-08-06 impurity concentration transition zone. 5p1-02-67
anodg-to-cathode (voltage-current) conducting ) . )

ChaACLeriStiC. .. jey S oo 521-08-06 reverse conducting diode thyristor....... 5p1-04-64
magnktoresistive-characteristic curve..  521-09-17 reverse conducting triode thyristor....... 5P1-04-65
principal (voltage-current) conduction

chafactefistiC..........cccuvveveeieiiiiiiiieee, 521-08-05 conduction band ...........ccccoeeiiiiiien. 5p1-02-22

charge conduction current..........ccceeeceiiennnenn. 5p1-02-15
(charge) carrier (in a semiconductor)... 521-02-51 conduction electron ............cc.ccceeeeneeenns 521-02-14
Charge carrier storage electron conduction .............cccceeee.. 521-02-19

(in a semiconductor) ........cc.ccceevueennee 521-02-62 hole conduction .........cccccccvevceiviinnnnnn. 521-02-18
recovered charge intrinsic conduction ... 521-02-20

(of a diode or thyristor)..................... 521-05-18 ionic conduction............c.cceeeeveeveenennn. 521-02-21

charge-coupled conductivity
charge-coupled device......................... 521-11-16 conductivity modulation
charge-transfer (of a semiconductor)..........ccccceeeenn. 521-02-55
charge-transfer device..........cccocceeenne 521-11-14 intrinsic conductivity............cccceeiineen. 521-02-48
charge-transfer image sensor.............. 521-11-17 N-type conductivity ...........cccvveeeeeeinnn. 521-02-49
chip P-type conductivity .........cccooceiiiinneene 521-02-50
ChIP e 521-05-30 conductor
CONAUCTON ... 521-02-16
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constant D
diffusion constant (of charge carriers).. 521-02-61 degenerate
content degenerate semiconductor .................. 521-02-13
content addressable memory .............. 521-11-13 delay-time
control delay—time ............................................ 521-05-21
control current (of a Hall generator)..... 521-09-11 depletion
control current sensitivity depletion layer (of a semiconductor).... 521-02-82
(of a Hall probe) ..o 521-09-13 depletion mode operation..................... 521-07-10
control current terminal depletion type field-effect transistor..... 521-04-58
(of a Hall generator)........cccccveevneeen. 521-09-07 .
effective induction area deposition " .
of the_control current loon £51.00.00 vapour-phase deposition technique...... 521-03-15
inducgd control voltage detector
(of 4 Hall-effect device)..................... 521-09-16 (semiconductor)
residual voltage for zero current control photoele.ctrlc detector ............... 5p1-04-42
(Of 4 Ha”_effect probe) ______________________ 521 _09_14 detector diode.........cooevveeeeei et 5p1-04-11
Corbinp device
COrbiMNO diSC......eoveeeeee e 521-04-30 (semiconductor) photosensifive device  5P1-04-41
critical bucket-brigade device ™ w.uvviiirnnennnn. 5p1-11-15
critica] rate of rise of off-state voltage .. 521-08-18 charge-coupled dev.ice ........................ 5p1-11-16
critical rate of rise of on-state current... 521-08-19 charge-transferdevice............ccccceee.... 5p1-11-14
iscrete (semiconductor) device........... D1-04-
crystal di te ( iconductor) devi 5p1-04-02
: 0o electrostatic-discharge-sensitive
ideal grystal........ccccooiiiii 521-02-45 device L) 5b1-05-27
cu"eg' , J100-15 Halleffect deViCe ..., 5p1-04-24
conduction currerf1t """""""""""""""" 5 1' '11 optoélectronic device............cccevveneenene 5p1-04-31
contrdl current (0 a.l_.'a." generator)..... 521-09- programmable logic device.................. 5p1-11-01
Co(gtfrf Iﬁ;lrlrz?(t)s:)nsmwty 521-09-13 semiconductor device............c...ccenee. 5p1-04-01
contrdl current terminal diac o
(of 4 Hall generator)............ccocou...... 521-09-07. diac (abbreviation) .............cccccoeieis 5P1-04-66
critica rate of rise of on-state current... 521-08¢19 diagram
effective induction area energy-level diagram ................ccccce.. 5p1-01-13
of the control current loop.................. 521-09-09 die
frequency of unity current €. 5p1-05-30
tranpfer ratio........cccoocceeevi T N0 521-07-22 . .
i i ¢ 521-08-17 differential
gate n 9”’ MQger Current............eooeeeee. bed negative differential resistance region. 5p1-05-05
gate tfigger current ............ 60N s 521-08-14 .
holdinjg current 521-08-10 diffused
. % R oo 1081 AiffUSed JUNCHON ... 5p1-02-76
principal current .. e 521-08-02 di;f,;:fi?n . iconduct 5D1-02-59
residyal voltagefor-zero current control I us!on (in'a semiconductor)..... N el
(of 4 Hall-effectprobe) ..........ooo......... 521-09-14 diffusion constant (of charge carriers) . 5¢21-02-61
smalldsignal short-circuit forward diffusion length (of minority carriers).... 5P1-02-60
currprtdransfer ratio...............c.......... 521-07-19 diffusion technique..........cccooiiiiinnn 5p1-03-08
static
current-regulator (semiconductor) diode.......................... 521-04-03
current-regulator diode ..........c.c.co........ 521-04-18 (semiconductor) rectifier diode ............ 521-04-19
curve avalanche rectifier diode...................... 521-04-20
magnetoresistive characteristic curve.. 521-09-17 backward diode ...........ccooeiviiiiiiiiiinns 521-04-06
cut-off bi-directional diode thyristor................. 521-04-66
cut-off freqUENCY ........c.ovveeeeeeeeeeen 521-05-20 current-regulator diode ........................ 521-04-18
cut-off voltage (of a depletion type detector diode.........cccceevviiiiiiiiii, 521-04-11
field-effect transistor) ...............c........ 521-07-23 frequency-multiplication diode ............. 521-04-09
resistive cut-off frequency.................... 521-06-04 infrared-emitting diode......................... 521-04-40
Czochralski laser diode ........occcuuiiieiiiiiiieee e 521-04-37
growing by Czochralski’s method ........ 521-03-01 light-emitting diode ............ccceeeeeeeen. 521-04-39
microwave limiting diode...................... 521-04-15
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microwave switching diode................... 521-04-14 effective
mixer diode .......coeeeeeviiiiiiieiiee e 521-04-08 effective induction area
modulator diode.............ccoveveeeciireenne. 521-04-10 of the control current loop.................. 521-09-09
reverse blocking diode thyristor........... 521-04-62 effective induction area
reverse conducting diode thyristor _______ 521-04-64 of the output |00p .............................. 521-09-08
signal diode .........cceeeereieieeeeeene, 521-04-04 electric
SNAP-Off dIOAE .....veeeeeeeeeeeeeeeeeeeen, 521-04-12 internal electric field...................oooeee. 521-02-81
step recovery diode ..........ccccceeiiiiiiis 521-04-12 electrode
switching diode ........c..cccoeeveeueecveennnee. 521-04-13 electrode (of a semiconductor device). 521-05-01
tunnel diode .......eeneeeeeeee 521-04-05 electron
unitunnel diode ..........cccoeiiieiiiiiinenee, 521-04-06 conduction electron ..........cccoccceeernneen. 521-02-14
varialjte= T fode 110§ B — P1-02-19
voltage-reference diode....................... 521-04-16 lone electron .........ccccevvveeeinciineiieen 5p1-01-18
volta e—regulator diode.......cccvvvvevennnns 521-04-17 e|ectr°static-discharge-sensitive
directign electrostatic-discharge-sensitive
forwafd direction (of a PN junction)...... 521-05-03 device ....oovvvviieeieee S 5p1-05-27
inverdge direction of operation............... 521-07-12 element
reverge direction (of a PN junction)...... 521-05-04 memory element........ 5p1-11-04
discret parasitic circuit element....................... 5p1-05-36
discrete (semiconductor) device .......... 521-04-02 emitter
displa common emitter............cccccooiiiiiieen.n. 5p1-07-15
Optoe ectronic d|Sp|ay __________________________ 521-04-36 emitter... .. 8 5p1-07-04
disc emitter junction ... 5p1-07-01
COrDINO AISC.....ovveeeeeeeeeeeeeeeee e 521-04-30 iNVerse. common emitter ..................... 5p1-07-18
distribdtion empty
FermifDirac-Sommerfeld velocity emptyband..........cccc 5p1-02-33
distibution law .......coveeiieie 521-01-19 energy
donor energy band...........ococeeiiiinien 5p1-02-25
fo Lo a o] s PSR 521-02-38 energy band (in a semiconductor) ....... 5p1-02-26
donomlevel ..o 521-02440 ENEIGY AP eveeeeeeeraririeeeeeeeeenineeeeeeas 5p1-02-24
ionizing energy of donor ...................... 521-02-43 energy level (of a particle) ................... 5p1-01-12
doping impurity activation energy.................... 5p1-02-05
doping (of a semiconductor) ............s.£ 521-03-05 ionizing energy of acceptor.................. 5p1-02-44
drain ionizing energy of donor ...................... 5p1-02-43
drain [of a field-effect transistar) .......... 521-07-08 energy-level
drift energy-level diagram ..............cccceeee... 5p1-01-13
(drift) mobility (of a change,carrier)....... 521-02-58 enhancement
dynamic enhancement mode operation............. 5p1-07-11
dynarfic (read/write)}-memory .............. 521-11-10 enhancement type field-effect
transistor ... 5P1-04-59
E epitaxy
offect EPILAXY «eeiiiriee et 5p1-03-12
Hall effectr— s 521+-09-01 equivalent
Hall effect device ... 521-04-24 equivalent circuit...............cccccoeieen. 521-05-35
Hall effect tOMeter......ccccccvvee 521-04-28 internal equivalent temperature
at efiec "Ta‘.’“e omerer (of a semiconductor device).............. 521-05-14
magnetoresistive effect....................... 521-02-84 virtual (equivalent)
photoconductive effect......................... 521-01-22 junction temperature ..................... 521-05-15
photoelectric effect.........cccccceevvinnnnene.. 521-01-20 excess
photoelect.romagnetlc OffECt oo 521-01-23 EXCESS CAMIEN .....veveveeeererereeeeeeeeeenenene, 521-02-54
photovoltaic effect..........cccceeeviieennnn. 521-01-21 itati
. . excitation
piezoresistive effect ..........c.cccoeiiee 521-02-85 o
tensoresistive effect .. 521-02-85 excna.tlon band ..o 521-02-28
tunnel effect (in a PN junction)............. 521-02-83 exclusion o
Pauli-Fermi exclusion principle............. 521-01-14
extrinsic
extrinsic semiconductor....................... 521-02-08
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F frequency-multiplication
fall frequency-multiplication diode ............. 521-04-09
fall time ..o, 521-05-24 function
Fermi Fermi-Dirac function ............cccooceeene 521-01-16
Fermilevel.........cooiiiiiiiii 521-01-17
Fermi statistics.........cccoovvevniiieen. 521-01-15 G
Fermi-Dirac gap
Fermi-Dirac function .............cccccceee. 521-01-16 ENEIGY AP uuureeeeeeeeeiirirereeeeeeeeeireneeeens 521-02-24
Fermi-Dirac-Sommerfeld velocity gate
dIStrIDUON 1AW .. 521-01-19 A e 521-08-01
Fermi-Dirac statistics ............cccccceeeee. 521-01-15 gate (of a field-effect transistor)........... 521-07-09
field gate array ........ccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 5p1-11-20
interngl electric field 521-02-81 gate non-trigger current .....................C 5p1-08-17
residyal voltage for zero magnetic gate trigger current .............ccococ... 2 5p1-08-14
f|e|. 521-09-15 gate trigger voltage................... /St 5p1-08-15
self fi 521-09-10 gate non-trigger voltage......{e ... 5p1-08-16
field-effect programmable gate array(™............... 5p1-11-03
depletion type field-effect transistor 521-04-58 t
enharnjcement type field-effect gT_lmT:a or t 501-04-26
trankistor 521-04-59 a -genera (o] SURI D BRSPS D1-04-
field-gffect transistor 521-04-52 growing by e alski's method £b1.03.01
insul 521-04-54 grow!ng by Z|(|)-C ralski’'s method ........ D1-03-
junctipn-gate field-effect transistor 521-04-53 gr((z)\:‘vg]%inélguc;;sﬂal) 501-03-01
metal{oxide-semiconductor gro@ing by zone melii'r;g.; """""""""""" i
fiel _ : 521-04-55 (078 Single CryStal)..........ovvvvvvvvrrrrr 5p1-03-02
N-chgnnel field-effect transistor 521-04-56 N
: ' grown
P-ch 521-04-57 GFOWN JUNCEION v 5p1-02-77
filled
filled hand 521-02-32 H
film Hall
film (df a film integrated circuit) 521-10-07 Hall angle 501-09-03
film i ircy oo RED-10-06 Hall coefficient ............................ 5p1-09-02
thick film (of a film integrated circuit) 521-10-09 Hall effect 5p1-09-01
thin fi 521-10-08 Hall effect device ........................ 5p1-04-24
first Hall effect magnetometer..................... 5p1-04-28
first qantum number 521-01-08 Hall generator............cccooeeeeecveececnnnn.. 5p1-04-26
floatin Hall Mobility .........cccvveveeereierereeeececeee 5p1-09-04
floati 521-05-17 Hall Modulator ...............cccoc..orevvveennee. 5p1-04-25
forbid Hall multiplier..........cooooeiiiiiceeee, 5p1-04-27
forbiden band 521-02-30 Hall Probe .......c.ooeveeeeeceeeeeeeeeeeeeeeann 5P1-04-28
forwar Hall terminals.........ccccoviiiieinieeiieee 5p1-09-06
forwafd direction (of a PN junction) 521-05-03 Hall voltage.........cccceeeeiiieeeeiee e 5p1-09-05
forwafd reCovery time 521-05-25 heat
forward slope resistance...................... 521-06-05 heat SINK ...c.cvoveveecececeee e 521-05-33
small-signal short-circuit forward holdin
. 9
cu.rrent transfer ratio............ A 521-07-19 holding current...........cccoovevevecvieeen . 521-08-10
static forward current transfer ratio ...... 521-07-20 hol
ole
frame NOIE oo 521-02-17
lead frame (0f @ package).........cc..... 521-05-32 hOl€ CONAUCHON «....overecerees e 521-02-18
frequency
cut-off frequency ........ccccceviieeiiiiincee 521-05-20 |
frequency of unity current ideal
transfer ratio...........covvvvveeeeeveeeeeiennnnns 521-07-22 ! ,Za I tal 521-02-45
resistive cut-off frequency.................... 521-06-04 ) 10€ATCIYSIAL covvvsrev s e
transition frequENCY .........cccccveveeeveeen. 521-07-21 Image

charge-transfer image sensor.............. 521-11-17
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imperfection J
imperfection (of a crystal lattice)........... 521-02-47 junction
imp'antation abrupt junction ..................................... 521-02-73
ion implantation...........c.ccccoeeveveeeieennnns 521-03-14 alloyed junction.........ccccocceeeiniiinennnnen. 521-02-75
impurity bipolar junction transistor..................... 521-04-47
IMPURILY c.cvovececee e, 521-02-04 collector junction.............c.coocininn. 521-07-02
|mpur|ty activation E€NErgy ..ccceeeviuveeeennns 521-02-05 diffused junction ................................... 521-02-76
impurity band ...........c.oooveeieriieieinn. 521-02-37 emitter junction ..., 521-07-01
|mpur|ty Compensation _________________________ 521-03-06 grown junction ..................................... 521-02-77
|mpur|ty concentration transition zone . 521_02-67 jUnCtiOn ................................................ 521-02-72
iMpUrity 18Vel........oooveeeeeeeeeeeee. 521-02-36 PN junction ........coocoeeeiiiieieee e 521-02-78
inducell Progressive JUncton.. ..o 51-02-74
induced control voltage virtual (equivalent)
(of 4 Hall-effect device)..................... 521-09-16 junction temperature ................... 800 5p1-05-15
inductibn junction-gate
effective induction area junction-gate field-effect transistor....... 5p1-04-53
of the control current loop ................. 521-09-09
effectjve induction area L
of the output [00p ......cocveiiiiiin, 521-09-08 laser
infraredi-emitting laser diode...... .. beeeiiie e 5p1-04-37
infrargd-emitting diode ......................... 521-04-40 laser-diode
insulant laser-diode module..............ccccceeeeenne 5p1-04-38
insulant ........oooeiiiii e 521-02-31 latching
insulated-gate latehing current..........cccooeviiiieiiiieeenne 5p1-08-11
insulated-gate field-effect transistor..... 521-04-54 lateh-up
integrated latch-up state ..........cccooeiiiiie 5p1-10-11
applidation specific integrated circuit ... 521-11-18 law
filmi egrated CirCUIt....cvvveiiiieeiiieeee, 521-10-06 Fermi-Dirac-Sommerfeld Ve|ocity
integrpted circuit ............cccoveeeiiiienee 521-10-03 distribution law ..., 5p1-01-19
integrpted circuit memory .................... 521-11:05 Maxwell-Boltzmann velocity
multi-thip integrated circuit................... 521=40-10 distribution law ..........cccccoeiiiiinnn. 5p1-01-05
semigonductor integrated circuit .......... 521-10-05 layer
semidustom integrated circuit ............£ 521-11-19 depletion layer (of a semiconductor).... 5pR1-02-82
interna lead
internfl electric field.................. foeee.. 521-02-81 lead frame (of a package)................... 5p1-05-32
interngl equivalent temperattire LED
(of 4 semiconductor device).............. 521-05-14 LED (abbreviation).............c.c.ccevrurunen.. 5p1-04-39
intrinsic length
intringic conduction). 2. 521-02-20 diffusion length (of minority carriers).... 5p1-02-60
intrindic conductivity...........ccccccveeennne. 521-02-48 level
intringic semiconductor ....................... 521-02-07 acceptor level 5p1-02-41
invers donor level 5p1-02-40
i 01-01-12
inverse common collector ................... 521-07-17 FErmilevel........cocovivieerisersienis 521-01-17
inverse common emitter ..................... 521-07-18 impurity level.............ococeveveceeeeeennn. 521-02-36
inverse direction of operation............... 521-07-12 10Cal 18Vel......ovoec e 521-02-35
ion surface level ... 521-02-42
ion implantation...........cccccoeeieiiiiennee. 521-03-14 levelling
ionic zone levelling.........cocceeeiiiieeiiniieeens 521-03-04
ionic conduction...........ccccceiiiiiiiiine. 521-02-21 lifetime
ionic semiconductor..........c.cccoevuuineeen. 521-02-06 bulk lifetime (of minority carriers)......... 521-02-57
ionizing light-emitting
ionizing energy of acceptor.................. 521-02-44 light-emitting diode .......ccccccvevevcuruennnne. 521-04-39
ionizing energy of donor ...................... 521-02-43 limiting

microwave limiting diode...................... 521-04-15
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local MESFET
locallevel.......ccoeevieeiiiciiiiiieeceee 521-02-35 MESFET (abbreviation)...........c........... 521-04-60
logic metal-oxide-semiconductor
programmable logic array .................... 521-11-02 metal-oxide-semiconductor
programmab|e |Ogic device................. 521-11-01 field-effect transistor ...........ccc........... 521-04-55
lone metal-semiconductor-field-effect
lone electron ..........ccceeeveveceeeciie e, 521-01-18 metal-semiconductor-field-effect
transistor ... 521-04-60
loop
effective induction area method
of the control current loop ................. 521-09-09 growing by Czochralski's method ........ 521-03-01
effective induction area micro-alloy
of theoutputtoop—————————— 524=69-68 micro-atfoy techmaue— oo 5p1-03-10
microassembly
M MICroassembly..........ccccevevevereeree i) 5p1-10-04
macro microcircuit
Macrq Cell ..., 521-11-22 MICTOCIFCUIL ... A 5p1-10-02
magnetic microelectronics
magngtic sensitivity (of a Hall probe)...  521-09-12 microelectronics........co0 e, 5p1-10-01
residdal voltage for zero magnetic :
field (of a Hall-effect device) ............. 521-09-15 P icrowave iMiting Ai0de.......vvvvvvooooo 5p1-04-15
magnefometer microwave sWitching diode.................. 5p1-04-14
Hall effect magnetometer..................... 521-04-28 N
minority
magnetoresistive minority carrier (in a semiconductor
magngtoresistive characteristic curve..  521-09-17 [1=10]19) ) RSO PRR 5p1-02-53
magngtoresistive coefficient ................ 521-09-18 miter
magnptoresistive effect................... 521-02-84 MIXET AIOAE ....vvvoeeeeoceeeeeeeeeeeeeees 51-04-08
magngtoresistive ratio.............ccceeeeee. 521-09-19 mobility
magngtoresistive sensitivity ................. 521-09-20 (drift) mobility (of a charge carrier)....... 5p1-02-58
magnetoresistor Hall mobility ........cccveviieiiieeeeeee 5p1-09-04
magngtoresistor..........cccccveveeeeveccnnneen. 521-04-29 mode
main depletion mode operation..................... 5p1-07-10
mainferminal .........ccoooeveieiiiiieeeeeis 521-08-03 enhancement mode operation............. 5p1-07-11
majorit modulation
majorty carrier (in a semiconducter conductivity modulation
FEJIPN)..eeeeeeeieii et S 521-02-52 (of a semiconductor) ...........cocovev..... 5p1-02-55
Maxwe|l-Boltzmann modulator
Maxwfell-Boltzmann statistics.............. 521-01-03 Hall Modulator ................cooc..oreveveennee. 5p1-04-25
Maxwgll-Boltzmann velocity modulator diode-...............cc.oevverreennen. 5p1-04-10
distfibution law =500 521-01-05
. module
melting , laser-diode module ............cc.occooevunnn... 5p1-04-38
growihg by zene melting
(of 4 singlefcrystal).........ccccovevevevnnne. 521-03-02 momentum
total angular momentum
memory TR L T Y — 521-01-11
associative memory..........ccccceeeeeeeennns 521-11-13 MOSEET
content addressable memory ........... 521-11-13 MOSFET (abbreviation)...............cc...... 521-04-55
dynamic (read/write) memory .............. 521-11-10 o
integrated circuit memory ................... 521-11-05 mu“",Ch'P . o
Memory Cell ........covveieeeeeeeeeeeeeeen, 521-11-04 multi-chip integrated Circuit................ 521-10-10
memory element..........ccocvecureurecennn. 521-11-04 multiplier
random-access Memory ................. 521-11-08 Hall multiplier.............ccccocoviiniinnnn. 521-04-27
read/write memory .........ccoceeeecveeennnee. 521-11-07
read-only memory.........cccccceeeeeeennnenn. 521-11-06 N
serial access Memory ........ccccceeeeeennee. 521-11-12 N-channel
static (read/write) memory ................. 521-11-09 N-channel field-effect transistor........... 521-04-56
volatile MemMOry........coeveeeeeeeeeeeenn. 521-11-11 negative
mesa negative differential resistance
mesa technique ___________________________________ 521-03-11 region ................................................ 521-05-05
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neutral Pauli
neutral region..........cceeveeveeeeeiiiiiiiviiinnnn. 521-02-68 Pauli principle ... 521-01-14
N-gate Pauli-Fermi
N-gate thyristor....................cc 521-04-70 Pauli-Fermi exclusion principle............ 521-01-14
non-degenerate P-channel
non-degenerate semiconductor........... 521-02-12 P-channel field-effect transistor ........... 521-04-57
non-quantized peak
non-quantized system (of particles)..... 521-01-01 peak point (of a tunnel diode) .............. 521-06-01
non-trigger projected peak point
gate non-trigger current ..............o..o.... 521-08-17 (of a tunnel diode)..........cccoeurieneen. 521-06-03
N-type permitted
N-typé CONAUCHIVItY ............oveererreereennn. 521-02-49 permitted band...........cccceeeeeeeeeeeeeeeee. 5pP1-02-29
N-typ¢ semiconductor..............cccce....... 521-02-09 P-gate
numbet P-gate thyristor ... 000 5p1-04-69
first quantum number.............cccocene... 521-01-08 photoconductive
orbital quantum number...................... 521-01-09 photoconductive cell ..........4a ... 5p1-04-33
princi bal quantum number ... 521-01-08 photocondUCtiVe effect... s 5p1-01-22
quanthm number photocoupler
(of gn electron in a given atom) ........ 521-01-07 PhotOCOUPIET....... Gt 5p1-04-45
se.cond guantum number..................... 521-01-09 photodiode
spin (fuantum number)........................ 521-01-10 avalanche phétodiode ......................... 5pP1-04-44
total gngular momentum PhotodiodSn.........oevveeeeeeeeeeceeeeeeee 5p1-04-32
quaptum number.........ccccceeeeveevnnneeen. 521-01-11 .
photoelectric
o (semiconductor) photoelectric detector 5P1-04-42
photoelectric effect ...........coccoeeiriieeene 5p1-01-20
°°°‘:t'?i Td ied band 521-02-27 photoelectromagnetic
pa IatLy OCCUPIEA DANG..ov.cvvoeevreeeees bl photoelectromagnetic effect................. 5p1-01-23
off-sta photoemitter
criticgj rate of rise of off-state voltage.. ~ 521-08-18 photoemitter...........ccccoeviiiiniieeeien 5p1-04-35
off-state. ... 521-08<08 .
. photoresistor
operatlpn ) photoresistor.........ccoevvveiiiiiie . 5p1-04-43
deplefion mode operation .................... 521-07-10 hot it
enharjcement mode operation..........;.0 521-07-11 pho o§en3| ve .
inverge direction of operation 521-07-12 (semiconductor) photosensitive
| peration...... &)-- AEVICE e 5p1-04-41
optocoupler .
' photothyristor
OPtOCOUPIET ..o N e 521-04-45 DNOOIAYFISHON v 5b1-04-72
optoelgctronic hotot ist
optoelectronic device M te.veeeiiiiieenns 521-04-31 P ?10(:02?:::35): 5b1-04-51
optoelectronic display ..........ccccceeunnnnnn. 521-04-36 PROTOTANSISION. 1 ooossssrssvvvvvvenssssss s i
orbital photovoltaic
) photovoltaic cell...........ccccevviieiiiiineenn. 5p1-04-34
Orbital GUANTYM NUMDEI.....cvossevvvee 521-01-09 photovoltaic effect............cccccveeeeeeinnn. 5p1-01-21
output bi e
effective Inauction area . -
Of the OUPUL 100 .. rvvvveeeooeeeeeo 521-09-08 piezoresistive effect..............ccccco 521-02-85
planar
P planar technique.........cccoeeeeiieieeeeeennnn. 521-03-09
package PLD
PACKAGE - vveorveeeee oo 521-05-31 PLD (abbreviation).............coocoiviveinns 521-11-01
parameter PN
circuit parameter __________________________________ 521-05-34 PN boundary ........................................ 521-02-65
. PN junction .......cccooeveiiiiiiii, 521-02-78
parasitic .
parasitic circuit element ....................... 521-05-36 point
partially breakover point...........cccceeeeieeee, 521-08-12
partially occupied band..............o........ 521-02-27 peak point (of a tunnel diodg)............... 521-06-01
ivati projected peak point
Pasff“’a on ’ 521.03.13 (of a tunnel diode)............coccocevvuernn. 521-06-03
SUMACe PASSIVALION ..oovorrrrrsrsrsssssees had valley point (of a tunnel diode)............ 521-06-02
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potential ratio
potential barrier..........ccccciiiiie 521-02-69 frequency of unity current
potential barrier (of a PN junction)....... 521-02-70 transfer ratio..........cccceveieeeviccenneen. 521-07-22
principal magnetoresistive ratio .............cccceen. 521-09-19
principal (voltage-current) small-signal short-cir'cuit forward
Characteristic. ................oovveerrverereeenn. 521-08-05 current transfer ratio ......................... 521-07-19
principal current..........c..ccocoevivveeenen. 521-08-02 static forward current transfer ratio ...... 521-07-20
principal quantum number ................... 521-01-08 read
principal voltage..............cccoeuriueiennne. 521-08-04 dynamic (read/write) memory .............. 521-11-10
principle read/write MemMory...........cccceevveveeeeeenne 521-11-07
Pauli PANCIPIE ..o, 521-01-14 static (read/write) memory .................. 521-11-09
5210114 read=onty
read-only Mmemory........ccccoeveuiieeeenaeenis 5P1-11-06
521-04-28 recombination
recombination centre ...............5.0L 5p1-02-64
521-11-03 suface recombination velocity:. ............ 5p1-02-56
521-11-02 recovered
521-11-01 recovered charge
(of a diode or thyristor).............c........ 5P1-05-18
521-02-74 recovery
forward recoyerytime ..........ccccceeeenee 5p1-05-25
projedted peak point reverse recovery time .........ccceeeeeeen. 5p1-05-26
(of 4 tunnel diode)..........ovvveeeeerennnn. 521-06-03 step recovery diode ............oooociiiieeen.n. 5P1-04-12
P-type rectifier
P-typé conductivity.............cccovveevennn... 521-02-50 (sgmiconductor) rectifier diode ............ 5p1-04-19
P-typ@ SemIiconduCtOr ...........oovvvveeeen... 521-02-10 (semiconductor) rectifier stack............. 5p1-04-21
pulling avalanche rectifier diode...................... 5P1-04-20
growirlug by pulling refining
(of @ single crystal)..........cccocevenne... 521-03-01 zone refining ... 5p1-03-03
punch-through region
punch-through negative differential resistance region. 5pP1-05-05
(betveen two PN junctions).............. 524-05-12 neutral region..........coceeeeeveveeeeeeeenene 5p1-02-68
space-charge region.........ccccecevvevnineen. 5p1-02-79
Q space-charge region
quantijed (of a PN junction) .........cccccveriennen. 5p1-02-80
quant|zed system (of particles).......... 521-01-02 transition region .........ccccccoeveeiiinces 5p1-02-66
quantum relation
first giantum numMber... 7 ccveeeeeee. 521-01-08 Boltzmann relation...............ccccccceeo. 5p1-01-04
orbita] quantum number....................... 521-01-09 residual
principal quantémynumber ................... 521-01-08 residual voltage for zero current control
quantlim nurber (of a Hall-effect probe).............c.ec.... 5p1-09-14
(of gn electron in a given atom) ........ 521-01-07 residual voltage for zero magnetic field
second quantum number.................. 521-01-09 (of a Hall-effect device).........c........... 5p1-09-15
spin (quantum number)............cccccee.... 521-01-10 resistance
total angular momentum forward slope resistance...................... 521-06-05
quantum number.........cccccoeeeveevnnnennn. 521-01-11 negative differential resistance region. 521-05-05
on-state slope resistance..................... 521-08-13
R thermal resistance ..........ccccccceiiiiiiie 521-05-13
RAM resistive
RAM (abbreviation).............ccccvveeeneenn. 521-11-08 resistive cut-off frequency................... 521-06-04
random-access reverse
random-access memory ...................... 521-11-08 reverse blocking diode thyristor........... 521-04-62
rate reverse blocking state
critical rate of rise of off-state voltage.. 521-08-18 (of a reverse blocking thyristor)......... 521-08-09
critical rate of rise of on-state current... 521-08-19 reverse blocking triode thyristor........... 521-04-63

reverse conducting diode thyristor....... 521-04-64
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reverse conducting triode thyristor....... 521-04-65 signal
reverse direction (of a PN junction)...... 521-05-04 signal diode ........ccoceeveeeieicieeeee, 521-04-04
reverse recovery time .......................... 521-05-26 single-element
rise single-element semiconductor............. 521-02-02
critical rate of rise of off-state voltage.. 521-08-18 sink
critical rate of rise of on-state heat SINK .......cevieeiriiereeeeees 521-05-33
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semicanductor space-chargeegion............ccoceceeeenen. 5p1-02-79
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extringic semiconductor ....................... 521-02-08 state
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surface bi-directional triode thyristor................. 521-04-67
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threshold (= | o 521-02-63
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type field-effect transistor)................. 521-07-24 gate trigger current ............ccoeveeeevennnn. 521-08-14
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asymmetrical thyristor.......................... 521-04-71 gate non-trigger voltage.............o........ 521-08-16
bi-directional diode thyristor................. 521-04-66
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reverse conducting triode thyristor....... 521-04-65 residual voltage for zero magnetic field
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tunnel diode s 521-04-05 (of a diode or thyristor)..................... 521-05-19
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tranpfer ratio.............coo 521-07-22 WAl ... KT 5p1-05-29
write
\ dynamic (read/write) memory .............. 5p1-11-10
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valenge band .............cooiiiiis 521-02-23 static (read/write) memory ................... 5p1-11-09
valley
valley|point (of a tunnel diode)............. 521-06-02 z
vapourtphase Zener
vapoyr-phase deposition technique...... 521-03<15 Zener breakdown (of a PN junction).... 5P1-05-09
variabl ;-capacitance Zener voltage ....................................... 5p1-05-10
varialjle-capacitance diode................... 521-04-07 zero
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virtual temperature 521-05-14
volatile
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gate non-trigger voltage.............c......... 521-08-16
Hall voltage...........cccovveeieeciieiiieee 521-09-05
induced control voltage
(of a Hall-effect device).........cccce....... 521-09-16
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